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資料（1-1）



資料（1-1） 

事業進捗状況報告書 
 (高度な専門職業人の養成や専門教育機能の充実)  

 

事業名：「卓越した理工系教育研究拠点を目指す「複合創造領域」の設置と博士後期課程改革」 

 

概要：本学の大学院教育研究体制の進化・充実を目指す試みとして総合理工学研究科に「複合創

造領域」を設置するとともに、学位取得後の多様な活躍の場を想定した新たな博士後期課程

教育を試行して創造性に優れ、社会の要請に応える人材を育成する。 

 

事業実施主体：東京工業大学 大学院総合理工学研究科・大学院生命理工学研究科・大学院理工

学研究科・大学院情報理工学研究科・大学院社会理工学研究科・大学院イノベーションマネ

ジメント研究科・留学生センター 

 

事業計画期間：平成２２年度～平成２６年度（５年） 

 

事業計画期間中における年度別事業実施経費： 

区 分 22'予算 23'予算 24'予算 25'予算 26'予定 合 計

千円 千円 千円 千円 千円 千円

事 業 実 施 経 費 総 額 99,000 84,500 58,150 39,862 39,720 321,232

連 携 相 手 先 負 担 額 0 0 0 0 0 0

大 学 法 人 負 担 額 99,000 84,500 58,150 39,862 39,720 321,232

人 件 費 62,000 68,000 51,750 36,500 36,500

186,400

254,750

学 内 負 担 額 12,000 22,000 9,750 12,300 12,300

16,500 6,400 3,362

68,350

運 営 費 交付 金所 要額 50,000 46,000 42,000 24,200 24,200

3,220 56,482

学 内 負 担 額 11,000 11,500 2,500 1,300

運 営 費 27,000

1,300 27,600

運 営 費 交付 金所 要額 16,000 5,000 3,900 2,062 1,920 28,882

設 備 費 10,000 0 0 0 0 10,000

学 内 負 担 額 0 0 0 0 0 0

運 営 費 交付 金所 要額 10,000 0 0 0 0 10,000

45,900 26,262 26,120

学 内 負 担 額 計 23,000 33,500 12,250 13,600

225,282

13,600 95,950

運 営 費 交 付 金 所 要 額 計 76,000 51,000  

１．事業の必要性 

  【目的・目標】 

   我が国の博士後期課程教育の実質化を目指す試みとして、多様な後期課程コースを設定・試

行して科学技術分野における国際競争力強化に貢献する多様な博士人材を輩出する。 

 

  【必要性・緊急性】 

   学生の多様な創造性を喚起し、国際社会の様々な分野で活躍する人材育成を行うために、時

代の変化に応じた教育組織の柔軟な改変を進めることが高等教育に求められている。 

 

  【独創性・新規性等】 

大学院博士後期課程教育に多様性を持たせるために、学術、産業、社会一般に夫々関連す

る３つのコースを設置し、専攻あるいは研究科を超えた複数の教員による指導体制のもとで

社会の要請する博士人材を輩出する。各コースは専攻を単位として運営せずに、複合創造領

域に置き、研究科で国際的に卓越した研究活動を展開中の教員による教育・研究コアグルー
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プの協力を得て、博士課程学生の多様な創造性を育てる。 

 

  【第２期中期目標及び中期計画との関連性】 

中期目標１．教育に関する目標において「自主性と多様性を重んじた教育を推進する」と詠

われ、これに対応する中期計画では「学科・専攻の枠を超えた学内連携に加えて、国内外の有

力大学及び研究機関との連携を推進し、多様な教育を提供する」とされている。 

また、中期目標２．研究に関する目標においては「融合領域・新規領域を含めた新しい価値

を創造する」と詠われ、中期計画として「社会や研究者・学生を惹きつける魅力ある領域を設

定し、その領域の研究活動を積極的に推進する」とされている。 

すなわち本事業は研究科の教育・研究、特に博士後期課程教育のあり方について上記２項目

と強く関連している。 

 

２． 事業の取組内容 

① 全体計画 

 分野を超えた教育研究のプラットフォームとして「複合創造領域」を定め、卓越した研究活

動を展開中の教員による「教育研究コアユニット」を配置するとともに、博士複合創造領域コ

ースを新設した。コースには、専攻外の教員による指導を支援する体制を設け、①先端プロジ

ェクトの中で指導を受け経験を積むことにより卓越した研究者を育成する「重点プロジェクト

サブコース」、②創造的起業家育成を目指す「ワイドキャリアサブコース」、③自身の専門分

野をベースとして複数分野に跨がる幅広い知識を生かし様々な社会活動においてリーダーシ

ップを発揮する文理融合型・他分野融合型人材を育成する「融合デザインサブコース」の３つ

のサブコースを設置し、博士課程学生に新たな付加価値をつける教育を行う。 

  

② 進捗状況 
平成22年度には４つのコアユニットで教育研究活動を開始したが、平成23年度は、これをさ

らに増強し、６ユニットとして教育研究活動を展開している。また、倫理教育の推進のため、
３サブコースのうち当初は一つだけで必修としていた「科学技術者の倫理」を、平成23年度か
らは全てのサブコースで必修科目とするなど、毎年度カリキュラムの一部を見直し、さらに教
育内容を充実させている。 
 平成25年度後期から国際大学院プログラム（新たに日本人学生も加入）の学生が同プロジェ
クトの科目を履修可能とし，さらに国際大学院コースの科目を同プロジェクトの学生が履修と
した。 

 

  【当初計画に対する進捗状況】 

（文中、実施度は４段階評価：Ⅲが計画通り進展、Ⅳが計画以上の成果） 

平成２２年度 

 

実施計画 

 

 

 

○「複合創造領域」と「教育研究コアユニット」の設置 

・マネジメントプロフェッサーの雇用 

・運営マネージメント委員会の設置 

・研究科長裁量によるスペースの確保 

○「博士複合創造領域コース」の開始 

・経済支援開始（RA,海外短期、国内外長期） 

・外国人教員の公募・選考・採用 

・事務補佐員の採用 

・協力講座と連携講座の整備による教育体制の改善 
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  【当初計画に対する進捗状況】 

（文中、実施度は４段階評価：Ⅲが計画通り進展、Ⅳが計画以上の成果） 

平成２２年度 

 

実施計画 

 

 

 

○「複合創造領域」と「教育研究コアユニット」の設置 

・マネジメントプロフェッサーの雇用 

・運営マネージメント委員会の設置 

・研究科長裁量によるスペースの確保 

○「博士複合創造領域コース」の開始 
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・外国人教員の公募・選考・採用 

・事務補佐員の採用 

・協力講座と連携講座の整備による教育体制の改善 

 

・コース教育における文理融合・他分野融合を図るための4大学連合との連携を

模索 

○学内外の教員と受講生が講義・演習・ゼミにおいて双方向のコミュニケーショ

ンを行うことにより教育効果を高めるために遠隔テレビ会議システムの設置 

○複合創造領域シンポジウムの開催 

○複合創造領域のパンフレット等広報印刷物の作成と配布、HPの立ち上げ 

・マネジメントプロフェッサーの雇用及び外国人教員2名の雇用並びに非常勤職員

の雇用を行い「博士複合創造領域コース」の教育研究活動を開始した。 

・複合創造領域運営委員会を設置し11回開催し、適宜、運営等について審議し、

プログラムの進捗管理を行った。 

・経済支援：RA 5名、海外短期4名、海外長期なし、海外長期（代替）2名 

・平成22年度版の総合理工学研究科要覧を作成したが、その中で複合創造領域に

関する内容を掲載した。また、このプログラム独自のパンフレットも作成した。 

・平成22年12月には、本プログラム発足のシンポジウムを大岡山にて開催し、学内

外から百数十名の参加を得て成功裏に終えた。この成果は、学内のニュースレター

（クロニクル）などでも公表した。 

実施状況 

 

 

 

 

 
実施度 Ⅲ 

実施度の

判断理由 

初年度から当初に計画した枠組みでスタートすることができ順調に進んでいる。

コアユニットでの研究活動も活発に行われ、博士複合領域コースへの受講生も、

当初計画の30名に対し、春27名、秋5名の計32名が本コースに編入され、こちらも

計画通りに進展した。 

 

平成２３年度 

 

実施計画 

 

 

 

○「教育研究コアユニット」による活動の継続（2年目） 

○「博士複合創造領域コース」による活動の継続とさらなる充実 

・初年度の外国人教員は２名であったが、これをさらに1名増強し３名体制で教育

する。 

○経済支援（RA,海外短期、国内外長期） 

○遠隔テレビ会議システムの活用 

○教育研究コアユニットワークショップの開催 

○複合創造領域のパンフレットの補足とＨＰの更新・充実 

○第２回複合創造領域シンポジウムの開催 

実施状況 

 

 

 

「教育研究コアユニット」は、今年度より２ユニット増やし、６ユニットとし、

いずれも順調に活動が行われている。 

・「博士複合創造領域コース」の外国人教員増強は予定通りに行われ、６月より

３人目の教員として、女性教員を採用することができた。 

・経済支援：RA10名、海外短期9名、海外長期2名、国内長期1名、海外長期(代替

)3名、国内長期（代替）1名 

・複合創造領域運営委員会（拡大運営委員会も含む）は、11回開催し適宜、運営

等について審議し、プログラムの進行管理を行った。 

・教育研究コアユニットワークショップは、年間、数回を予定しているが、その

第1回目を6月に実施した。 

・複合創造領域独自のパンフレットの補遺版を作成した。 

・平成24年2月に、第2回のシンポジウムを大岡山にて開催し、学内外から百数十名
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の参加を得て成功裏に終えた。この成果は、学内のニュースレター（クロニクル）

などでも公表した。 

 

 
実施度 Ⅲ 

実施度の

判断理由 

 

 

 

 

2年目は、30名の定員に対し、春に24名、秋に4名の計28名が本コースに編入された

。当初4ユニットであったコアユニットも、6ユニットに増えた。「博士複合創造領

域コース」の外国人教員増強は、6月より3人目として女性教員を採用し充実し、後

期から入学する学生向けの講義に対応ができる体制ができた。運営委員会は月一回

のペースで開催、プログラムの進捗管理を行なっている。教育研究のコアユニット

ワークショップは、年間数回を予定し実行中。プログラム独自のパンフレットを初

年度作成したので、年度中はその補遺版で対応した。今年度から、「科学技術者の

倫理」を3サブコースとも必修とした。来年度（平成24年度）に科目変更があるの

で新規に2012年度版を作成した。初年度に続いて第2回目のシンポジウムを開催し

昨年並の参加を得てIPERの知名度を高めた。一方、経済支援ではRAで10名、海外（

長期は3名、短期は9名）、今年度は中国東北部（大連、瀋陽、長春）へ研修出張（

7名）を実施した。 

 

  平成２４年度 

 

実施計画 

 

 

 

○「博士複合創造領域コース」運営（3年目） 

  ・経済支援 

  ・学位論文中間発表 

○「複合創造領域」と「教育研究コアユニット」の運営 

・個々の教育研究コアユニットの活動状況の把握による継続期間の評価と新規 

コアユニットの採用検討 

○外部評価委員会の設置と全体評価の実施準備 

  ・プロジェクト発足３年目にあたり、運営の内規の見直し等を実施する。 

・3年目は、IPERコースへ春23名、秋7名の計30名が本コースに編入された。 

・経済支援では、RAは13名、海外短期研修4名であった。 

・長期の研修は、海外4名、国内1名、代替2名（海外/国内）を記録した。 

・運営委員会は11回開催、運営等について審議しプログラム進行管理を行った。 

・報告会(3/12)をすずかけ台キャンパスで開催した。海外研修発表7件、プレゼン

発表17組18名、ポスターセッション発表16名を実施、参加者数は60余名を数えた。 

・HPを刷新（日英版）し、広くIPERのPRに力を注いだ。 

http://www.igs.titech.ac.jp/iper/ 

実施状況 

 

・なお、外部評価は、第１期生が博士後期課程を修了（H25.3）後

実施する方が、データとしても揃うこともあり、来年度の前半に繰

り延べた。 

実施度 Ⅳ 

実施度の

判断理由 

 

3年目は、海外長期研修に4名参加した。学生・指導教員と関係各位の協力の成果で

ある。IPERのPR活動の効果が現れ、今年度は生命理工の学生3名が初めて本コース

に編入された。一方、留学生の割合は、初年度の34％から今年度は50％と増加した

。今年は、IPERの活動の「報告会」という形で体験発表を3月に実施し、海外研修

発表7件、プレゼン発表17組18名、ポスター発表16名を数えた。IPER雇用の特任教

授（民間企業）をはじめ活発な質疑応答があり、実質を伴う形で盛況であった。H

Pが見違えるほどスマートになった（日英版）。 
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で新規に2012年度版を作成した。初年度に続いて第2回目のシンポジウムを開催し

昨年並の参加を得てIPERの知名度を高めた。一方、経済支援ではRAで10名、海外（

長期は3名、短期は9名）、今年度は中国東北部（大連、瀋陽、長春）へ研修出張（

7名）を実施した。 

 

  平成２４年度 

 

実施計画 

 

 

 

○「博士複合創造領域コース」運営（3年目） 

  ・経済支援 

  ・学位論文中間発表 

○「複合創造領域」と「教育研究コアユニット」の運営 

・個々の教育研究コアユニットの活動状況の把握による継続期間の評価と新規 

コアユニットの採用検討 

○外部評価委員会の設置と全体評価の実施準備 

  ・プロジェクト発足３年目にあたり、運営の内規の見直し等を実施する。 

・3年目は、IPERコースへ春23名、秋7名の計30名が本コースに編入された。 

・経済支援では、RAは13名、海外短期研修4名であった。 

・長期の研修は、海外4名、国内1名、代替2名（海外/国内）を記録した。 

・運営委員会は11回開催、運営等について審議しプログラム進行管理を行った。 

・報告会(3/12)をすずかけ台キャンパスで開催した。海外研修発表7件、プレゼン

発表17組18名、ポスターセッション発表16名を実施、参加者数は60余名を数えた。 

・HPを刷新（日英版）し、広くIPERのPRに力を注いだ。 

http://www.igs.titech.ac.jp/iper/ 

実施状況 

 

・なお、外部評価は、第１期生が博士後期課程を修了（H25.3）後

実施する方が、データとしても揃うこともあり、来年度の前半に繰

り延べた。 

実施度 Ⅳ 

実施度の

判断理由 

 

3年目は、海外長期研修に4名参加した。学生・指導教員と関係各位の協力の成果で

ある。IPERのPR活動の効果が現れ、今年度は生命理工の学生3名が初めて本コース

に編入された。一方、留学生の割合は、初年度の34％から今年度は50％と増加した

。今年は、IPERの活動の「報告会」という形で体験発表を3月に実施し、海外研修

発表7件、プレゼン発表17組18名、ポスター発表16名を数えた。IPER雇用の特任教

授（民間企業）をはじめ活発な質疑応答があり、実質を伴う形で盛況であった。H

Pが見違えるほどスマートになった（日英版）。 

 

 

  平成２５年度 

 

実施計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「博士複合創造領域コース」運営（4年目） 

   ※RAの支給 

   ※海外研修派遣 

   ※学位論文中間発表と学位論文審査 

○「複合創造領域」と「教育研究コアユニット」の運営 

○「外部評価委員会」の設置と全体評価の実施準備 

   ※評価委員会による評価結果を踏まえた改善策の実施（PDCAサイクル） 

   ※個々の教育研究コアユニットの活動状況の把握による継続期間の評価と

新規コアユニットの採用検討、及び既存コアユニットへの教員の増員 

   ※運営マネージメント委員会において平成２７年度以降の運営体制の検討

を開始 

○国際舞台で活躍するアウトリーチ活動の支援（３外国人教員） 

○第 2期国際大学院プログラムと IPER との協力 

4年目は、春には19名が本コースに編入された。今年度のRA希望者は18名、短期海

外研修希望者は9名となっている。「外部評価」の実施がきまる。第2期国際大学院

の学生入学（H25.10）に伴うIPERとしての協力内容がほぼ固まった。（IPER科目） 

実施状況 

(8/23現在) 

   

  

③ 今後の事業の展望 

博士複合領域コースのカリキュラムを見直し必要な改訂を加えた。特に英語による国際的

表現力の向上と、近年顕著になっている「科学技術者の倫理」を３サブコースとも必修にし

たことは、おそらく博士コースの試みとしては斬新であり、この枠組で教育を行う。コアユ

ニットにおける超学際的研究の成果も順次出てくるので、これらの成果を社会に積極的にフ

ィードバックする。更に、国際舞台で活躍するためのアウトリーチ活動を支援するため、新

たに「サイエンティフィック・コミュニケーション」、「クリティカル・シンキング」それ

に「科学技術の世界的潮流」（いずれも英語講義）を開設する（平成 25 年度前･後期開始）。 

 

３．事業の実現に向けた実施体制等 

  【実施体制】 

研究科長のリーダーシップのもとで研究科１１専攻による実施体制を築き、学内他研究科や他

部局等との連携をとりつつ「複合創造領域」の多様性を担保していく。教育研究コアユニットに

対してはマネージングプロフェッサーを置いてそれらの運営と調整を行うと共に研究科長裁量に

よるスペース、教員配置を適正に行って国際的な教育研究活動を柔軟な体制で展開する。 

 

  【工夫改善の状況】 

特任教員ポストを博士複合創造領域所属とし、企業・学外研究機関の視点を取り入れた指導を

行う（学内経費で措置）。また文理融合・他分野融合へ視野を広げるためのカリキュラムならび

に論文指導については本学他研究科・センター（社会理工学研究科、留学生センターなど）の人

的並びに教育資源を有効に活用することを前提とする。 

 

４．事業達成による波及効果等（学問的効果、社会的効果、改善効果等） 

 広い分野において創造性を発揮し、課題設定・問題解決能力に優れた博士が輩出され、それ

らの人材が社会の多様な場でリーダーシップを発揮して社会に貢献し、これにより理工系博士

後期課程教育の実質化のための教育課程の多様化が全学、他大学にも波及すると考えられる。  
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また博士後期課程進学者が増加するなど好循環が進む。 

 

５．特別経費の事業として実施する理由及び事業計画期間終了後の取組の予定 

 

①本事業は本学唯一の独立研究科における博士後期課程教育の実質化へ向けた改革であり、前期

課程から他大学出身者が多数を占める状況であるために大学院教育改革を試みる上で斬新な試

みが可能である。これを起点に全学への波及を図る。 

   

②事業を実施するための「複合創造領域」の設立、博士後期課程におけるグローバルコミュニケ

ーション力養成のための外国人教員採用等、総合理工学研究科における博士後期課程教育改革

を実施するための諸策の経費として特別経費として支援願う。 

   

③本事業で得られた各種の新規構想や経験から導かれた改良点を含む「博士後期課程教育の多様

化に向けた改革」が全学的に波及し、全学的に発展・継続されることが予想される。 

 

④本研究科の国際大学院コースとの連携及び学内の他の国際教育プログラム，人材育成プログラ

ムとも連携し，国際化に対応できる学生の教育を目指す本事業の精神を継続させることを目指

す。 

 

平成２７年度以降 

    このコースの特徴である各種経済的な支援、教育面では、コース専任３外国人教師の英語

授業による論文作成や発表技術の修得、全員必修で一同に会する機会がある「科学技術者の

倫理」でのグループディスカッションや発表等がある。一方、研究面では６つのコアユニッ

トの設定など、外部に対して明確にアピールした優れた仕組みもあり、本事業を引続き継続

していきたい。 

卓越した理工系教育研究拠点を目指す「複合創造領域」の設置と博士後期課程改革

東京工業大学

社会的背景・課題

•グローバル化
•国際社会に適応する人材不足
•学際的・先進的なアプローチ
への社会的ニーズ

•少子・高齢化社会への対応

目的・ねらい

•博士後期課程教育改革

•国際競争力強化に貢献する
人材の育成

•科学技術分野における人材
の育成

•多様な博士人材の輩出
•質の保証

博士後期課程教育
改革
•卓越した研究者育成「重点
プロジェクトサブコース」

•創造的起業家育成「ワイド
キャリアサブコース」、

•リーダーシップを発揮する
文理融合型・他分野融合型
人材育成「融合デザイン
サブコース」

効果

•多分野における創造性の発揮
•課題設定能力、問題解決能力
の涵養

•広範な場でのリーダーシップ
の発揮

•若手高度研究人材育成に好循
環が生まれる

•東工大モデルを世界に発信

【教育研究コアユニット】
・エネルギーデバイス
・都市・地震・防災
・先端ナノエレクトロニクス研究
・合成生物学
・医療エンジニアリング
・大気圧プラズマプロセッシング

【３コース】

総合理工学研究科
国際大学院プログ
ラム

東工大
イノベーション人材養成機構
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また博士後期課程進学者が増加するなど好循環が進む。 

 

５．特別経費の事業として実施する理由及び事業計画期間終了後の取組の予定 

 

①本事業は本学唯一の独立研究科における博士後期課程教育の実質化へ向けた改革であり、前期

課程から他大学出身者が多数を占める状況であるために大学院教育改革を試みる上で斬新な試

みが可能である。これを起点に全学への波及を図る。 

   

②事業を実施するための「複合創造領域」の設立、博士後期課程におけるグローバルコミュニケ

ーション力養成のための外国人教員採用等、総合理工学研究科における博士後期課程教育改革

を実施するための諸策の経費として特別経費として支援願う。 

   

③本事業で得られた各種の新規構想や経験から導かれた改良点を含む「博士後期課程教育の多様

化に向けた改革」が全学的に波及し、全学的に発展・継続されることが予想される。 

 

④本研究科の国際大学院コースとの連携及び学内の他の国際教育プログラム，人材育成プログラ

ムとも連携し，国際化に対応できる学生の教育を目指す本事業の精神を継続させることを目指

す。 

 

平成２７年度以降 

    このコースの特徴である各種経済的な支援、教育面では、コース専任３外国人教師の英語

授業による論文作成や発表技術の修得、全員必修で一同に会する機会がある「科学技術者の

倫理」でのグループディスカッションや発表等がある。一方、研究面では６つのコアユニッ

トの設定など、外部に対して明確にアピールした優れた仕組みもあり、本事業を引続き継続

していきたい。 

卓越した理工系教育研究拠点を目指す「複合創造領域」の設置と博士後期課程改革

東京工業大学

社会的背景・課題

•グローバル化
•国際社会に適応する人材不足
•学際的・先進的なアプローチ
への社会的ニーズ

•少子・高齢化社会への対応

目的・ねらい

•博士後期課程教育改革

•国際競争力強化に貢献する
人材の育成

•科学技術分野における人材
の育成

•多様な博士人材の輩出
•質の保証

博士後期課程教育
改革
•卓越した研究者育成「重点
プロジェクトサブコース」

•創造的起業家育成「ワイド
キャリアサブコース」、

•リーダーシップを発揮する
文理融合型・他分野融合型
人材育成「融合デザイン
サブコース」

効果

•多分野における創造性の発揮
•課題設定能力、問題解決能力
の涵養

•広範な場でのリーダーシップ
の発揮

•若手高度研究人材育成に好循
環が生まれる

•東工大モデルを世界に発信

【教育研究コアユニット】
・エネルギーデバイス
・都市・地震・防災
・先端ナノエレクトロニクス研究
・合成生物学
・医療エンジニアリング
・大気圧プラズマプロセッシング

【３コース】

総合理工学研究科
国際大学院プログ
ラム

東工大
イノベーション人材養成機構
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�成 25 年度� （2013） 

 博士複合創造領域コース 

【コースの概要】 

本特別教育研究コースは，大学院教育体制の進化・充実を目的として総合理工学研究科に設置された「複

合創造領域」において実施される新たな博士後期課程教育であり，コース履修学生の学位取得後の多様な活

躍の場を想定し，創造性に優れ，社会の要請に応え得る人材を育成することを目指す。本コースは以下の３つ

のサブコース 

１．重点プロジェクトサブコース 

２．ワイドキャリアサブコース 

３．融合デザインサブコース 

からなる。それぞれの詳細は各サブコースの案内を参照のこと。 

 

【対象】 

重点プロジェクトサブコース及びワイドキャリアサブコースは原則として大学院総合理工学研究科の博士後期

課程１年次学生を，また融合デザインサブコースは学内全研究科の博士後期課程在学生を対象とする。各サブ

コースの定員は 10 名程度とし，コース履修希望者の審査を実施して履修の可否を決定する。 コース履修希望

者には学位論文作成のための研究との両立が求められることから，指導教員とよく相談をした上で指導教員の

許可を得ること。 

 

【コース修了の要件】 

本コースの修了要件はサブコース毎にそれぞれ定める。詳細は各サブコースの案内を参照のこと。 

各サブコースにおいて所定の授業科目単位を修得した場合，コース単位取得修了証を授与する。さらに，所

属専攻での学位論文審査を経て学位を取得した者には，学位記に加えて本コース修了証を授与する。 

 

授業科目一覧  ◎必修科目 ☆推奨科目、   ﾃｸﾆｶﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ/ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ 1～4 は、1・2 または 3・4 のいずれかを選択 

  サブコース 
申告 
番号 授 業 科 目 単 位 学 期 重点プロ

ジェクト 
ワイド 

キャリア 
融合デ
ザイン 

99407 重点プロジェクト研修 A 0-0-2 前 ☆   
99409 重点プロジェクト研修 B 0-0-2 後 ☆   
99401 重点プロジェクト特論第一 1-0-0 前 ◎   
99402 重点プロジェクト特論第二 1-0-0 後 ◎   
36018 ＩＰマネジメント* 2-0-0 前  ◎  
36041 イノベーションと標準化* 2-0-0 後  ☆  
99403 テクニカルディスカッション 1 （前期ｽﾀｰﾄ分） 0-2-0 前 ☆ ◎  
99404 テクニカルディスカッション 2 （前期ｽﾀｰﾄ分） 0-2-0 後 ☆ ◎  
99410 テクニカルディスカッション 3 （後期ｽﾀｰﾄ分） 0-2-0 後 ☆ ◎  
99411 テクニカルディスカッション 4 （後期ｽﾀｰﾄ分） 0-2-0 前 ☆ ◎  
99405 テクニカルライティング 1 （前期ｽﾀｰﾄ分） 0-2-0 前 ☆ ☆ ◎ 
99406 テクニカルライティング 2 （前期ｽﾀｰﾄ分） 0-2-0 後 ☆ ☆ ◎ 
99412 テクニカルライティング 3 （後期ｽﾀｰﾄ分） 0-2-0 後 ☆ ☆ ◎ 
99413 テクニカルライティング 4 （後期ｽﾀｰﾄ分） 0-2-0 前 ☆ ☆ ◎ 
99408 科学技術者の倫理 2-0-0 後 ◎ ◎ ◎ 
99509 ベンチャービジネス特論 2-0-0 後  ☆  
36006 技術戦略論** 2-0-0 後  ☆  
67019 科学・技術・社会特論１ 2-0-0 後    
67070 科学・技術・社会特論２ 2-0-0 後    
99415 ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ** 2-0-0 前    
99416 ｸﾘﾃｨｶﾙ・ｼﾝｷﾝｸﾞ** 2-0-0 後    
99417 科学技術の世界的潮流** 2-0-0 後  ☆  

* 遠隔講義   **英語講義 
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博士複合創造領域コース 重点プロジェクトサブコース 

【コースの概要】 

本サブコースは，国などが支援する重点分野等のプロジェクトに関わりながら博士の学位を取得することによ

り，組織的・国際的プロジェクトを遂行するにあたり必要な知識と経験を身につけた即戦力型の研究者を育てる

ことを目的とする。 

重点分野等のプロジェクト等に所属し，第一線の研究を行いながら，将来一流の研究者となるために必要な

科学者・技術者倫理，プロジェクトの管理，知的財産権利の知識等を身につける。また，得られた成果を発表す

るためのテクニカルライティングや海外の研究者とのディスカッションを円滑に行うための方法論を学ぶ。さらに，

数ヶ月間の国内あるいは海外研修を行い，グローバルなネットワークの構築や自身の専門分野における海外に

おける研究の動向などを調査する。 

 

【対象】 

 総合理工学研究科複合創造領域に配置される教育研究コアユニットを担当する研究室に所属する博士課程

学生を主な対象とし，本研究科所属の原則として博士課程１年次の学生が本コースのカリキュラムを履修できる。

履修希望者に対し一定の審査を行い，１学年１０名程度を定員として履修資格者を決定する。本サブコースの

履修は，学位論文作成のための研究と両立させる必要があり，指導教員とよく相談をした上で指導教員の許可

を得ることを条件とする。 

 

【コース修了の要件】 

 学則に定める博士後期課程修了要件に加えて，①重点プロジェクトサブコースで定める授業科目の中から，

必修科目３科目（４単位）を含む８単位を修得すること ②重点プロジェクト研修ＡまたはＢの単位を修得，あるい

は，他の制度などで原則として３ヶ月以上の研修を行うこと（後者ではその内容等を運営委員会に申告し承認を

受けること） ③所属研究科において学位が授与されること のすべてを要件とする。修了要件を満たし学位を

取得した者には，学位記に加えて本コース修了証が授与される。 

 

重点プロジェクトサブコース授業科目一覧     ◎ 必修科目，☆ 推奨科目 

ﾃｸﾆｶﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ/ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ 1～4 は、1・2 または 3・4 のいずれかを選択 

区

分 

申告

番号 
授 業 科 目 単 位 担当教員 学 期 備   考 

◎ 99401 重点プロジェクト特論第一 1-0-0 各教員 前  

◎ 99402 重点プロジェクト特論第二 1-0-0 各教員 後  

◎ 99408 科学技術者の倫理 2-0-0 山村・岩本ほか 後  

☆ 99407 重点プロジェクト研修 A 0-0-2 各教員 前  

☆ 99409 重点プロジェクト研修 B 0-0-2 各教員 後  

☆ 99403 テクニカルディスカッション１ 0-2-0 リチンスキ・ベラール・ゴンザレス 前 英語講義 

☆ 99404 テクニカルディスカッション２ 0-2-0 リチンスキ・ベラール・ゴンザレス 後 英語講義 

☆ 99410 テクニカルディスカッション３ 0-2-0 ゴンザレス・リチンスキ・ベラール 後 英語講義 

☆ 99411 テクニカルディスカッション４ 0-2-0 ゴンザレス・リチンスキ・ベラール 前 英語講義 

☆ 99405 テクニカルライティング１ 0-2-0 ベラール・リチンスキ・ゴンザレス 前 英語講義 

☆ 99406 テクニカルライティング２ 0-2-0 ベラール・リチンスキ・ゴンザレス 後 英語講義 

☆ 99412 テクニカルライティング３ 0-2-0 ゴンザレス・ベラール・リチンスキ 後 英語講義 

☆ 99413 テクニカルライティング４ 0-2-0 ゴンザレス・ベラール・リチンスキ 前 英語講義 

 36018 ＩＰマネジメント* 2-0-0 田中 前 技術経営専攻科目 

 36041 イノベーションと標準化* 2-0-0 田辺・加藤ほか 後 技術経営専攻科目 

 99509 ベンチャービジネス特論 2-0-0 柿本 後 大学院総合科目 

 99415 ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 2-0-0 ﾍﾞﾗｰﾙ､ﾘﾁﾝｽｷ､ｺﾞﾝｻﾞﾚｽ 前 英語講義 

 99416 ｸﾘﾃｨｶﾙ・ｼﾝｷﾝｸﾞ 2-0-0 ﾘﾁﾝｽｷ、ｺﾞﾝｻﾞﾚｽ、ﾍﾞﾗｰﾙ 後 英語講義 

 99417 科学技術の世界的潮流 2-0-0 ｺﾞﾝｻﾞﾚｽ､ﾍﾞﾗｰﾙ､ﾘﾁﾝｽｷ 後 英語講義 

* 遠隔講義 
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博士�合創造��コース ワイドキャリアサブコース 

【コースの概要】 

本サブコースは，本学が他大学に比較して優位性があると思われる「ものづくり」と，「工学分野における産業

界との連携」の伝統を踏まえ，学位論文の研究テーマをベースに周辺あるいは異分野の科学技術との融合によ

り新たな価値を創造し，研究シーズを事業化できる創造的起業家を育成することを目的とする。 

専攻・研究科を超えた指導体制を基本とし，専門分野の異なる博士後期課程学生が特定の技術シーズの事

業化計画を立てる演習で共同作業を行い，さらに技術シーズをどこに，どのように活かすかを様々な角度から議

論することによって，博士後期課程学生の視野の拡大，創造性の発展を目指す。 

 

【対象】 

総合理工学研究科の博士後期課程学生を対象とする。既に企業等での経験を有する社会人コース学生の

履修を歓迎する。履修希望者に対し一定の審査を行い，１学年１０名程度を定員として履修資格者を決定する。

本サブコースの履修は修了に必要な単位数が通常の課程に比べて多く，学位論文作成のための研究の遂行

に少なからず影響する可能性があることから，指導教員とよく相談をした上で指導教員の許可を得ることを条件

とする。 

 

【コース修了の要件】 

学則に定める博士後期課程修了要件に加えて，ワイドキャリアサブコースで定める授業科目の中から，必修

科目４科目８単位を含む１２単位を修得し，所属研究科において学位を授与されることを要件とする。修了要件

を満たし学位を取得した者には，学位記に加えて本コース修了証が授与される。 

 

ワイドキャリアサブコース授業科目一覧      ◎ 必修科目，☆ 推奨科目 

                                  ﾃｸﾆｶﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ/ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ 1～4 は、1・2 または 3・4 のいずれかを選択 

 * 遠隔講義   **大岡山地区 

 

 

区

分 

申告 

番号 
授 業 科 目 単 位 担当教員 

学 

期 
備   考 

◎ 36018 ＩＰマネジメント* 2-0-0 田中 前 技術経営専攻科目 

◎ 99403 テクニカルディスカッション１ 0-2-0 リチンスキ・ベラール・ゴンザレス 前 英語講義 

◎ 99404 テクニカルディスカッション２ 0-2-0 リチンスキ・ベラール・ゴンザレス 後 英語講義 

◎ 99410 テクニカルディスカッション３ 0-2-0 ゴンザレス・リチンスキ・ベラール 後 英語講義 

◎ 99411 テクニカルディスカッション４ 0-2-0 ゴンザレス・リチンスキ・ベラール 前 英語講義 

◎ 99408 科学技術者の倫理 2-0-0 山村・岩本ほか 後  

☆ 36041 イノベーションと標準化* 2-0-0 田辺、加藤ほか 後 技術経営専攻科目 

☆ 99405 テクニカルライティング１ 0-2-0 ベラール・リチンスキ・ゴンザレス 前 英語講義 

☆ 99406 テクニカルライティング２ 0-2-0 ベラール・リチンスキ・ゴンザレス 後 英語講義 

☆ 99412 テクニカルライティング３ 0-2-0 ゴンザレス・ベラール・リチンスキ 後 英語講義 

☆ 99413 テクニカルライティング４ 0-2-0 ゴンザレス・ベラール・リチンスキ 前 英語講義 

☆ 99509 ベンチャービジネス特論 2-0-0 柿本 後 大学院総合科目 

☆ 36006 技術戦略論** 2-0-0 宮崎 後 
技術経営専攻科目、

英語講義 

 67019 科学・技術・社会特論１ 2-0-0 中島 後 
経営工学専攻科目，

偶数年度開講 

 67070 科学・技術・社会特論２ 2-0-0 中島 後 
経営工学専攻科目，

奇数年度開講 

規 99415 ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 2-0-0 ﾍﾞﾗｰﾙ､ﾘﾁﾝｽｷ､ｺﾞﾝｻﾞﾚｽ 前 英語講義 

 99416 ｸﾘﾃｨｶﾙ・ｼﾝｷﾝｸﾞ 2-0-0 ﾘﾁﾝｽｷ、ｺﾞﾝｻﾞﾚｽ、ﾍﾞﾗｰﾙ 後 英語講義 

☆ 99417 科学技術の世界的潮流 2-0-0 ｺﾞﾝｻﾞﾚｽ､ﾍﾞﾗｰﾙ､ﾘﾁﾝｽｷ 後 英語講義 
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博士複合����コース 融合デザインサブコース 
 

【概要】 

本サブコースは，自身の専門分野をベースとして複数分野にまたがる幅広い知識を活かし，様々な社会活動

においてリーダーシップを発揮する文理融合型・異分野融合型人材の育成を目的とする。 

異なる専門分野の融合のあり方はきわめて多様であるため，融合デザインにふさわしい履修計画を履修希望

者自らが設計し認定を受けるか，または本サブコースが融合デザインのモデルとして相応しいと認定した既存の

特別教育研究コースあるいはこれに相当する教育プログラムを履修する。このことにより，新たな融合デザインに

必須の知識を修得し，具体的な融合デザインの経験を待った人材育成を目指す。 

 

【対象】 

本学のすべての研究科の博士後期課程学生を対象とする。履修希望者に対し一定の審査を行い，１ 学年

10 名程度を定員として履修資格者を決定する。本サブコースの履修に際し，学位論文作成のための研究の遂

行に少なからず影響する可能性があることから，指導教員とよく相談をした上で指導教員の許可を得ることを条

件とする。 

 

【コース修了の要件】 

学則に定める博士後期課程修了要件に加えて，あらかじめ履修希望者が設計し認定を受けた履修計画に従

って，融合デザインサブコースで定める必修科目３科目６単位を含む１２単位を修得し，所属研究科において学

位を授与されることを要件とする。ただし，次にあげる本サブコースで推奨する特別教育研究コースあるいはこ

れに相当する教育プログラムを修了した者は，必修科目３科目６単位を履修すればよいものとする。修了要件を

満たし学位を取得した者には，学位記に加えて本コース修了証が授与される。 

 

本サブコースが推奨する特別教育研究コース： 

 医歯工学特別教育研究コース（8 単位） 

 サービスイノベーション人材育成推進プログラム「社会的サービス価値のデザイン・イノベーター育成プログ

ラム」（12 単位） 

 生命情報学（情報）特別教育研究コース（10 単位） 

 ロボットインフォマティクス特別教育研究コース（12 単位） 

 人間情報学特別教育研究コース（12 単位） 

 

融合デザインサブコース授業科目一覧  ◎ 必修科目    ﾃｸﾆｶﾙﾗｲﾃｨﾝｸﾞ 1～4 は、1・2 または 3・4 のいずれかを選択 

区
分 

申告
番号 

授 業 科 目 単 位 担当教員 学 期 備   考 

◎ 99405 テクニカルライティング１ 0-2-0 
ベラール・リチンスキ・ゴ
ンザレス 

前 英語講義 

◎ 99406 テクニカルライティング２ 0-2-0 
ベラール・リチンスキ・ゴ
ンザレス 

後 英語講義 

◎ 99412 テクニカルライティング３ 0-2-0 
ゴンザレス・ベラール・リ
チンスキ 

後 英語講義 

◎ 99413 テクニカルライティング４ 0-2-0 
ゴンザレス・ベラール・リ
チンスキ 

前 英語講義 

◎ 99408 科学技術者の倫理 2-0-0 山村・岩本 ほか 後  
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�教 授 要 �� 

 

����� 

����������� （Internship Program on Priority Project A） 

前学期 0－0－2  各 教 員 

����� 

����������� （Internship Program on Priority Project Ｂ） 

後学期 0－0－2  各 教 員 

重点プロジェクトサブコースに所属する学生が国内外の大学・研究機関・企業において３ヶ月以上の研究経

験を得ることにより，国際的に第一級の力量をもつ研究者・技術者の養成を行う。 

����� 

������������ （Advanced Course on Priority Project I） 

前学期 1－0－0  各 教 員 

重点プロジェクトサブコースに所属する学生が国際的な場で第一線の研究者となるために必要な研究成果を

国内外に発表する際の戦略，プロジェクトの獲得や管理，遂行を円滑に行う手法，共同研究や委託研究を行う

際の一般的な手続きについて学ぶ。 

����� 

������������ （Advanced Course on Priority Project II） 

後学期 1－0－0  各 教 員 

重点プロジェクトサブコースに所属する学生が国際的な場で第一線の研究者として活躍するために必要な科

学者・技術者倫理，知的財産権の知識を修得する。 

����� 

������������� � （Technical Discussion 1） （前学期ｽﾀｰﾄ分） 

前学期 0－2－0  ○ダン リチンスキ 特任准教授，ダニエル ベラール 特任准教授,  

ヘイゼル・バントリーノ・ゴンザレス 特任准教授  

����� 

������������� � （Technical Discussion 2） （前学期ｽﾀｰﾄ分） 

後学期 0－2－0  ○ダン リチンスキ 特任准教授，ダニエル ベラール 特任准教授,  

ヘイゼル・バントリーノ・ゴンザレス 特任准教授 

����� 

������������� � （Technical Discussion 3） （後学期ｽﾀｰﾄ分） 

後学期 0－2－0  ○ヘイゼル・バントリーノ・ゴンザレス 特任准教授，ダン リチンスキ 特任准教授,  

ダニエル ベラール 特任准教授 

����� 

������������� � （Technical Discussion 4） （後学期ｽﾀｰﾄ分） 

前学期 0－2－0  ○ヘイゼル・バントリーノ・ゴンザレス 特任准教授，ダン リチンスキ 特任准教授,  

ダニエル ベラール 特任准教授 

 

博士複合創造領域コースに所属する学生を対象として，英語による実践的なディスカッション演習を通して，国

際的な場で第一線の研究者として活躍するために必要な技量を習得する。 

 

����� 

����������� � （Technical Writing 1） （前学期ｽﾀｰﾄ分） 

前学期 0－2－0  ○ダニエル ベラール 特任准教授, ダン リチンスキ 特任准教授， 

ヘイゼル・バントリーノ・ゴンザレス 特任准教授  

����� 

����������� � （Technical Writing 2） （前学期ｽﾀｰﾄ分） 

後学期 0－2－0  ○ダニエル ベラール 特任准教授, ダン リチンスキ 特任准教授， 

                  ヘイゼル・バントリーノ・ゴンザレス 特任准教授  
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����� 

����������� � （Technical Writing ３） （後学期ｽﾀｰﾄ分） 

後学期 0－2－0  ○ヘイゼル・バントリーノ・ゴンザレス 特任准教授，ダニエル ベラール 特任准教授, 

ダン リチンスキ 特任准教授  

����� 

����������� � （Technical Writing ４） （後学期ｽﾀｰﾄ分） 

前学期 0－2－0  ○ヘイゼル・バントリーノ・ゴンザレス 特任准教授，ダニエル ベラール 特任准教授, 

ダン リチンスキ 特任准教授 

博士複合創造領域コースに所属する学生を対象として，国際的な場で第一線の研究者となるために必要な，

英語による科学技術論文，報告書の書き方等，実践的なライティングスキルの基礎及びより高度なライティング

スキルを習得する。 

 

����� 

�������� （Ethics for Scientists and Engineers） 

後学期 2－0－0  ○山村 雅幸 教授，岩本 容岳 特任教授 ほか 

オムニバス形式の講義で、科学技術者が持つべき倫理について学ぶ。まず，科学技術における不正行為と

その防止について概観し、次にそれぞれの専門家がさまざまな領域で培われてきた倫理上の諸概念について，

具体的な事例を上げて概説する。例えば、環境政策と住民参加、生命倫理と遺伝子組換え安全基準の歴史的

経緯、ヘルシンキ宣言（ヒトを対象とする医学研究の倫理原則）、物質材料分野では史上空前の論文捏造（ベル

研シェーン事件）の背景、情報分野では 21 世紀「情報透過型社会」における倫理等である。一連の講義の中で

は、倫理と違う次元で、科学技術に携わる者が知っておかなければならない守るべき法や安全保障輸出管理に

係わるデュアルユースについても身近な問題として取り上げる。最終的には、グループワークで科学技術者の

倫理に関する話題をそれぞれ一つ取り上げ、グループ内で賛成・反対の立場から討論した内容の発表を行う。

その発表に対しての議論を通じて討論を重ねることで更に理解を深める。 

����� 

����������� （Advanced Course for Venture Business） 

後学期 2－0－0  柿本 雅明 教授 ほか 

大学院総合科目の教授要目を参照のこと。 

����� 

�������� （Intellectual Property Management） 

前学期 2－0－0  田中 義敏 教授 

技術経営専攻の教授要目を参照のこと。 

����� 

����������� （Innovation and Standardization） 

後学期 2－0－0  田辺 孝二 教授、加藤 恒 教授ほか 

技術経営専攻の教授要目を参照のこと。 

 

����� 

Strategies and Systems of Innovation（�����）                                       英語開講 

後学期 2－0－0  宮崎 久美子 教授 

 技術経営専攻の教授要目を参照のこと。 

�����   

����������� （Advanced Course for Science, Technology and Society 1） 

後学期 2－0－0  中島 秀人 教授 

経営工学専攻の教授要目を参照のこと。偶数年度開講。 

����� 

����������� （Advanced Course for Science, Technology Society 2） 

後学期 2－0－0  中島 秀人 教授 
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経営工学専攻の教授要目を参照のこと。奇数年度開講。 

 

Scientific Communication����������������������� � � � � � � � � 英語開講 
Spring semester  2-0-0  ○Daniel Berrar, Dan Ricinschi and Hazel Gonzales 

This course covers topics of scientific oral and written communication in English. The course 
objective is to develop and refine the students’ skills that are required for scientific publications and 
oral presentations. The main topics include (i) how to write and publish a scientific paper and (ii) 
how to give academic presentations at international conferences. The course objectives will be met 
through lectures and practice in writing exercises, oral presentations, and classroom discussions. 

Critical Thinking��������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 英語開講 
Autumn semester  2-0-0  ○Dan Ricinschi, Hazel Gonzales and Daniel Berrar 

The course aims to demonstrate the importance of thinking critically about the various issues in 
science and technology that students are likely to encounter during their future careers. Students 
will learn to ask the right questions when confronted with their peers' ideas and opinions, as well as 
to quickly find ambiguities, lack of evidence, weaknesses in argumentation, contradictions, and 
omissions in both written and oral communications. The course includes a discussion of the various 
approaches to the scientific inquiry, such as induction, deduction, and abduction, and logical 
fallacies. In addition to regular lectures, the course will have an important interactive component 
where students will practice constructive criticism on written/oral communications chosen by the 
instructor. The ultimate goal of this course will be to help students to improve the logical soundness 
of their own argumentations. 

Global Trends in Science and Technology������������� � � � � � � � � � � � 英語開講 
Autumn semester 2-0-0  ○Hazel Gonzales, Daniel Berrar and Dan Ricinschi 

This course aims to enhance the students' knowledge of the current global concerns in relation to 
progress in science and technology as well as the scientific principles and techniques needed to 
address the reigning global issues. This will give students a basic understanding of the ongoing 
worldwide research and development in science and technology. Aside from the regular lectures, 
there will be a series of discussions on selected topics from science and technology that will allow 
students to freely express themselves as they share their respective insights. After completion of the 
course, the students are expected to have acquired an increased level of interest in and awareness of 
advances in scientific and technological research. 
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資料（1-3）A



H26年度

2 7 7 1 17

0 3 5 0 8
海外 0 2 4 0 6
国内 0 1 1 0 2

2 4 2 1 9
海外 1 2 1 0 4
国内 1 2 1 1 5

����

海外�期 4 9 4 6 23

RA 5 10 13 19 47

重点プロ��ク�研��期（3�月��）�����（海外�期�RA）�学生�

（H25.12.16現在）

計H24年度 H25年度

重点プロ��ク�研��
期（3�月��）��

（うち実行分）

（うち代替分）

H22年度 H23年度

 

�RA�　47名
専攻（研究科） サブコース 氏名 期間

1 化学環境学 H22年度・重点 中島　達哉 2010.9月-2011.1月

2 化学環境学 H22年度・重点 大柴　雄平 2010.9月-2011.1月

3 物質科学創造 H22年度・ワイド 廣江　綾香 2010.9月-2011.1月

4 物質科学創造 H22年度・融合 竹内　正芳 2010.9月-2011.1月

5 知能システム科学 H22年度・融合 佐々木　彰吾 2010.9月-2011.1月

1 物理電子システム創造 H22年度・重点 Abudukelimu,ABUDUREHEMAN 2011.10月-2012.2月

2 物理電子システム創造 H22年度・重点 Maimaitirexiati, MAIMAITI 2011.10月-2012.2月

3 知能システム科学 H22年度・ワイド 常　娜 2011.10月-2012.2月

4 知能システム科学 H22年度・融合 内富　寛隆 2011.10月-2012.2月

5 化学環境学 H23年度・重点 李　天明 2011.10月-2012.2月

6 物理電子システム創造 H23年度・重点 山口　達矢 2011.10月-2012.2月

7 化学環境学 H23年度・重点 張　涵 2011.10月-2012.2月

8 物質電子化学 H23年度・重点 Chang Hansen 2011.10月-2012.2月

9 物質電子化学 H23年度・重点 金　相侖 2011.10月-2012.2月

10 物理電子システム創造 H23年度・重点 内保　裕一 2011.10月-2012.2月

1 物質科学創造 H22年度・ワイド 草野　泰宏 2012.8月-2012.12月

2 化学環境学 H23年度・融合 杉山　朋晴 2012.8月-2012.12月

3 化学環境学 H24年度・重点 Cheng　Ying　Ying 2012.8月-2012.12月

4 物理電子システム創造 H24年度・重点 PHAM　TIEN THANH 2012.8月-2012.12月

5 物質電子化学 H24年度・ワイド Lee　Jonghyeok 2012.8月-2012.12月

6 人間環境システム H24年度・ワイド 寺西　正輝 2012.8月-2012.12月

7 物質電子化学 H24年度・ワイド 気谷　卓 2012.8月-2012.12月

8 生物プロセス（生命理工） H24年度・融合 清水　理恵 2012.8月-2012.12月

9 生物プロセス（生命理工） H24年度・融合 川島　由依 2012.8月-2012.12月

10 メカノマイクロ工学 H24年度・融合 清水　一力 2012.8月-2012.12月

11 物理情報システム H23年度・融合 松田　勇祐 2012.11月-2013.3月

12 知能システム科学 H23年度・重点 畑　敬士 2012.11月-2013.3月

13 化学環境学 H23年度・融合 元国　献也 2013.1月-2013.3月

1 物質電子化学 H24年度・重点 Lim　Jaemin（林　栽敏） 2013.8月-2013.12月

2 物理電子システム創造 H24年度・重点 Li　Wei（李　蔚） 2013.8月-2013.12月

3 知能システム科学 H24年度・重点 川端　宏枝 2013.8月-2013.12月

4 物理電子システム創造 H24年度・ワイド 佐川　研太 2013.8月-2013.12月

5 物理情報システム H24年度・ワイド Qiu　Wei 2013.8月-2013.12月

6 材料物理科学 H24年度・ワイド 名越　貴志 2013.8月-2013.12月

7 物理電子システム創造 H25年度・重点 陳　江寧 2013.8月-2013.12月

8 物質電子化学 H25年度・重点 Oh　Gwangseok 2013.8月-2013.12月

9 知能システム科学 H25年度・重点 西田　暁史 2013.8月-2013.12月

10 物質科学創造 H25年度・重点 松田　マリック隆磨 2013.8月-2013.12月

11 物質科学創造 H25年度・ワイド 岡　智絵美 2013.8月-2013.12月

12 物質科学創造 H25年度・ワイド Yan　Zi 2013.8月-2013.12月

13 物質科学創造 H25年度・ワイド 山下　七重 2013.8月-2013.12月

14 物質科学創造 H25年度・ワイド 野瀬　啓二 2013.8月-2013.12月

15 メカノマイクロ工学 H25年度・ワイド 森本　貴景 2013.8月-2013.12月

16 生物プロセス（生命理工） H25年度・融合 秋山　貴志 2013.8月-2013.12月

17 物理情報システム H25年度・融合 日比野　奈芙香 2013.8月-2013.12月

18 材料物理科学 H24年度・ワイド 大久保　智 2013.11月-2014.2月

19 物質電子化学 H24年度・重点 Kwon Ohmin 2013.12月-2014.2月

実施年度

H22

H23

H24

H25
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ツ
ハ

イ
ド

ロ
ア

ル
ミ

ニ
ウ

ム
社

/
ラ

イ
ン

フ
ェ

ル
デ

ン
社

3
創

造
エ

ネ
ル

ギ
ー

H
2
3
年

度
・
重

点
鏑

木
　

結
貴

2
0
1
1
.8

.2
2
-
2
0
1
1
.1

0
.9

ド
イ

ツ
・
ア

メ
リ

カ
B

A
M

/
国

際
学

会
F
A

C
S
S
に

参
加

・
発

表

4
物

理
電

子
シ

ス
テ

ム
創

造
H

2
2
年

度
・
重

点
幸

田
　

み
ゆ

き
2
0
1
1
.1

0
.8

-
2
0
1
1
.1

0
.1

4
ア

メ
リ

カ
国

際
学

会
E
C

S
に

参
加

・
発

表
/
M

IT

5
知

能
シ

ス
テ

ム
科

学
H

2
2
年

度
・
融

合
赤

間
　

悟
2
0
1
1
.1

1
.2

-
2
0
1
1
.1

1
.1

3
ア

メ
リ

カ
ハ

ー
バ

ー
ド

メ
デ

ィ
カ

ル
ス

ク
ー

ル
/
国

際
学

会
C

IB
2
0
1
1
に

参
加

・
発

表

6
物

質
電

子
化

学
H

2
2
年

度
・
重

点
鈴

木
　

耕
太

2
0
1
1
.1

1
.1

3
-
2
0
1
1
.1

1
.2

7
ド

イ
ツ

マ
ッ

ク
ス

プ
ラ

ン
ク

研
究

所

7
物

質
電

子
化

学
H

2
2
年

度
・
重

点
田

港
　

　
聡

2
0
1
1
.1

1
.1

3
-
2
0
1
1
.1

1
.2

7
ド

イ
ツ

マ
ッ

ク
ス

プ
ラ

ン
ク

研
究

所

8
知

能
シ

ス
テ

ム
科

学
H

2
2
年

度
・
重

点
関

根
　

亮
二

2
0
1
2
.1

.1
8
-
2
0
1
2
.1

.2
4

ア
メ

リ
カ

M
IT

/
ボ

ス
ト

ン
大

学

9
創

造
エ

ネ
ル

ギ
ー

H
2
3
年

度
・
重

点
岩

井
　

貴
弘

2
0
1
2
.1

.8
-
2
0
1
2
.1

.3
0

ア
メ

リ
カ

国
際

学
会

W
in

te
r 

C
o
n
fe

re
n
c
e
 o

n
 P

la
sm

a 
S
p
e
c
tr

o
c
h
e
m

is
tr

y 
2
0
1
2
に

参
加

・
発

表
/
ジ

ョ
ー

ジ
ワ

シ
ン

ト
ン

大
学

1
化

学
環

境
学

H
2
3
年

度
・
重

点
丁

　
香

美
2
0
1
2
.7

.8
-
2
0
1
2
.7

.2
0

フ
ラ

ン
ス

・
ド

イ
ツ

X
X
IX

 E
M

S
 s

u
m

m
e
r 

sc
h
o
o
lに

参
加

・
発

表
/
F
ra

u
n
h
o
fe

r 
IC

T
、

F
o
rs

c
h
u
n
gs

ze
n
tr

u
m

 J
ü
lic

h

2
化

学
環

境
学

H
2
4
年

度
・
ワ

イ
ド

C
h
i　

X
u
e
qi

n
（
池

　
雪

琴
）

2
0
1
2
.7

-
8
-
2
0
1
2
.7

.1
6

フ
ラ

ン
ス

X
X
IX

 E
M

S
 s

u
m

m
e
r 

sc
h
o
o
lに

参
加

・
発

表

3
創

造
エ

ネ
ル

ギ
ー

H
2
3
年

度
・
重

点
高

松
　

利
寛

2
0
1
2
.6

.1
6
-
2
0
1
2
.7

.6
フ

ラ
ン

ス
・
ド

イ
ツ

国
際

学
会

4
th

 I
n
te

rn
at

io
n
al

 C
o
n
fe

re
n
c
e
 o

n
 P

la
sm

a 
M

e
di

c
in

e
に

参
加

・
発

表
/
マ

ッ
ク

ス
プ

ラ
ン

ク
研

究
所

4
創

造
エ

ネ
ル

ギ
ー

H
2
4
年

度
・
重

点
大

下
　

貴
也

2
0
1
2
.7

.7
-
2
0
1
2
.7

.1
9

イ
ギ

リ
ス

国
際

学
会

3
9
th

 I
E
E
E
 I
n
te

rn
at

io
n
al

 C
o
n
fe

re
n
c
e
 o

n
 P

la
sm

a 
S
c
ie

n
c
e
に

参
加

・
発

表
/P

la
sm

a 
M

ed
ic

in
eと

P
la

sm
a 

H
ea

lt
h
c
ar

e
に

関
す

る
M

in
ic

o
u
rs

e
に

参
加

1
化

学
環

境
学

H
2
4
年

度
・
重

点
汪

　
海

林
2
0
1
3
.6

.2
2
-
2
0
1
3
.6

.2
9

イ
ギ

リ
ス

E
le

c
tr

o
c
h
e
m

is
tr

y 
S
u
m

m
e
r 

S
c
h
o
o
l（

サ
ウ

サ
ン

プ
ト

ン
大

学
）
に

参
加

2
メ

カ
ノ

マ
イ

ク
ロ

工
学

H
2
4
年

度
・
融

合
Z
h
i　

C
h
ao

2
0
1
3
.6

.1
5
-
2
0
1
3
.7

.1
デ

ン
マ

ー
ク

P
h
D

 S
u
m

m
e
r 

S
c
h
o
o
l（

D
T
U

）
に

参
加

3
知

能
シ

ス
テ

ム
科

学
H

2
5
年

度
・
ワ

イ
ド

林
　

正
頼

2
0
1
3
.7

.4
-
2
0
1
3
.8

.7
ブ

ル
ガ

リ
ア

・ド
イ

ツ
2
0
th

 I
n
te

rn
at

io
n
al

 S
u
m

m
e
r 

S
c
h
o
o
l 
in

 C
o
gn

it
iv

e
 S

c
ie

n
c
e
/
C

O
G

S
C

I 
2
01

3
に

参
加

4
物

理
情

報
シ

ス
テ

ム
H

2
4
年

度
・
ワ

イ
ド

Y
in

　
Y
an

n
an

2
0
1
3
.9

.1
-
2
0
1
3
.9

.1
7

ス
イ

ス
2
0
1
3
 C

IM
S
T
S
u
m

m
e
r 

S
c
h
o
o
l（

チ
ュ

ー
リ

ッ
ヒ

工
科

大
学

）
に

参
加

5
材

料
物

理
科

学
H

2
4
年

度
・
ワ

イ
ド

高
　

立
2
0
1
3
.1

0
.1

0
-
2
0
1
3
.1

0
.1

7
中

国
有

色
金

属
研

究
院

（
蘇

州
）
　

A
C

A
A

（
北

京
）
参

加

6
物

質
電

子
化

学
H

2
4
年

度
・
ワ

イ
ド

松
村

　
吉

将
2
0
1
4
.1

.1
8
-
2
0
1
4
.2

.1
0
（
予

）
ア

メ
リ

カ
ワ

シ
ン

ト
ン

大
学

、
サ

ン
プ

ル
の

測
定

依
頼

と
測

定
法

の
習

得

H
2
2

H
2
3

H
2
4

H
2
5

H
2
2

H
2
3

H
2
4

実
施

年
度

実
施

年
度

H
2
3

H
2
4

認
定

年
度
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 �
1
�
3
� 

D

IP
E
R

の
学

�
�

博
士

学
位

�
�

�
�

�
名

の
�

�
（
企

業
1
2
名

、
教

職
6
名

、
P

D
7
名

）
（
H

2
5
.6

月
�

�
�

）

№
専

攻
編

入
年

度
・
サ

ブ
コ

ー
ス

名
博

士
学

位
授

与
年

月
IP

E
R

履
修

証
発

行
年

月
就

職
先

長
短

期
の

派
遣

先
　

/
　

（
R

A
）

1
物

理
電

子
シ

ス
テ

ム
創

造
H

2
2
年

度
重

点
プ

ロ
H

2
3
.3

月
H

2
3
.3

月
ル

ネ
サ

ス
エ

レ
ク

ト
ロ

ニ
ク

ス
　

→
　

東
北

大
学

長
期

：
産

総
研

内
の

（
株

）
半

導
体

先
端

テ
ク

ノ
ロ

ジ
ー

、
短

期
：
ス

ペ
イ

ン
「
国

際
学

会
E
S
S
D

E
R

C
＆

E
S
S
C

IR
C

に
参

加
・
発

表
」
/
中

国
「
国

際
学

会
C

S
T
IC

に
参

加
・
発

表
」

2
物

理
電

子
シ

ス
テ

ム
創

造
H

2
2
年

度
重

点
プ

ロ
H

2
3
.3

月
H

2
3
.3

月
東

芝
長

期
：
グ

ル
ノ

ー
ブ

ル
工

科
大

学
、

短
期

：
ス

ペ
イ

ン
「
国

際
学

会
E
S
S
E
S
S
D

E
R

C
＆

E
S
S
C

IR
C

に
参

加
・
発

表
」
/
ア

メ
リ

カ
「
国

際
学

会
IE

D
M

に
参

加
・
発

表
」

3
物

理
電

子
シ

ス
テ

ム
創

造
H

2
2
年

度
重

点
プ

ロ
H

2
3
.3

月
産

学
官

連
携

研
究

員
　

→
　

H
2
5
年

度
か

ら
J
S
P

S
の

P
D

（
東

工
大

）
長

期
：
産

総
研

内
の

（
株

）
半

導
体

先
端

テ
ク

ノ
ロ

ジ
ー

（
博

士
一

貫
コ

ー
ス

）

4
環

境
理

工
学

創
造

H
2
2
年

度
ワ

イ
ド

キ
ャ

リ
ア

H
2
4
.3

月
H

2
4
.3

月
母

国
（
イ

ン
ド

ネ
シ

ア
）
に

帰
国

短
期

：
イ

ン
ド

ネ
シ

ア
「
バ

ン
ド

ン
工

科
大

学
・
ス

ラ
バ

ヤ
工

科
大

学
」

5
知

能
シ

ス
テ

ム
科

学
H

2
2
年

度
重

点
プ

ロ
H

2
5
.3

月
（
株

）
ホ

ッ
ト

リ
ン

ク
な

し

6
知

能
シ

ス
テ

ム
科

学
H

2
2
年

度
重

点
プ

ロ
H

2
4
.3

月
P

D
（
東

京
工

業
大

学
）

な
し

7
知

能
シ

ス
テ

ム
科

学
H

2
2
年

度
融

合
デ

ザ
イ

ン
H

2
4
.3

月
H

2
4
.3

月
P

D
（
東

京
工

業
大

学
）

短
期

：
ア

メ
リ

カ
「
ハ

ー
バ

ー
ド

メ
デ

ィ
カ

ル
ス

ク
ー

ル
/
国

際
学

会
C

IB
2
0
1
1
に

参
加

・
発

表
」

8
材

料
物

理
科

学
H

2
2
年

度
ワ

イ
ド

キ
ャ

リ
ア

H
2
4
.3

月
H

2
3
.3

月
日

軽
金

ア
ク

ト
（
株

）
な

し
/
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期
（
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国
東
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地
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学
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業
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物

理
電

子
シ

ス
テ

ム
創

造
H

2
2
年

度
重

点
プ

ロ
H

2
4
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月
H

2
4
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月
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イ
ニ
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ス
長

期
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イ
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リ
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ロ
ー

ニ
ャ

大
学
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0
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理

電
子

シ
ス

テ
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創
造

H
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2
年

度
重

点
プ

ロ
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2
4
.3

月
H

2
4
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月
東

芝
セ

ミ
コ

ン
ダ

ク
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短
期

：
ア

メ
リ

カ
「
国

際
学

会
E
C

S
に

参
加

・
発

表
/
M

IT
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1
1

物
理

電
子

シ
ス

テ
ム

創
造

H
2
2
年

度
重

点
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ロ
H

2
4
.3

月
中

国
新

疆
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学
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授

な
し

/
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H

2
3
年

度
R

A
）

1
2
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理

電
子

シ
ス
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造
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年
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重
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.3

月
H

2
4
.3

月
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2
3
年

度
R

A
）

1
3

物
理

電
子

シ
ス

テ
ム

創
造

H
2
3
年

度
重

点
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ロ
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2
4
.3

月
H

2
4
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月
日
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2
3
年

度
R

A
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1
4
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理

電
子

シ
ス

テ
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創
造
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2
年
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重

点
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ロ
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2
4
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月
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2
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年
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R

A
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環
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学
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2
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年

度
重
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ロ
H

2
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月
東

京
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ス
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）
な

し
/
（
H

2
2
年
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R
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環
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学
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H

2
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工

業
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化
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シ
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テ
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築
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2
2
年
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R

A
）

1
7
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学

環
境

学
H

2
3
年
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重

点
プ

ロ
H

2
5
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月
H

2
5
.3
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芝
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菱
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産
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テ
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株
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期
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大
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「
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ン
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ー
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式
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H
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3
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R

A

1
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シ
ス

テ
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学
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2
2
年
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重

点
プ

ロ
H

2
5
.3

月
P

D
（
東

京
工

業
大

学
）
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期

：
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カ
「
M
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/
ボ

ス
ト

ン
大

学
」

1
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物
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電
子
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学
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2
2
年
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重

点
プ

ロ
H

2
5
.3

月
P

D
（
東

京
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業
大

学
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学

官
連
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究
員

）
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期
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「
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プ

ラ
ン

ク
研
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所

」
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学
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2
年
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重

点
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ロ
H
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5
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月
東

京
工

業
大

学
　

物
質

電
子

化
学
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H
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4
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し
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H
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A
）

2
2

物
質

科
学

創
造

H
2
2
年

度
ワ

イ
ド

キ
ャ

リ
ア

H
2
5
.3

月
H
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H
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R

A
）
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年
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キ
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月
H
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5
.3
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日
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（
株
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イ
ツ
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イ
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デ
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社
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科
学
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2
年
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ワ
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ド
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5
.3

月
H
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月
P

D
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学
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ハ
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イ
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融
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P
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学
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H
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R

A
）
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�����（��21����25�10�）�合��学���入学者�（����）

入学��日 ��
��の��

他校からの

入学者
留学生

��の��

他校からの

入学者
日本人学生

��の��他校

からの入学者

H21.4.1 101 35 23 9 78 26

H21.10.1 58 35 30 19 28 16

H22.4.1 99 34 20 12 79 22

H22.10.1 71 41 31 17 40 24

H23.4.1 118 43 35 11 83 32

H23.10.1 37 14 21 8 16 6

H24.4.1 107 44 37 23 70 21

H24.10.1 51 25 34 17 17 8

H25.4.1 104 33 24 15 80 18

H25.10.1 55 26 40 22 15 4

合計 801 330 295 153 506 177

割合
入学者の中で

他校から来る

割合
（41.2%）

留学生の中で

他校から来る

割合
（51.9%）

日本人学生の中

で他校から来る

割合
（35.0%）
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資料（1-3）F 

F  ６つのコアユニットの研究プロジェクト概要と成果 

 

①エネルギーデバイスコアユニット 

物質電子化学専攻 教授 菅野 了次 

化学環境学専攻 教授 山口 猛央 

創造エネルギー専攻 准教授 脇 慶子 

物質電子化学専攻 講師 平山 雅章 

 

 

 

【菅野・平山】 
 発表論文 
（2013 年） 

4. "Reaction mechanism of all-solid-state lithium–sulfur battery with two-dimensional mesoporous carbon 

electrodes", Miki Nagao, Yuki Imade, Haruto Narisawa, Ryota Watanabe, Toshiyuki Yokoi, Takashi Tatsumi, 

Ryoji Kanno, Journal of Power Sources, 243, 60-64 (2013)  
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3. "High-temperature stability of alumina containing nickel–zirconia cermets for solid oxide fuel cell anodes", 

Himeko Orui, Reiichi Chiba, Kazuhiko Nozawa, Hajime Arai, Ryoji Kanno, Journal of Power Sources, 238, 

74-80 (2013)  

2. "Epitaxial growth and lithium ion conductivity of lithium-oxide garnet for an all solid-state battery 

electrolyte", Sangryun Kim, Masaaki Hirayama, Sou Taminato, Ryoji Kanno, Dalton Transactions, (2013)  

1. "Synthesis, Structure and Electrochemical Properties of Layered La2Li2x(CO3)1−xO2+2x", Iqbal 

Muhammad, Genki Kobayashi, Masaaki Hirayama, Ryoji Kanno, Jouranl of Solid State Chemistry, 206, 

14-19 (2013)  

（2012 年） 

7. "Fabrication and electrochemical properties of LiMn2O4/SrRuO3 multi-layer epitaxial thin film electrodes", 

Kota Suzuki, Kyungsu Kim, Sou Taminato, Masaaki Hirayama, Ryoji Kanno, Journal of Power Sources, 

226(15), 340-345 (2013)  

6. "Evolution of the LiFePO4 positive electrode interface along cycling monitored by MAS NMR", Marine 

Cuisinier, Nicolas Dupré, Jean-Frédéric Martina, Ryoji Kanno, Dominique Guyomard, Journal of Power 

Sources, 224, 50-58 (2013)  

5. "All-solid-state Li–sulfur batteries with mesoporous electrode and thio-LISICON solid electrolyte", Miki 

Nagao, Yuki Imade, Haruto Narisawa, Takeshi Kobayashi, Ryota Watanabe, Toshiyuki Yokoi, Takashi 

Tatsumi, Ryoji Kanno, Journal of Power Sources, 222, 237-242 (2013)  

4. "Oxygen evolution and Reduction Reactions on La0.8Sr0.2CoO3(001)(110),and (111) Surfaces in an Alkaline 

Solution", Mamoru Komo, Asuna Hagiwara, Sou Taminato, Masaaki Hirayama, Ryoji Kanno, 

Electrochemistry, 80(10), 834-838 (2012)  

3. "Characterization of Nano-Sized Epitaxial Li4Ti5O12(110) Film Electrode for Lithium Batteries", KyungSu 

Kim, Takeshi Toujigamori, Kota Suzuki, Sou Taminato, Kazuhisa Tamura, Jun'ichiro Mizuki, Masaaki 

Hirayama, Ryoji Kanno, Electrochemistry, 80(10), 800-803 (2012)  

2. "Discharge Performance of All-Solid-State Battery Using a Lithium Superionic Conductor Li10GeP2S12", 

Yuki Kato, Koji Kawamoto, Ryoji Kanno, Masaaki Hirayama, Electrochemistry, 80(10), 749-751 (2012)  

1. "Direct synthesis of oxygen-deficient Li2MnO3−x for high capacity lithium battery electrodes", K.Kubota, 

T.Kaneko, M.Hirayama, M.Yonemura, Y.Imanari, K.Nakane, R.Kanno, J. Power Sources, 216, 249-255 

(2012) 

（2011 年） 

13. "Synthesis and Reversible Li-intercalation Behavior of BaFeO4 films", Hidekazu Ido, Masaaki Hirayama, 

Ryoji Kanno, Electrochemistry, 80(3), 139-141 (2011)  

12. "Synthesis and electrode characteristics of solid solution LiMn1−xFexPO4(OH) (0 _ x _ 0.3) with tavorite 

structure for lithium batteries", Yang Yang, Masaaki Hirayama, Kei Kubota, Ryoji Kanno, Journal of Power 

Sources, 205, 394-401 (2011)  

11. "Synthesis, crystal structure, and electrode characteristics of LiMnPO4(OH) cathode for lithium batteries", 

Yang Yang, Masaaki Hirayama, Masao Yonemura, Ryoji Kanno, Journal of Solid State Chemistry, 187, 

124-129 (2011)  
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10. "Synthesis and electrochemical properties of nanosized LiFeO2 particles with a layered rocksalt structure for 

lithium batteries", Masaaki Hirayama, Hiroki Tomita, Kei Kubota, Hidekazu Ido, Ryoji Kanno, Materials 

Research Bulletin, 47, 79-84 (2011)  

9. "Relationship between surface chemistry and electrochemical behavior of LiNi1/2Mn1/2O2 positive electrode 

in a lithium-ion battery", Nicolas Dupré, Jean-Frédéric Martin, Julie Oliveri, Patrick Soudan, Atsuo Yamada, 

Ryoji Kanno, Dominique Guyomard, Journal of Power Sources, 196(10), 4791-4800 (2011)  

8. "Anisotropic catalytic activity of the orientation controlled Nd2NiO4/YSZ hetero-epitaxial system for SOFC 

cathode", Atsuo Yamada, Kazuyuki Saka, Makiko Uehara, Sou Taminato, Ryoji Kanno, Fabrice Mauvy, 

Claude Grenier, Electrochemistry Communications, 12(12), 1690-1693 (2011)  

7. "Magnetic and diffusive nature of LiFePO4 investigated by muon spin rotation and relaxation", Jun Sugiyama, 

Hiroshi Nozaki, Masashi Harada, Kazuya Kamazawa, Oren Ofer, Martin Mansson, Jess H. Brewer, Eduardo J. 

Ansaldo, Kim H. Chow, Yutaka Ikedo, Yasuhiro Miyake, Kazuki Ohishi, Isao Watanabe, Genki Kobayashi, 

Ryoji Kanno, PHYSICAL REVIEW B, 84(5), 054430 (2011)  

6. "Epitaxial growth and electrochemical properties of Li4Ti5O12 thin-film lithium battery anodes", Masaaki 

Hirayama, Kyungsu Kim, Takeshi Toujigamori, Woosuk Cho, Ryoji Kanno, Dalton Transactions, 40(12), 

2882-2887 (2011)  

5. "Structure and electrode reactions of layered rocksalt LiFeO2 nanoparticles for lithium battery cathode", 

Masaaki Hirayama, Hiroki Tomita, Kei Kubota, Ryoji Kanno, Journal of Power Sources, 196(16), 6809-6814 

(2011)  

4. "New three-dimensional electrode structure for the lithium battery: Nano-sized γ-Fe2O3 in a mesoporous 

carbon matrix", Miki Nagao, Michiko Otani, Hiroki Tomita, Sho Kanzaki, Atsuo Yamada, Ryoji Kanno, 

Journal of Power Sources, 196(10), 4741-4746 (2011)  

3. "More on the reactivity of olivine LiFePO4 nano-particles with atmosphere at moderate temperature", 

Jean-Fr_d_ric Martin, Marine Cuisinier, Nicolas Dupre, Atsuo Yamada, Ryoji Kanno, Dominique Guyomard, 

Journal of Power Sources, 196(4), 2155-2163 (2011)  

2. "A lithium superionic conductor", Noriaki Kamaya, Kenji Homma, Yuichiro Yamakawa, Masaaki Hirayama, 

Ryoji Kanno, Masao Yonemura, Takashi Kamiyama, Yuki Kato, Shigenori Hama, Koji Kawamoto, Akio 

Mitsui, Nature Materials, 10, 682-686 (2011)  

1. "Elucidating the LiFePO4 air aging mechanism to predict its electrochemical performance", Marine Cuisinier, 

Jean-Frederic Martin, Nicolas Dupre, Ryoji Kanno, Dominique Guyomard, Journal of Materials Cemistry, 

21(46), 18575-18583 (2011)  

（2010 年） 

9. "High-capacity phase formation by surface modification of Li3PO4 on nanosized Li2RuO3 electrode for 

lithium batteries", Yueming Zheng, Sou Taminato, Youlong Xu, Kota Suzuki, KyungSu Kim, Masaaki 

Hirayama, Ryoji Kanno, Journal of Power Sources, 208(15), 447-451 (2011)  

8. "Crystal structure and phase transitions of the lithium ionic conductor Li3PS4", Kenji Homma, Masao 

Yonemura, Takeshi Kobayashi, Miki Nagao, Masaaki Hirayama, Ryoji Kanno, Solid State Ionics, 182(1), 

53-58 (2011)  

7. "Synthesis of LixMnO2 by chemical lithiation in an aqueous media", Won Il Jung, Miki Nagao, Cédric 

Pitteloud, Atsuo Yamada, Ryoji Kanno, Journal of Power Sources, 195(10), 3328-3332 (2010)  
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10. "Synthesis and electrochemical properties of nanosized LiFeO2 particles with a layered rocksalt structure for 

lithium batteries", Masaaki Hirayama, Hiroki Tomita, Kei Kubota, Hidekazu Ido, Ryoji Kanno, Materials 

Research Bulletin, 47, 79-84 (2011)  

9. "Relationship between surface chemistry and electrochemical behavior of LiNi1/2Mn1/2O2 positive electrode 

in a lithium-ion battery", Nicolas Dupré, Jean-Frédéric Martin, Julie Oliveri, Patrick Soudan, Atsuo Yamada, 

Ryoji Kanno, Dominique Guyomard, Journal of Power Sources, 196(10), 4791-4800 (2011)  

8. "Anisotropic catalytic activity of the orientation controlled Nd2NiO4/YSZ hetero-epitaxial system for SOFC 

cathode", Atsuo Yamada, Kazuyuki Saka, Makiko Uehara, Sou Taminato, Ryoji Kanno, Fabrice Mauvy, 

Claude Grenier, Electrochemistry Communications, 12(12), 1690-1693 (2011)  

7. "Magnetic and diffusive nature of LiFePO4 investigated by muon spin rotation and relaxation", Jun Sugiyama, 

Hiroshi Nozaki, Masashi Harada, Kazuya Kamazawa, Oren Ofer, Martin Mansson, Jess H. Brewer, Eduardo J. 

Ansaldo, Kim H. Chow, Yutaka Ikedo, Yasuhiro Miyake, Kazuki Ohishi, Isao Watanabe, Genki Kobayashi, 

Ryoji Kanno, PHYSICAL REVIEW B, 84(5), 054430 (2011)  

6. "Epitaxial growth and electrochemical properties of Li4Ti5O12 thin-film lithium battery anodes", Masaaki 

Hirayama, Kyungsu Kim, Takeshi Toujigamori, Woosuk Cho, Ryoji Kanno, Dalton Transactions, 40(12), 

2882-2887 (2011)  

5. "Structure and electrode reactions of layered rocksalt LiFeO2 nanoparticles for lithium battery cathode", 

Masaaki Hirayama, Hiroki Tomita, Kei Kubota, Ryoji Kanno, Journal of Power Sources, 196(16), 6809-6814 

(2011)  

4. "New three-dimensional electrode structure for the lithium battery: Nano-sized γ-Fe2O3 in a mesoporous 

carbon matrix", Miki Nagao, Michiko Otani, Hiroki Tomita, Sho Kanzaki, Atsuo Yamada, Ryoji Kanno, 

Journal of Power Sources, 196(10), 4741-4746 (2011)  

3. "More on the reactivity of olivine LiFePO4 nano-particles with atmosphere at moderate temperature", 

Jean-Fr_d_ric Martin, Marine Cuisinier, Nicolas Dupre, Atsuo Yamada, Ryoji Kanno, Dominique Guyomard, 

Journal of Power Sources, 196(4), 2155-2163 (2011)  

2. "A lithium superionic conductor", Noriaki Kamaya, Kenji Homma, Yuichiro Yamakawa, Masaaki Hirayama, 

Ryoji Kanno, Masao Yonemura, Takashi Kamiyama, Yuki Kato, Shigenori Hama, Koji Kawamoto, Akio 

Mitsui, Nature Materials, 10, 682-686 (2011)  

1. "Elucidating the LiFePO4 air aging mechanism to predict its electrochemical performance", Marine Cuisinier, 

Jean-Frederic Martin, Nicolas Dupre, Ryoji Kanno, Dominique Guyomard, Journal of Materials Cemistry, 

21(46), 18575-18583 (2011)  

（2010 年） 

9. "High-capacity phase formation by surface modification of Li3PO4 on nanosized Li2RuO3 electrode for 

lithium batteries", Yueming Zheng, Sou Taminato, Youlong Xu, Kota Suzuki, KyungSu Kim, Masaaki 

Hirayama, Ryoji Kanno, Journal of Power Sources, 208(15), 447-451 (2011)  

8. "Crystal structure and phase transitions of the lithium ionic conductor Li3PS4", Kenji Homma, Masao 

Yonemura, Takeshi Kobayashi, Miki Nagao, Masaaki Hirayama, Ryoji Kanno, Solid State Ionics, 182(1), 

53-58 (2011)  

7. "Synthesis of LixMnO2 by chemical lithiation in an aqueous media", Won Il Jung, Miki Nagao, Cédric 

Pitteloud, Atsuo Yamada, Ryoji Kanno, Journal of Power Sources, 195(10), 3328-3332 (2010)  

6. "Dynamic Structural Changes at LiMn2O4/Electrolyte Interface during Lithium Battery Reaction", Masaaki 

Hirayama, Hedekazu Ido, Kyungsu Kim, Woosuk Cho, Kazuhisa Tamura, Jun’ichiro Mizuki, Ryoji Kanno, J. 

Am. Chem. Soc., 132(43), 15268–15276 (2010)  

5. "Moisture driven aging mechanism of LiFePO4 subjected to air exposure", Marine Cuisinier, Jean-Frédéric 

Martin, Nicolas Dupré, Atsuo Yamada, Ryoji Kanno, Dominique Guyomard, Electrochemistry 

Communications, 12(2), 238-241 (2010)  

4. "Surface characterization of LiFePO4 epitaxial thin films by X-ray/neutron reflectometry", M. Hirayama, M. 

Yonemura, K. Suzuki, N. Torikai, H. Smith, E. Watkinsand, J. Majewski, R. Kanno, Electrochemistry, 78(5), 

413-415 (2010)  

3. "Crystal Structure of High-Temperature Phase of Lithium Ionic Conductor, Li3PS4", Kenji Homma, Masao 

Yonemura, Miki Nagao, Masaaki Hirayama, Ryoji Kanno, J. Phys. Soc. Jpn., 79(Supplement A), pp. 90-93 

(2010)  

2. "Structural changes in surface and bulk LiNi0.5Mn0.5O2 during electrochemical reaction on epitaxial 

thin-film electrodes characterized by in situ X-ray scattering", Kazuyuki Sakamoto, Masaaki Hirayama, 

Hiroaki Konishi, Noriyuki Sonoyama, Nicolas Dupré, Dominique Guyomard, Kazuhisa Tamura, Junichiro 

Mizuki , Ryoji Kanno, Physical Chemistry Chemical Physics, 12, 3815-3823 (2010)  

1. "New three-dimensional electrode structure for the lithium battery: Nano-sized γ-Fe2O3 in a mesoporous 

carbon matrix", Miki Nagao, Michiko Otani, Hiroki Tomita, Sho Kanzaki, Atsuo Yamada, Ryoji Kanno, 

Journal of Power Sources, 196(10), 4741-4746 (2010)  

 

 学会発表 
（2013 年） 

[国際発表] 
15. "Towards all Solid-State Batteries: Development and issues to be solved", Ryoji Kanno, The 15th Asian 

Chemical Congress, 8/22, 2013 

14. "Lithium Superionic Conductor and Its Application to All Solid-state Batteries", Ryoji KANNO, Masaaki 

HIRAYAMA, Masao YONEMURA, Yuki KATO, Koji KAWAMOTO, 7th International Conference on 

Materials for Advanced Technologies, A7-1 Keynote, 7/3, 2013 

13. "Conduction Mechanism of Li4-xGe1-xPxS4", Ohmin Kwon, Masaaki Hirayama, Yuki Kato, Koji Kawamoto, 

Masao Yonemura, Ryoji Kanno, the 9th International Symposia on Electrochemical Impedance Spectroscopy, 

P02-19, 6/20, 2013 

12. "Towards all solid-state batteries using Li10GeP2S12: Synthesis, characterization and all solid-state battery", 

Ryoji Kanno, Masaaki Hirayama, Masao Yonemura, Yuki Kato, Koji Kawamoto, Lithium Battery 

Discussion2013, P001, 6/18, 2013 

11. "Structural change for Fe-substituted Li2MnO3 after electrochemical charge and discharge", Mitsuharu 

Tabuchi, Yoko Nabeshima, Tomonari Takeuchi, Hiroyuki Kageyama, Mitsunori Kitta, Kazumi Tanimoto, 

Kei Kubota, Ryoji Kanno, Kentaro Nakahara, Kaichiro Nakano, Lithium Battery Discussion2013, P026, 6/18, 

2013 
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10. "Ionic distribution at intercalation electrode / organic electrolyte interface characterized by in situ neutron 

reflectometry", M. Hirayama, M. Yonemura, N. Yamada, R. Kanno, Lithium Battery Discussion2013, P030, 

6/18, 2013 

9. "High-Pressure Synthesis and Characterization of Oxygen Deficient La2LiO3.5 with Ruddlesden-Popper 

Type Structure", Muhammad Iqbal, Genki Kobayashi, Masaaki Hirayama, Ryoji Kanno, the 19th 

International Conference on solid State Ionics, D-113, 6/6, 2013 

8. "Stacking Effects on Nano-size LiMn2O4 Epitaxial Electrode", Kota Suzuki, Kyungsu Kim, Sou Taminato, 

Asuna Hagiwara, Jin-Young Son, Kazuhisa Tamura, Toshiya Inami, Hiroyuki Konishi, Jun’ichiro Mizuki, 

Masaaki Hirayama, Ryoji Kanno, the 19th International Conference on solid State Ionics, D-048, 6/6, 2013 

7. "Lithium Intercalation Through(010) and (001) Planes of Lithium Excess Layered Material Li2RuO3", Sou 

Taminato, Masaaki Hirayama, Kota Suzuki, KyungSu Kim, Kazuhisa Tamura, Jun’ichiro Mizuki, Ryoji 

Kanno, the 19th International Conference on solid State Ionics, D-045, 6/6, 2013 

6. "High Pressure Synthesis, Structure and Electrochemical Properties of Lithium Rich Layered Rocksalt 

Oxides", Yasuaki Matsuda, Kei Kubota, Masao Yonemura, Masaaki Hirayama, Ryoji Kanno, the 19th 

International Conference on solid State Ionics, D-038, 6/6, 2013 

5. "Low-Oxygen-Pressure and Low-Temperature Synthesis, and Characteristics of Epitaxial Li3XLa2/3-XTiO3 

Thin Films", Sangryun Kim, Masaaki Hirayama, Ryotaro Kaneko, Kyungsu Kim, Sou Taminato, Kota Suzuki, 

Ryoji Kanno, the 19th International Conference on solid State Ionics, D-054, 6/4, 2013 

4. "Structure of Li4-xGe1-xPxS4 and Its Conduction Mechanism", Ohmin Kwon, Masaaki Hirayama, Yuki Kato, 

Koji Kawamoto, Masao Yonemura, Ryoji Kanno, the 19th International Conference on solid State Ionics, 

D-093, 6/3, 2013 

3. "Lithium Superionic Conductor and Its Application to All Solid-State Batteries", Ryoji Kanno, Masaaki 

Hirayama, Masao Yonemura, Yuki Kato, Koji Kawamoto, the 19th International Conference on solid State 

Ionics, Keynote C1-06, 6/3, 2013 

2. "Surface Phenomena of Lithium Titanate Spinel Electrode", Masaaki Hirayama, Kyungsu Kim, Kota Suzuki, 

Sou Taminato, Ryoji Kanno, Masao Yonemura, Kazuhisa Tamura, the 19th International Conference on solid 

State Ionics, A1-08, 6/3, 2013 

1. "Ferrites for lithium battery materials - materials, nano size-effect, and reaction mechanism -", Ryoji Kanno, 

Masaaki Hirayama, The 11th International Conference on Ferrites (ICF 11), 18aA1-II-1, 4/18, 2013 

[国内発表] 
14. "電池研究専用中性子回折装置を用いた電極材料の結晶構造解析の検討", 米村雅雄, 森 一広, 神

山崇, 福永俊晴, 小野寺陽平, 石川喜久, Sulistyanintyas Dyah, 三井昭男, 中 貴弘, 森島 慎, 

菅谷英生, 小松秀行, 平山雅章, 菅野了次, 荒井 創, 内本喜晴, 小久見善八, 第 54 回電池討論会, 

3F19, 10/9, 2013 

13. "高圧合成法を用いた高エネルギー密度型リチウム過剰層状岩塩型酸化物の合成と物性", 水野善文, 

松田泰明, 田港 聡, 米村雅雄, 鈴木耕太, 平山雅章, 菅野了次, 第 54回電池討論会, 2A22, 10/8, 

2013 

12. "中性子反射率法による電極電解質界面におけるイオン分布解析", 平山雅章, KyungSu Kim, 鈴木耕

太, 菅野了次, 山田悟史, 米村雅雄, 第 54回電池討論会, 1D16, 10/7, 2013 
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10. "Ionic distribution at intercalation electrode / organic electrolyte interface characterized by in situ neutron 

reflectometry", M. Hirayama, M. Yonemura, N. Yamada, R. Kanno, Lithium Battery Discussion2013, P030, 

6/18, 2013 

9. "High-Pressure Synthesis and Characterization of Oxygen Deficient La2LiO3.5 with Ruddlesden-Popper 

Type Structure", Muhammad Iqbal, Genki Kobayashi, Masaaki Hirayama, Ryoji Kanno, the 19th 

International Conference on solid State Ionics, D-113, 6/6, 2013 

8. "Stacking Effects on Nano-size LiMn2O4 Epitaxial Electrode", Kota Suzuki, Kyungsu Kim, Sou Taminato, 

Asuna Hagiwara, Jin-Young Son, Kazuhisa Tamura, Toshiya Inami, Hiroyuki Konishi, Jun’ichiro Mizuki, 

Masaaki Hirayama, Ryoji Kanno, the 19th International Conference on solid State Ionics, D-048, 6/6, 2013 

7. "Lithium Intercalation Through(010) and (001) Planes of Lithium Excess Layered Material Li2RuO3", Sou 

Taminato, Masaaki Hirayama, Kota Suzuki, KyungSu Kim, Kazuhisa Tamura, Jun’ichiro Mizuki, Ryoji 

Kanno, the 19th International Conference on solid State Ionics, D-045, 6/6, 2013 

6. "High Pressure Synthesis, Structure and Electrochemical Properties of Lithium Rich Layered Rocksalt 

Oxides", Yasuaki Matsuda, Kei Kubota, Masao Yonemura, Masaaki Hirayama, Ryoji Kanno, the 19th 

International Conference on solid State Ionics, D-038, 6/6, 2013 

5. "Low-Oxygen-Pressure and Low-Temperature Synthesis, and Characteristics of Epitaxial Li3XLa2/3-XTiO3 

Thin Films", Sangryun Kim, Masaaki Hirayama, Ryotaro Kaneko, Kyungsu Kim, Sou Taminato, Kota Suzuki, 

Ryoji Kanno, the 19th International Conference on solid State Ionics, D-054, 6/4, 2013 

4. "Structure of Li4-xGe1-xPxS4 and Its Conduction Mechanism", Ohmin Kwon, Masaaki Hirayama, Yuki Kato, 

Koji Kawamoto, Masao Yonemura, Ryoji Kanno, the 19th International Conference on solid State Ionics, 

D-093, 6/3, 2013 

3. "Lithium Superionic Conductor and Its Application to All Solid-State Batteries", Ryoji Kanno, Masaaki 

Hirayama, Masao Yonemura, Yuki Kato, Koji Kawamoto, the 19th International Conference on solid State 

Ionics, Keynote C1-06, 6/3, 2013 

2. "Surface Phenomena of Lithium Titanate Spinel Electrode", Masaaki Hirayama, Kyungsu Kim, Kota Suzuki, 

Sou Taminato, Ryoji Kanno, Masao Yonemura, Kazuhisa Tamura, the 19th International Conference on solid 

State Ionics, A1-08, 6/3, 2013 

1. "Ferrites for lithium battery materials - materials, nano size-effect, and reaction mechanism -", Ryoji Kanno, 

Masaaki Hirayama, The 11th International Conference on Ferrites (ICF 11), 18aA1-II-1, 4/18, 2013 

[国内発表] 
14. "電池研究専用中性子回折装置を用いた電極材料の結晶構造解析の検討", 米村雅雄, 森 一広, 神

山崇, 福永俊晴, 小野寺陽平, 石川喜久, Sulistyanintyas Dyah, 三井昭男, 中 貴弘, 森島 慎, 

菅谷英生, 小松秀行, 平山雅章, 菅野了次, 荒井 創, 内本喜晴, 小久見善八, 第 54 回電池討論会, 

3F19, 10/9, 2013 

13. "高圧合成法を用いた高エネルギー密度型リチウム過剰層状岩塩型酸化物の合成と物性", 水野善文, 

松田泰明, 田港 聡, 米村雅雄, 鈴木耕太, 平山雅章, 菅野了次, 第 54回電池討論会, 2A22, 10/8, 

2013 

12. "中性子反射率法による電極電解質界面におけるイオン分布解析", 平山雅章, KyungSu Kim, 鈴木耕

太, 菅野了次, 山田悟史, 米村雅雄, 第 54回電池討論会, 1D16, 10/7, 2013 

11. "LiMn2O4電極における表面修飾効果の解析", 鈴木耕太, キム キュンス, 田港 聡, 孫 珍永, 田村

和久, 稲見俊哉, 小西啓之, 水木純一郎, 平山雅章, 菅野了次, 第 54回電池討論会, 1A21, 10/7, 

2013 

10. "硫化物系リチウム導電体への酸素置換効果", 鈴木耕太, 中沢哲也, 長尾美紀, 米村雅雄, 平山雅

章, 菅野了次, 2013年電気化学会秋季大会, 2M27, 9/28, 2013 

9. "Anatase型 TiO2エピタキシャル薄膜電極の作製とリチウム電池特性", 小林剛, 鈴木耕太, 平山雅
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9. "金属水素化物を用いた Li2MnO3の還元と電極特性", 久保田圭, 金子隆之, 平山雅章, 米村雅雄, 

菅野了次, 今成裕一郎, 中根堅次, 第 51回電池討論会, 3C15, 11/11, 2010 

8. "全固体電池のための硫黄/メソポーラスカーボン複合体電極の構造と電気化学特性", 長尾美紀, 

成澤悠人, 今出侑希, 釜谷則昭, 中澤哲也, 本間健司, 渡邊亮太, 横井俊之, 辰巳敬, 菅野了次, 

第 51回電池討論会, 3A01, 11/11, 2010 

7. "LiMnPO4(OH)の合成、構造とリチウム電池電極特性", 楊洋, 平山雅章, 菅野了次, 米村雅雄, 第 51

回電池討論会, 3C16, 11/11, 2010 

6. "X線表面散乱法による LiNi1/3Mn1/3CO1/3O2電極の表面構造変化その場観察", 鈴木耕太, 平山雅

章, Kyungsu Kim, 粉生守, 阿部真知子, 菅野了次, 田村和久, 水木純一郎, 第 51回電池討論会, 

3C17, 11/11, 2010 

5. "TEM-EELS法による LiMn2O4電極表面の劣化機構解析", 平山雅章, 井戸秀和, Kim Kyungsu, Cho 

Woosuk, 菅野了次, 第 51回電池討論会, 3C18, 11/11, 2010 

4. "放射光 X線によるリチウム電池電極界面のその場観察", 粉生守, 平山雅章, 鈴木耕太, Kyungsu 

Kim, 田村和久, 内本喜晴, 谷田肇, 宇留賀朋哉, 菅野了次, 化学電池材料研究会ミーティング, 

6/8, 2010 

3. "硫黄/カーボン複合電極を用いた全固体電池", 釜谷則昭, 長尾美紀, 本間健司, 山川裕一郎, 渡

辺亮太, 横井俊之, 辰巳敬, 菅野了次, 粉体粉末冶金協会平成 22年度春季大会, 1-51B, 5/27, 2010 

2. "エピタキシャル薄膜を用いたリチウム電極界面反応のその場観察", 粉生守, 平山雅章, 鈴木耕太, 

Kyungsu Kim, 田村和久, 菅野了次, 粉体粉末冶金協会平成 22年度春季大会, 1-53B, 5/27, 2010 
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18. "リチウム過剰層状岩塩型酸化物 Li1+xLi0.2Mn0.3Ni0.2Co0.3O2(0.4≦x≦0.8)の合成と電気化学特

性", Michael Hansen Chang, 久保田圭, 小林玄器, 平山雅章, 菅野了次, 電気化学会第 78回大会, 

1L35, 3/29, 2011 

17. "La0.8Sr0.2CoO3エピタキシャル膜の合成と酸素酸化・還元反応特性", 粉生守, 平山雅章, Kim 

Kyungsu, 鈴木耕太, 田港聡, 菅野了次, 電気化学会第 78回大会, 1O29, 3/29, 2011 

16. "リチウム電池電極反応ーモデル系による反応解析", 菅野了次, 日本化学会第 91春季年会, 3/27, 

2011 

15. "K2NiF4型ヒドリド含有 La2-xMLiH1±xO3の合成とイオン導電特性", 小林玄器, 平山雅章, 米村雅

雄, 菅野了次, 第 49回セラミックス基礎科学討論会, 1D09, 1/11, 2011 

14. "二次電池革新のための新規材料技術", 菅野了次, 国際粉体工業展東京 2010, 1, 12/3, 2010 

13. "硫黄系全固体電池の展開", 菅野了次, 第 75回新電池構想部会, 12/2, 2010 

12. "in situ中性子反射率法によるリチウムインターカレーション界面構造解析", 平山雅章, KIM 

KyungSu, 鈴木耕太, 田港聡, 粉生守, 菅野了次, 米村雅雄, 山田悟史, 第 36回固体イオニクス討

論会, 3A-06, 11/26, 2010 

11. "Li2RuO3電極・電解質界面構造とリチウムインターカレーション特性", 田港聡, 平山雅章, 鈴木耕

太, Kim Kyungsu, 粉生守, 南嶋宏映, 菅野了次, 田村和久, 水木純一郎, 第 36回固体イオニクス

討論会, 1A-08, 11/24, 2010 

10. "K2NiF4型ヒドリド含有 La2-xMxLiH1±xO3の合成とイオン導電特性", 小林玄器, 平山雅章, 米村

雅雄, 菅野了次, 第 36回固体イオニクス討論会, 1A-18, 11/24, 2010 

9. "金属水素化物を用いた Li2MnO3の還元と電極特性", 久保田圭, 金子隆之, 平山雅章, 米村雅雄, 

菅野了次, 今成裕一郎, 中根堅次, 第 51回電池討論会, 3C15, 11/11, 2010 

8. "全固体電池のための硫黄/メソポーラスカーボン複合体電極の構造と電気化学特性", 長尾美紀, 

成澤悠人, 今出侑希, 釜谷則昭, 中澤哲也, 本間健司, 渡邊亮太, 横井俊之, 辰巳敬, 菅野了次, 

第 51回電池討論会, 3A01, 11/11, 2010 

7. "LiMnPO4(OH)の合成、構造とリチウム電池電極特性", 楊洋, 平山雅章, 菅野了次, 米村雅雄, 第 51

回電池討論会, 3C16, 11/11, 2010 

6. "X線表面散乱法による LiNi1/3Mn1/3CO1/3O2電極の表面構造変化その場観察", 鈴木耕太, 平山雅

章, Kyungsu Kim, 粉生守, 阿部真知子, 菅野了次, 田村和久, 水木純一郎, 第 51回電池討論会, 

3C17, 11/11, 2010 

5. "TEM-EELS法による LiMn2O4電極表面の劣化機構解析", 平山雅章, 井戸秀和, Kim Kyungsu, Cho 

Woosuk, 菅野了次, 第 51回電池討論会, 3C18, 11/11, 2010 

4. "放射光 X線によるリチウム電池電極界面のその場観察", 粉生守, 平山雅章, 鈴木耕太, Kyungsu 

Kim, 田村和久, 内本喜晴, 谷田肇, 宇留賀朋哉, 菅野了次, 化学電池材料研究会ミーティング, 

6/8, 2010 

3. "硫黄/カーボン複合電極を用いた全固体電池", 釜谷則昭, 長尾美紀, 本間健司, 山川裕一郎, 渡

辺亮太, 横井俊之, 辰巳敬, 菅野了次, 粉体粉末冶金協会平成 22年度春季大会, 1-51B, 5/27, 2010 

2. "エピタキシャル薄膜を用いたリチウム電極界面反応のその場観察", 粉生守, 平山雅章, 鈴木耕太, 

Kyungsu Kim, 田村和久, 菅野了次, 粉体粉末冶金協会平成 22年度春季大会, 1-53B, 5/27, 2010 

1. "リチウム過剰層状遷移金属酸化物の高圧合成とリチウム電池特性", 久保田圭, 安藤翔, 

HansenMichael Chang, 平山雅章, 菅野了次, 粉体粉末冶金協会平成 22年度春季大会, 1-48B, 5/27, 

2010 

 

 外部機関との連携 

科学研究費補助金 

・新学術領域研究（研究領域提案型）計画研究（H25～H29）研究代表者菅野 
「ナノ構造情報に基づいた新しい固体イオニクス材料の創出」 
・基盤研究(A)（H25～H27）研究代表者菅野 
「全固体電池創成に向けた基礎研究ー空間電荷層構造の解明と制御」 
・挑戦的萌芽研究（H25～H26）研究代表者菅野 
「ヒドリドデバイスの創成」 
・基盤研究(C) （H25～H27）研究代表者平山 
「イオン濃度分布解析による蓄電デバイス電極／電解質界面現象の解明と材料設計」 
・基盤研究（A）（H22～H24）研究代表者菅野 
「次世代蓄電デバイス開発にむけての基礎研究―全固体蓄電デバイスの開発」  
・挑戦的萌芽研究（H23～H24）研究代表者菅野 
「ヒドリド導電体探索」 
・基盤研究（B）（H23～H25）研究分担者菅野（研究機関：岡山大学） 
「微生物由来非晶質ナノサイズ・バイオ酸化鉄の Liイオン電池革新的正極活物質への展開」  
・若手研究（B）（H23～H24）研究代表者平山 
「リチウム電池電極表面の反応機構解析と機能開拓」 
・若手研究（B）（H21～H22）研究代表者平山 
「エピタキシャル薄膜によるリチウム電池材料の界面構造制御と電極特性」  
 
 NEDO プロジェクト 
・新エネルギー・産業技術総合開発機構(H21-H25) 
「革新型蓄電池先端科学基礎研究事業／革新型蓄電池先端科学基礎研究開発」 
・新エネルギー・産業技術総合開発機構(H24-H27) 
「リチウムイオン電池応用・実用化先端技術開発事業/電極のナノコンポジット化による高性能全固体電
池の研究」 
 
ALCA プロジェクト 
・先端的低炭素化技術開発（ALCA）(H23-H25.6 科学技術振興機構) 
「機能分離の概念に基づく全固体蓄電デバイスの構築」 
・先端的低炭素化技術開発（ALCA）(H25.7-H30 科学技術振興機構) 
「無機固体電解質を用いた全固体リチウム二次電池の創出」 
 
共同研究 

・平成 22 年度 企業との共同研究：11 件 

・平成 23 年度 企業との共同研究：8 件  

・平成 24 年度 企業との共同研究：11 件  

・平成 25 年度 企業との共同研究：8 件  

 

 主催学会 
H.23.10.17〜20 第 52 回電池討論会実行委員長（主催：電気化学会電池技術委員会） 
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【山口】 

IPER 業績一覧 

A. 発表論文一覧 

1. Hiroshi Ishikawa, Takanori Tamaki, Taichi Ito, Hidenori Ohashi, and Takeo Yamaguchi, "High-Voltage Operation of 

Polymer Electrolyte Fuel Cells under Low Humidity Condition with Pt-Co catalyst", Journal of Chemical Engineering of 

Japan, vol. 43, No. 7, pp.623-626, 2010 

2. Takaya Ogawa, Hiroshi Ushiyama, Kouichi Yamashita, Ju-Myeung Lee, and Takeo Yamaguchi, "Theoretical Studies of 

the Mechanism of Proton Transfer at the Surface of Zirconium Phosphate", Chemistry Letters, vol. 37, No. 9, pp.736-737, 

2010 

3. Ju-Myeung Lee, Yuma Kikuchi, Hidenori Ohashi, Takanori Tamaki, and Takeo Yamaguchi, "Novel Mild Conversion 

Routes of Surface-Modified Nano Zirconium Oxide Precursor to Layered Proton Conductors", Journal of Materials 

Chemistry, vol. 20, No. 30, pp.6239-6244, 2010 

4. Takanori Tamaki, Atsushi Hiraide, Faisly B. Asmat, Hidenori Ohashi, Taichi Ito, and Takeo Yamaguchi, "Evaluation of 

Immobilized Enzyme in a High-Surface-Area Biofuel Cell Electrode Made of Redox-Polymer-Grafted Carbon Black", 

Industrial and Engineering Chemistry Research, vol. 49, No. 14, pp.6394-6398, 2010 

5. Hidenori Ohashi, Taichi Ito, and Takeo Yamaguchi, "Prediction of Self-Diffusivity in Multicomponent Polymeric 

Systems Using Shell-Like Free Volume Theory", Industrial and Engineering Chemistry Research, vol. 49, No. 22, 

pp.11676-11681, 2010 

6. Hyangmi Jung, Keitaro Fujii, Takanori Tamaki, Hidenori Ohashi, Taichi Ito, and Takeo Yamaguchi, "Low Fuel Crossover 

Anion Exchange Pore-Filling Membrane for Solid-State Alkaline Fuel Cells", Journal of Membrane Science, vol. 373, No. 

1-2, pp.107-111, 2011 

7. Takaya Ogawa, Hiroshi Ushiyama, Ju-Myeung Lee, Takeo Yamaguchi, and Kouichi Yamashita, "Theoretical Studies on 

Proton Transfer among a High Density of Acid Groups: Surface of Zirconium Phosphate with Adsorbed Water 

Molecules", The Journal of Physical Chemistry C, vol. 115, No. 13, pp.5599-5606, 2011 

8. Takanori Tamaki, Akiko Yamauchi, Taichi Ito, Hidenori Ohashi, and Takeo Yamaguchi, "The Effect of Methanol 

Crossover on the Cathode Overpotential of DMFCs", Fuel Cells, vol. 11, No. 3, pp.394-403, 2011 

9. Hidenori Ohashi, Takanori Tamaki, and Takeo Yamaguchi, "Physical Reexamination of Parameters on a Molecular 

Collisions-based Diffusion Model for Diffusivity Prediction in Polymers", The Journal of Physical Chemistry B, vol. 115, 

No. 51, pp.15181-15187, 2011 

10. Tatsuya Nakajima, Takanori Tamaki, Hidenori Ohashi, and Takeo Yamaguchi, "Systematic Evaluation of Polymer 

Electrolyte Fuel Cell Electrodes with Hydrocarbon Polyelectrolytes by Considering the Polymer Properties", The Journal 

of Physical Chemistry C, vol. 116, No. 1, pp.1422-1428, 2012 

11. Bhalchandra Anand Kakade, Takanori Tamaki, Hidenori Ohashi, and Takeo Yamaguchi, "Highly Active Bimetallic PdPt 

and CoPt Nanocrystals for Methanol Electro-oxidation", The Journal of Physical Chemistry C, vol. 116, No. 13, 

pp.7464-7470, 2012 

12. Zhang Han, Hidenori Ohashi, Takanori Tamaki, and Takeo Yamaguchi, "Direction and Management of Water Movement 

in Solid-State Alkaline Fuel Cells", The Journal of Physical Chemistry C, vol. 116, No. 14, pp.7650-7657, 2012 

13. Takanori Tamaki, Nobumitsu Nakanishi, Hidenori Ohashi, and Takeo Yamaguchi, "The Effect of Particle Size and 

Surface Area on the Ion Conductivity of Layered Double Hydroxide", Electrochemistry Communications, vol. 25, 
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pp.50-53, 2012 

14. Tatsuya Nakajima, Takanori Tamaki, Hidenori Ohashi, and Takeo Yamaguchi, "Introduction of Size-Controlled 

Nafion/ZrO2 Nanocomposite Electrolyte into Primary Pores for High Pt Utilization in PEFCs", Journal of the 

Electrochemical Society, vol. 160, No. 2, pp.F129-F134, 2013 

15. Hyangmi Jung, Hidenori Ohashi, Takanori Tamaki, and Takeo Yamaguchi, "Improvement of Thermal-Stability of Anion 

Exchange Membranes for Fuel Cell Applications by Controlling Water State", Chemistry Letters, vol. 42, No. 1, pp.14-16, 

2013 

16. Bhalchandra Anand Kakade, Hailin Wang, Takanori Tamaki, Hidenori Ohashi, and Takeo Yamaguchi, "Enhanced 

Oxygen Reduction Reaction by Bimetallic CoPt and PdPt Nanocrystals", RSC Advances, vol. 3, No. 26, pp.10487-10496, 

2013 

17. Takaya Ogawa, Hidenori Ohashi, Takanori Tamaki, and Takeo Yamaguchi, "Non-Humidified Proton Conduction 

Between Lewis Acid-Base", Physical Chemistry Chemical Physics, vol. 15, No. 33, pp.13814-13817, 2013 

18. Hidenori Ohashi and Takeo Yamaguchi, "A General Diffusion Model for Polymeric Systems based on Microscopic 

Molecular Collisions and Random Walk Movement", Industrial & Engineering Chemistry Research, vol. 52, No. 29, 

pp.9940-9945, 2013 

19. Han Zhang, Hidenori Ohashi, Takanori Tamaki, and Takeo Yamaguchi, "Water Movement in a Solid-State Alkaline Fuel 

Cell Affected by the Anion-Exchange Pore-Filling Membrane Properties", The Journal of Physical Chemistry C, vol. 117, 

No. 33, pp.16791-16801, 2013 

20. Hyangmi Jung, Hidenori Ohashi, Gopinathan M. Anilkumar, Peilin Zhang, and Takeo Yamaguchi, "Zn2+ Substitution 

Effects in Layered Double Hydroxide (Mg(1-X)Znx)2Al: Textural Properties, Water Content and Ionic Conductivity", 

Journal of Materials Chemistry A, vol. 1, No. 42, pp.13348-13356, 2013 

 

B. 共同研究一覧 

平成 22 年度 企業との共同研究：6 件 大学機関等との共同研究：3 件 

平成 23 年度 企業との共同研究：2 件 大学機関等との共同研究：4 件 

平成 24 年度 企業との共同研究：5 件 大学機関等との共同研究：5 件 

平成 25 年度 企業との共同研究：3 件 大学機関等との共同研究：5 件 

 

C. セミナー一覧 

1. 資源化学研究所講演会 「粒子と動物細胞との相互作用 付着、取組み、毒性」 

新戸 浩幸先生（京都大学大学院工学研究科化学工学専攻・講師）・2010 年 1 月 18 日 

2. 資源化学研究所講演会 「ヨーロッパにおける機能性材料・膜の研究」 

 熊切 泉先生（山口大学大学院理工学研究科・助教）・2012 年 10 月 19 日 

3. 資源化学研究所講演会 「Smart Nanostructured Materials and Biomaterials」 

黒木 秀記先生（クラークソン大学）・2013 年 2 月 22 日 

4. 資源化学研究所講演会 「新概念に基づく燃料電池及び水素用の各種高機能新材料の研究開発」 

 渡辺 政廣先生（山梨大学・教授・燃料電池ナノ材料研究センター長）・2013 年 10 月 4 日 
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D. シンポジウム開催一覧 

1. 材料化学システム工学討論会 2010 京都大学桂キャンパス 2010 年 12 月 4 日～5 日 

 実行委員として研究室から 2 名が参画 

2. 材料化学システム工学討論会 2011 東京大学本郷キャンパス 2011 年 8 月 18 日～19 日 

 実行委員として研究室から 2 名が参画 

3. 材料化学システム工学討論会 2012 東京工業大学大岡山キャンパス 2012 年 8 月 16 日～17 日 

 実行委員として研究室から 2 名が参画 

4. 材料化学システム工学討論会 2013 松島センチュリーホテル＠松島 2013 年 9 月 2 日～3 日 

 実行委員として研究室から 3 名が参画 

 

 

��� 

A. 発表論文一覧 

1. Oktaviano, H. S., Wong, R. A., Waki, K. The role of oxygen functionalities for enhanced oxygen reduction 
activity in carbon nanotubes. ECS Trans. Accepted.  

2.  Otomo, J., Waki, K. & Yamada, K. Multicriteria Assessment of the Performance of Solid Oxide Fuel Cells by 
Cell Design and Materials Development: Design and Modeling Approach. J. Fuel Cell Sci. Technol 10, 11007 

(2013).  
3.  Oktaviano, H. S., Yamada, K. & Waki, K. Nano-drilled multiwalled carbon nanotubes: characterizations and 

application for LIB anode materials. J. Mater. Chem. 22, 25167–25173 (2012).  
4.  Runbang Tao, Takahiro Tomita, Raymond Albert Wong, Keiko Waki "Electrochemical and Structural Analysis of 

Al-doped ZnO Nanorod Arrays in Dye-sensitized Solar Cells" Journal of Power Sources 214, 159–165 (2012).  
5.  Haryo Satriya OKTAVIANO and Keiko WAKI, "Enhancement of Ethanol Electro-Oxidation Activities on 

Pt/Natural Zeolite Catalysts" Electrochemistry 79(5) 364-366 (2011) 
6.  Kenji Matsubara and Keiko Waki, "The Effect of the Oxygen-Containing Functional Groups on the 

Electrochemical Reduction of Oxigen of Multi-Walled Carbon Nanotubes in Acid Media" ECS Trans. 28 (21), 35 

(2010)  
7.  Kenji Matsubara and Keiko Waki, "The Effect of O-functionalities for the Electrochemical reduction of Oxygen 

on MWCNTs in Acid Media" Electrochemical and Solid- state letter, 13 (8), F7-F9 (2010)  
8.  Kenji Matsubara and Keiko Waki, "Oxygen reduction characteristics of bamboo-shaped, multi-walled carbon 

nanotubes without nitrogen in acid media" Electrochimica Acta 55 (2010) 9166-9173 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ― 60 ―  ― 61 ―



②都市・地震・防災コアユニット 

人間環境システム専攻 教授 翠川 三郎 

人間環境システム専攻 教授 笠井 和彦 

環境理工学創造専攻 教授 山中 浩明 

人間環境システム専攻 教授 盛川 仁  

ー震災メガリスク軽減のための先端的都市地震防災技術の開発

12
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(1)トウェンテ大学（オランダ）との共同研究 

(2)世界銀行ハイチ地震被災度評価プロジェクトへの協力 

(3)バンドン工科大学との大学院生の派遣および受入（短期留学）  

(4)イスタンブール大学への大学院生の派遣（短期留学）  

(5)トルコ危機管理局とのワン地震に関する現地調査  

(6)カトリカ大学（チリ）との共同研究  

(7)ペルー工科大学との共同研究  

(8)フィリピン火山地震研究所との共同研究  

(9)イスタンブール大学・中東工科大学との共同研究 

(10)国立中央大学(台湾)との共同研究 

(11)マレーシアサイエンス大学(マレーシア)との共同研究 

(12)Drexel大学(USA)との共同研究 
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(3)2013年物理探査学会国際シンポジウムを開催 
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る酸化雰囲中の In0.53Ga0.47As の初期酸化過程の評価” 第 60 回応用物理学会春季学術講演会（2013 年 3 月

27 日～3 月 30 日）神奈川工科大学 
[165] ポスター-:川那子高暢，角嶋邦之，岩井洋, “高速・低損失の電子デバイス／パワーデバイスの先導研究”

STARC ワークショップ 2013（2013 年 9 月 12 日）新横浜国際ホテル 
[166] 宋禛漢，松本一輝，角嶋邦之，片岡好則，西山彰，杉井信之，若林整，筒井一生，名取研二，服部健雄，岩

井洋，“Ni シリサイドナノワイヤ抵抗率の Ni 膜厚依存性” 第 74 回応用物理学会秋季学術講演会（2013 年
9 月 16 日～9 月 20 日）同志社大学 京田辺キャンパス 

[167] ポスター：鹿国強，大嶺洋，ザデ ダリューシュ，角嶋邦之，西山彰，杉井信之，片岡好則，若林整，筒井
一生，名取研二，岩井洋，“ALD 堆積条件による La2O３/In0.53Ga0.47As キャパシタの電気特性への影響”第
74 回応用物理学会秋季学術講演会（2013 年 9 月 16 日～9 月 20 日）同志社大学 京田辺キャンパス 

[168] 今村浩章，稲村太一，角嶋邦之，片岡好則，西山彰，杉井信之，若林整，筒井一生，名取研二，岩井洋，“Kr
ガスを用いた積層シリサイド化スパッタプロセスにより形成した NiSi2の薄膜評価” 第 74 回応用物理学会
秋季学術講演会（2013 年 9 月 16 日～9 月 20 日）同志社大学 京田辺キャンパス 

[169] ポスター：岡本真里，松川佳弘，角嶋邦之，片岡好則，西山彰，杉井信之，若林整，筒井一生，名取研二，
岩井洋，齋藤渉，“TiSi2電極の熱処理による AlGaN/GaN へのコンタクト特性の変化” 第 74 回応用物理学
会秋季学術講演会（2013 年 9 月 16 日～9 月 20 日）同志社大学 京田辺キャンパス 

[170] 小路智也，石川昴，角嶋邦之，片岡好則，西山彰，杉井信之，若林整，筒井一生，名取研二，岩井洋，“チ
ャージポンピング法を用いた立体 Si 構造の絶縁膜界面準位の位置推定” 第 74 回応用物理学会秋季学術講
演会（2013 年 9 月 16 日～9 月 20 日）同志社大学 京田辺キャンパス 

[171] 中村嘉基，細田修平，Kamale Tuokedaerhan，角嶋邦之，片岡好則，西山彰，若林整，杉井信之，筒井一生，
名取研二，岩井洋，“W2C ゲート電極と La-silicate ゲート絶縁膜を用いた MOS キャパシタの信頼性評価” 第
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74 回応用物理学会秋季学術講演会（2013 年 9 月 16 日～9 月 20 日）同志社大学 京田辺キャンパス 
[172] 長谷川明紀，呉研，宋禛漢，角嶋邦之，片岡好則，西山彰，杉井信之，若林整，筒井一生，名取研二，岩井

洋，“低バンドギャップ、バンドオフセットを持つ半導体シリサイド/Si 接合によるトンネル FET 特性向上” 
第 74 回応用物理学会秋季学術講演会（2013 年 9 月 16 日～9 月 20 日）同志社大学 京田辺キャンパス 

[173] 宗清修，川那子高暢，角嶋邦之，片岡好則，西山彰，杉井信之，若林整，筒井一生，名取研二，岩井洋，“シ
ョットキーゲート材料による AlGaN/GaN の容量電圧特性への影響” 第 74 回応用物理学会秋季学術講演会
（2013 年 9 月 16 日～9 月 20 日）同志社大学 京田辺キャンパス 

[174] 元木雅章，吉原亮，角嶋邦之，片岡好則，西山彰，杉井信之，若林整，筒井一生，名取研二，岩井洋，“P
を導入した NiSi2電極を用いた n-Ge 基板の電流電圧特性の熱処理依存性” 第 74 回応用物理学会秋季学術
講演会（2013 年 9 月 16 日～9 月 20 日）同志社大学 京田辺キャンパス 

[175] 譚錫昊，岡本真里，角嶋邦之，片岡好則，西山彰，杉井信之，若林整，筒井一生，名取研二，岩井洋，“AlGaN/GaN
上の TiSi2電極によるコンタクトの温度依存性” 第 74 回応用物理学会秋季学術講演会（2013 年 9 月 16 日
～9 月 20 日）同志社大学 京田辺キャンパス 

[176] 劉璞誠，米澤宏昭，角嶋邦之，片岡好則，西山彰，杉井信之，若林整，筒井一生，名取研二，岩井洋，“AlGaN
のドライエッチングへの Bcl3の影響に関する研究” 第 74 回応用物理学会秋季学術講演会（2013 年 9 月 16
日～9 月 20 日）同志社大学 京田辺キャンパス 

[177] 嘉藤貴史，稲村太一，佐々木亮人，青木克明，角嶋邦之，片岡好則，西山彰，杉井信之，若林整，筒井一生，
名取研二，岩井洋，“Fe 層と Si 層の積層スパッタにより形成されたβ-FeSi2のキャリア密度に関する研究” 
第 74 回応用物理学会秋季学術講演会（2013 年 9 月 16 日～9 月 20 日）同志社大学 京田辺キャンパス 

[178] 松川佳弘，岡本真里，角嶋邦之，片岡好則，西山彰，杉井信之，若林整，筒井一生，名取研二，岩井洋，齋
藤渉，“AlGaN/GaN 上の TiC 電極の電流電圧特性の熱処理温度依存性” 第 74 回応用物理学会秋季学術講演
会（2013 年 9 月 16 日～9 月 20 日）同志社大学 京田辺キャンパス 

[179] 大橋匠，若林整，角嶋邦之，杉井信之，西山彰，片岡好則，名取研二，筒井一生，岩井洋，“炭層 MoS2 チ
ャネルを用いた n-MOSFET の性能見積もり” 第 74 回応用物理学会秋季学術講演会（2013 年 9 月 16 日～9
月 20 日）同志社大学 京田辺キャンパス 

[180] 神谷真行，寺山一真，武井優典，齋藤渉，角嶋邦之，若林整，片岡好則，筒井一生，岩井洋，“AlGaN/GaN HEMT
への凹凸 AlGaN 層導入による２次元電子ガス濃度分布評価および低抵抗コンタクト形成の可能性” 第 74
回応用物理学会秋季学術講演会（2013 年 9 月 16 日～9 月 20 日）同志社大学 京田辺キャンパス 

[181] 武井優典，神谷真行，寺山一真，米澤宏昭，齋藤渉，筒井一生，角嶋邦之，若林整，片岡好則，岩井洋，“AlGaN/GaN
系 HEMT におけるコンタクト特性の AlGaN 層厚依存性” 第 74 回応用物理学会秋季学術講演会（2013 年 9
月 16 日～9 月 20 日）同志社大学 京田辺キャンパス 

[182] 米澤宏昭，中島昭，西澤伸一，大橋弘通，筒井一生，角嶋邦之，若林整，岩井洋，“AlGaN/GaN 系 p チャン
ネル HFET の製作” 第 74 回応用物理学会秋季学術講演会（2013 年 9 月 16 日～9 月 20 日）同志社大学 京
田辺キャンパス 

[183] 石川昴，小路智也，角嶋邦之，若林整，片岡好則，西山彰，杉井信之，筒井一生，名取研二，岩井洋，“チ
ャージポンピング法を用いた三次元 Si 構造の界面準位密度測定” 第 74 回応用物理学会秋季学術講演会
（2013 年 9 月 16 日～9 月 20 日）同志社大学 京田辺キャンパス 

 
 
 
その他 
[1] 岩井洋，“マイクロからナノの世界へ”，電子情報通信学会論文誌，エレクトロニクスソサエティ 第 508 号 

NEWS LETTER 新フェロー寄稿，2010 年 4 月 1 日発行，pp.3-4 
[2] 岩井洋，“CMOS 技術の限界と課題”，日本信頼性学会誌，Vol.33，No.4， pp.152-157（2011 年 7 月） 
[3] 岩井洋，角嶋邦之，“シリコンナノワイヤ FET 技術”，電子情報通信学会誌，Vol.95,No.4, pp.278-283（2012

年 4 月） 
[4] 岩井洋，角嶋邦之，川那子高暢，“ゲートスタック技術”，日本表面科学会誌，Vol.33,No.11, pp.600-609（2012

年 11 月）  
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④ 合成生物学コアユニット 

知能システム科学専攻 准教授 木賀 大介 

知能システム科学専攻 教授  山村 雅幸 

 

 

 

 

２０１３年 
論文 
Kazuaki Amikura and *Daisuke Kiga. “Reassignment of codons from Arg to Ala by multiple tRNAAla 
variants”. Viva Origino, in press  
Kazuaki Amikura and *Daisuke Kiga. “The number of amino acids in a genetic code” RSC Adv., 3, 
12512-12517 (2013)   
Daisuke Kiga. Synthetic Biology and Dual Use. Journal of Disaster Research 8, 698-704 (2013)   
Thiprampai Thamamongood, Nathaniel Z. L. Lim, Trevor Y.H. Ho, Shotaro Ayukawa, *Daisuke Kiga, and 
*King L. Chow. “Cultivation of Synthetic Biology with the iGEM Competition”. Journal of Advanced 
Computational Intelligence and Intelligent Informatics 17, 161-166 (2013).  
 
Sekine, R., Yamamura, M. Design and control of synthetic biological systems, PICT, Springer, 6, pp. 104-114 
(2013) 
 
招待講演（特徴的なもの） 
2013 年 5 月３0 日 ナイスステップシンポジウム 文部科学省講堂 
「遺伝子を組み合わせる 合成生物学の国際学生コンテスト 」木賀大介 
 
日本語著書・総説  
Waddington 地形に沿った細胞種多様化のモデル実験 関根亮二, 木賀大介. 生物物理学会誌、印刷中、 
 
細胞内における人工遺伝子回路の構築 関根亮二・木賀大介 
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 生物工学会誌 91 巻 6 号 p327-333, 2013 年  
 
 RNA ワールド  鮎川翔太郎, 木賀大介「アストロバイオロジー」内 山岸明彦編 発行元 化学同人, 東京, ISBN 
978-4-7598-1504-7, P107-117, 2013 年  
 
その他 
【国際会議】Ryoji Seine and Masayuki Yamamura, Design and Conrol of Synthetic Biological Systems, 
Suzuki and Nakagaki eds., Natural Computing and Beyond, pp.104-114 (2013) 
 
【国内学会】秋川元宏、山村雅幸：マルチモーダル連想記憶を用いたお友達ロボットの設計、計測自動制御学会

第４０回知能システムシンポジウム資料集、231-234 (2013) 
 
【国内学会】林孝文、山村雅幸：周波数特性を用いた振動する人工遺伝子回路の自動設計、計測自動制御学会第

４０回知能システムシンポジウム資料集、211-216 (2013) 
 
 
 
２０１２年 
 
論文 
Akio Kawahara-Kobayashi; Akiko Masuda; Yuhei Araiso; Yoko Sakai; Atsushi Kohda; Masahiko Uchiyama; 
Shun Asami; Takayoshi Matsuda; Ryuichiro Ishitani; Naoshi Dohmae; Shigeyuki Yokoyama; Takanori 
Kigawa; Osamu Nureki; *Daisuke Kiga, “Simplification of the genetic code: restricted diversity of 
genetically encoded amino acids”, Nucleic Acids Research, 40(20):10576-84 (2012) featured article (top5% in 
the journal)  
 
 
Shotaro Ayukawa, Yoko Sakai, and *Daisuke Kiga, “Aptazyme-based molecular device that converts a 
small-molecule input to an RNA output” Chemical Communications.48(61):7556-8 (2012) inside front cover   
Ryoji Sekine, Daisuke Kiga, *Masayuki Yamamura. “Design strategy for an initial state-independent 
diversity generator” Chem-Bio Informatics Journal. 12: 39-49 (2012)  
 
Ryoji Sekine, Masayuki Yamamura, Masami Hagiya and *Daisuke Kiga "Tunability of the ratio of cell states 
after the synthetic diversification by the diversity generator", Communicative & Integrative Biology, 5, 1-2 
(2012)  
招待講演（特徴的なもの） 
2012 年 12 月 14 日 日本学術会議主催シンポジウム デュアルユース問題と BSL4 施設シンポジウム 日本学術

会議講堂「合成生物学とデュアルユース問題」木賀大介 
 
2012 年 1 月 21 日 Japanse-French Frontier Science Symposium (日仏先端科学シンポジウム)、Nice "Synthetic 
Biology” Chair Daisuke Kiga  
 
日本語著書・総説 
細胞内における人工遺伝子回路の構築、木賀大介 
「合成生物工学の隆起―有用物質の新たな生産法構築を目指して―」内 植田充美 監修 発行元シーエムシー

出版 東京, ISBN 978-4-7813-0563-9, P34-40, 2012 年  
 
生命の設計と”ありえた”生命、木賀大介 パリティ 27 巻 2 号、p26、2012 年  
 
遺伝子工学の進展としての合成生物学―「人工生命」をどう育てるか 木賀大介 LawandTechnology №57 
2012 年 10 月 p42-43   
成立特許 
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US Patent 8,227,209 Issued Date. July 24, 2012 
発明者：Daisuke KIGA, Masahiko Uchiyama 
出願人：Tokyo Institute of Technology,  Celagix Res Ltd 
発明の名称：Process for Producing functional non-naturally occurring proteins, and method for site-specific 
modification and immobilization of the proteins  
 
登録番号 5119437 号 登録日平成 24 年 11 月 2 日 
発明者：木賀大介, 内山正彦 出願人：東京工業大学 
発明の名称：機能性非天然型タンパク質の製造法、及び当該タンパク質の部位特異的修飾・固定化法、 
 
その他 
【国際会議・口頭発表】Ryoji Sekine, Akifumi Nishida, and Masayuki Yamamura, “Engineering” of synthetic 
genetic circuits, 6th International Workshop on Natural Computing, March, 2012 
 
【国内学会・口頭発表】関根亮二，西田暁史，山村雅幸，木賀大介，Analysis of input response of Cph8 system 
to red light，分子生物学会 第 35 回年会，福岡，2012 年 12 月 
 
【国内学会・口頭発表】関根亮二, 数値シミュレーションを利用した人工遺伝子回路の設計、および構築，細胞

を創る研究会 5.0，横浜，2012 年 11 月 
 
【国内学会・アブストラクト】Ken Komiya, Asako Kobayashi and Masayuki Yamamura 
“Construction of a nucleic-acid-responsive DNA synthesis system for diagnostic DNA-based computing”、第

50 回日本生物物理学会年会，名古屋市，2012 年 9 月 
 
 
 
 
 
２０１１年 
 
論文 
Ryoji Sekine, Masayuki Yamamura, Shotaro Ayukawa, Kana Ishimatsu, Satoru Akama, Masahiro Takinoue, 
Masami Hagiya, and *Daisuke Kiga, "Tunable synthetic phenotypic diversification on Waddington's 
landscape through autonomous signaling", Proc Natl Acad Sci U S A. 108(44):17969-73 (2011)   
Shotaro Ayukawa, Masahiro Takinoue, and *Daisuke Kiga, "RTRACS: A Modularized RNA-Dependent RNA 
Transcription System with High Programmability",  Acc. Chem. Res., 2011, 44 (12), pp 1369–1379    
招待講演（特徴的なもの） 
2011 年 10 月 18 日 生命は人工合成できるか ～ 遺伝子工学の拡張と“あり得た生命”の創造 読売テクノフ
ォーラム 143 回研究交流会 日本プレスセンター 木賀大介  
日本語著書・総説 
人工遺伝子回路を設計する 木賀大介 
実験医学増刊 vol29 no7 細胞を創る・生命システムを創る ｐ1134-1139、 2011 年   
生物版国際ロボコン iGEM 木賀大介 
バイオサイエンスとインダストリー Vol.69 No.3 p56-58 2011 年  
 
その他 
 
【国内学会】光成更，井上貴彦，林孝文，河村秀樹，喜屋武竜一，菅谷快斗，張子聡，松川 寛，川又生吹，萩

谷昌己，小長谷明彦，木賀大介，山村雅幸，小宮健，瀧ノ上正浩 “マイクロサイズの分子ロボット「DNA 繊毛

虫」の開発” 計測自動制御学会システム・情報部門 学術講演会 2011 (SSI2011) 講演論文集，pp. 396-398，2011 
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【 国 際 会 議 】 Satoru Akama, Masayuki Yamamura, and Takanori Kigawa. Multi-objective robust 
optimization for in vitro RNA synthesis, The Sixth IASTED International Conference on Computational 
Intelligence and Bioinformatics (CIB 2011), pp. 74-80. Pittsburgh, USA. Nov 7-9, 2011. 
 
【国際会議・アブストラクト】Ken Komiya, Asako Kobayashi and Masayuki Yamamura, “Construction of a 
DNA Generation circuit for sequential control of nanomachines”, Proceedings of Seventeenth International 
Meeting on DNA Computing and Molecular Programming (DNA17), pp. 48, Pasadena, September 2011 
 
【国際会議・口頭発表】Toshikazu Taki, Ken Komiya and Masayuki Yamamura, “Autonomous Restoration of 
a DNA Track for a Sustained Walk of a DNA Walking Device Driven by Nicking Reaction”, Proceedings of 
8th Annual Conference on Foundation of Nanoscience (FNANO11), pp. 22-23, Snowbird, April 2011 ※口頭

発表選出 
 
【国際会議・ポスター】Ryoji Sekine, Masayuki Yamamura, Shotaro Ayukawa, Kana Ishimatsu, Satoru 
Akama, Masahiro Takinoue, Masami Hagiya, and Daisuke Kiga, Tunable synthetic phenotypic 
diversification on Waddington’s landscape through autonomous signaling, Synthetic Biology 5.0, June, 2011 
 
【国際会議・ポスター】Ryoji Sekine, Daisuke Kiga, and Masayuki Yamamura, Towards “control” of a 
synthetic biological system, Synthetic Biology 5.0, June, 2011 
 
【国際会議・ポスター】Ryoji Sekine, Masayuki Yamamura, Shotaro Ayukawa, Kana Ishimatsu, Satoru 
Akama, Masahiro Takinoue, Masami Hagiya, and Daisuke Kiga, Tunable synthetic phenotypic 
diversification on Waddington’s landscape through autonomous signaling, Epigenetic Landscape in 
Developmental and Disease, March, 2011 
 
【国内学会・口頭発表】関根亮二，木賀大介，山村雅幸，Piecewise affine approximation toward control of a 
synthetic biological system，分子生物学会 第 34 回年会，2011 年 12 月 
 
【国内学会・口頭発表】関根亮二，山村雅幸，鮎川翔太郎，石松愛，赤間悟，瀧ノ上正浩，萩谷正巳，木賀大介，

表現型の多様性が自律的に生まれる人工遺伝子ネットワークの構築，分子ロボティクス研究会 6 月例会，2011
年 6 月 
 
【国内学会・口頭発表】Ken Komiya, Asako Kobayashi and Masayuki Yamamura, “Construction of molecular 
modules for an intelligent molecular robot that implements sensing, judgment and synthesis for controlling 
biological events without human intervention”, 「細胞を創る」研究会 4.0，豊中市，2011 年 10 月 ※口頭発

表選出 
 
【国内学会・ポスター】関根亮二，木賀大介，山村雅幸，Design and construction of genetic networks，CBI/JSBi 
2011 合同大会，2011 年 11 月 
 
【国内学会・ポスター】関根亮二，木賀大介，山村雅幸，PWA approximation towards control of synthetic circuits，
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「細胞を創る」研究会 4.0，2011 年 9 月 
 
【国内学会・ポスター】Ken Komiya, Asako Kobayashi and Masayuki Yamamura,“Construction of an 
Intelligent Robot with Molecules Based on Autonomous DNA Computing Technology”, CBI/JSBi2011合同大

会，神戸市，2011 年 11 月 
 
【国内学会・ポスター】Sara Mitsunari, Kiyohiko Inoue, Takafumi Hayashi, Hideki Kawamura, Ryuichi Kyan, 
Kaito Sugaya, Zicong Zhang, Hiroshi Matsukawa, Ibuki Kawamata, Masami Hagiya, Akihiko Konagaya, 
Daisuke Kiga, Masayuki Yamamura, Ken Komiya and Masahiro Takinoue, “ Construction of a 
micrometer-sized molecular robot “DNA ciliate””, 「細胞を創る」研究会 4.0，豊中市，2011 年 10 月 
 
【国内学会・ポスター】Ken Komiya, Asako Kobayashi and Masayuki Yamamura, “Construction of a 
molecular robot system that autonomously monitors, judges, and controls biomolecular reaction”, 第 49 回日

本生物物理学会年会，姫路市，2011 年 9 月 ※ポスター発表選出 
 
 
 
２０１０年 
論文 
Shotaro Ayukawa, Akio Kobayashi, Yusaku Nakashima, Hidemasa Takagi, Shogo Hamada, Masahiko 
Uchiyama, Katsuyuki Yugi, Satoshi Murata, Yasubumi Sakakibara, Masami Hagiya, Masayuki Yamamura 
and *Daisuke Kiga. "Construction of a genetic AND gate under a new standard for assembly of genetic 
parts", BMC Genomics, 11(Suppl:S16 (2010) 査読有.  
招待講演（特徴的なもの） 
2010 年 12 月 18 日「合成生物学と機微技術管理」慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所 バイオセキュリ
ティワークショップ 科学・技術の倫理と機微技術のリスク管理 木賀大介  
2010 年 10 月 11 日 サイエンスカフェ 「人工生命・人工細胞 ～合成生物学が拓く未来～」AAAS_Science/日
本科学未来館 木賀大介  
日本語著書・総説  
合成生物学とは 木賀大介 
医事新報 No.4518 2010 年 11 月 27 日発行 査読無 
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⑤ 医療エンジニアリングコアユニット 

メカノマイクロ工学専攻 教授 小俣 透 

物理電子システム創造専攻 教授 梶川 浩太郎 

物質科学創造専攻 教授 小田原 修 

物質科学創造専攻 教授 北本 仁孝 

 

    

●さまざまな空間スケールでの医療に貢献する研究成果の例

がん細胞培養MEMSデバイス

高密度非標識蛋白質マイクロア
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１． 発表論文一覧  

平成 25年度 

（１）ジャーナル論文 
1. Pham Tien Thanh, Daisuke Tanaka, Ryushi Fujimura, Yoichi Takanishi, and Kotaro Kajikawa, 
"Low-Power All-Optical Bistable Device of Twisted-Nematic Liquid Crystal Based on Surface Plasmons in a 
Metal–Insulator–Metal Structure", Appl. Phys. Express, 6, 011701 (2013). 
2. Yusuke Nagai, Ryushi Fujimura and Kotaro Kajikawa, "Core-resonance cylindrical whispering gallery 
mode laser of dye-doped nematic liquid crystal", J. Opt. Soc. Am., 30, 2233-2239 (2013). 
3.  Yusuke Nagai, Ryushi Fujimura and Kotaro Kajikawa, “Coherent random laser fluid of nematic liquid 
crystal emulsions”, Jpn. J. Appl. Phys. in press. 
4. Amir Syahir, Kotaro Kajikawa and Hisakazu Mihara, "Enhanced refractive index sensitivity for 
anomalous reflection of gold to improve performance of bio-molecular detection", Sensors and Actuators B: 
Chemical, 190, 357-362 (2014). 
5. Mikio Osaki, Toru Omata, and Toshio Takayama: Assemblable Hnad for Laparoscopic Surgery with 
Phased Array and Single-Element Ultrasound Probles, Journal of Robotics and Mechatronics Vol. 25, No. 3, 
2013. 
6. 高山 俊男，千葉 剛樹，小俣 透：高速駆動時にバックドライブ可能な大把持力ハンド，日本機械学会論文集
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（C 編），第 79 巻第 802 号，pp. 1893-1903，2013． 
7. 高山 俊男，倉田 稔，小俣 透：形状記憶合金を用いた螺旋捻転管内移動の原理と検証，日本ロボット学会誌，

第 31 巻 9 号，pp.879-886，2013． 
8. 宮本 寛之，高山 俊男，小俣 透，大泉 弘幸：胸腔鏡下手術のための変形式肺ポジショナの開発 -吸着力向上

とディスポーザブル化のための設計製作，日本フルードパワーシステム学会論文集（掲載決定）． 
9. Process stages during solution combustion synthesis of strontium aluminates, H. Tanaka, A. V. 
Gubarevich, H. Wada, O. Odawara, International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis, 
22, 151 (2013) 
10. Upconversion Luminescence Properties of Y2O3: Er,Yb Colloid Prepared by Laser Ablation in Liquid, T. 
Nunokawa, Y. Onodera, H. Kobayashi, T. Asahi, O. Odawara, H. Wada, Journal of Ceramic Processing 
Research, 14, s1 (2013) 
11. Effects of Laser Energy Density on Silicon Nanoparticles Produced Using Laser Ablation in Liquid, H. 
Kobayashi, P. Chewchinda, H. Ohtani, O. Odawara, H. Wada, Journal of Physics, Conference Series, 441, 
012035 (2013) 
12. Upconversion Properties of Y2O3: Er,Yb Nanoparticles Prepared by Laser Ablation in Water, Y. Onodera, 
T. Nunokawa, O. Odawara and H. Wada, Journal of Luminescence, 137, 220 (2013) 
13. Laser Wavelength Effect on Size and Morphology of Silicon Nanoparticles Prepared by Laser Ablation in 
Liquid, P. Chewchinda, T. Tsuge, H. Funakubo, O. Odawara, H. Wada, Japanese Journal of Applied Physics, 
52, 025001 (2013) 
14. Yoshitaka Kitamoto, Teruaki Fuchigami, Yoshihisa Namiki, “Growth of Fe-Pt Magnetic Nanoparticles on 
Silica Particles Modified with Organic Molecules,” Jpn. J. Appl. Phys., vol.52, [11], (2013) in press. 
15. K. Yamamoto, T. Matsuda, K. Nishibayashi, Y. Kitamoto, H. Munekata, “Low-Power Photo-Induced 
Precession of Magnetization in Ultra-Thin Co/Pd Multilayer Films,” IEEE Trans. Magn., vol.49, [7], 
3155-3158 (2013). 
16. R. Zhang, T. Hamada, S. Inagi, Y. Kitamoto, “Magnetic Beads Composed of FePt/Au Hybrid Nanoshell 
and Silica Core,” J. Magn. Soc. Jpn., vol.37, [3-2], 303-306 (2013). 
17. 北本仁孝，正木貴章，阿部正紀，上田智章, “センチネルリンパ節生検用磁気センサの開発,” 粉体および

粉末冶金, vol.60, [3], 128-131 (2013). 
18. Karolis Sileika, Yoshitaka Kitamoto, Bronius Baksys, Inga Skiedraite, “Device for Controlled 
Distribution of FePt Nanoparticles Formations in a Stream of Liquid Medium under Influence of Magnetic 
Field,” MATERIALS SCIENCE (MEDZIAGOTYRA), vol.20, (2014), in press. 
19. M. Mito, Y. Komorida, H. Deguchi, T. Tajiri, T. Iwamoto, Y. Kitamoto, “Artificial material manipulation of 
magnetic anisotropy in FePt magnetic nanoparticles through application of hydrostatic pressure,” J. Appl. 
Phys., vol.113, [4], 044302_1-6 (2013). 
 
（２）査読付き国際会議論文 
1. Saito Yukari, Takayama Toshio, Omata Toru, Shibuya Hitoshi, Miura Masahiko, Watanabe Hiroshi, 
"Remotely Operated Brachytherapy System for Oral Cancer", Proc. of The 2013 IEEE International 
Conference on Robotics and Automation, Karlsruhe, German, May 6-10, pp. 4848-4853, 2013 
2. Hiroyuki Miyamoto, Toshio Takayama, Omata Toru, "Development of hydraulic driven silicone rubber 
bellows for laparoscopic retractors", Proc. of The 12th International Symposium on Fluid Control, 
Measurement and Visualization, Nara, Japan, November 18-23, OS4-02-5, 2013. 
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3. Chiemi Oka, Kazunori Ushimaru, Nanao Horiishi, Takeharu Tsuge, Yoshitaka Kitamoto, “Fabrication of 
Magnetic/Biodegradable Composite Particles for Drug Carriers,” The 11th International Conference on 
Ferrites (ICF11), 17pA1-I-6 (2013). 
4. Ruzhi Zhang, Yoshitaka Kitamoto, “Magnetic and optical nanohybrids composed of FePt/Au nanoshell,” 
The 11th International Conference on Ferrites (ICF11), 17pP-75 (2013). 
5. Promoting the Yield of Silicon Nanoparticles Prepared by Laser Ablation in Liquid, P. Chewchinda, O. 
Odawara, H. Wada, 12th International Conference on Laser Ablation (2013) 
6. Preparation and Surface Modification of Upconversion Nanoparticles by Laser Ablation in Liquid, H. 
Wada, H. Kobayashi, K. Fujii, T. Nunokawa and O. Odawara, The 2013 the Japan Society of Applied Physics 
and the Materials Research Society Joint Symposia (2013) 
7. Optical Properties of YAG: Ce Nanoparticles Prepared by Laser Ablation in Liquid, H. Wada, N. Tsuruoka, 
Y. Inoue, T. Yodo, M. Hara, H. Yamamoto, O. Odawara, The 6th International Congress on Laser Advanced 
Materials Processing (2013) 
8. Luminescence Properties of Y3Al5O12: Ce3+ Nanoparticles Prepared by Laser Plasma, H. Wada, N. 
Tsuruoka, O. Odawara, The 12th Asia Pacific Physics Conference (2013) 
9. Synthesis of silica-coated upconversion nanoparticles Y2O3:Er,Yb by using polyvinylpyrrolidone, K. Fujii, 
T. Fuchigami, Y. Kitamoto, M. Hara, O. Odawara and H. Wada, 2nd International Conference on 
Biomaterials Science (2013) 
10. Photodynamic therapy with Y2O3: Er,Yb nanoparticles prepared by laser ablation in liquid, T. Ikehata, T. 
Nunokawa, M. Hara, O. Odawara, H. Wada, 2nd International Conference on Biomaterials Science (2013) 
11. Preparation rate of Y2O3: Er,Yb nanoparticles by laser ablation in liquid, T. Nunokawa, Y. Onodera, A. V. 
Gubarevich, O. Odawara, H. Wada, 5th International Symposium on Advanced Plasma Science and its 
Applications for Nitrides and Nanomaterials (2013) 
12. Laser Wavelength Effect on Size and Morphology of Silicon Nanoparticles Prepared by Laser Ablation in 
Liquid, P. Chewchinda, O. Odawara, H. Wada, 5th International Symposium on Advanced Plasma Science 
and its Applications for Nitrides and Nanomaterials (2013) 
13. Preparation of YAG:Ce Nanoparticles by Laser Ablation in Liquid, N. Tsuruoka, T. Katagiri, T. Sasagawa, 
K. Nakamura, O. Odawara, H. Wada, 30th Symposium on Plasma Processing (2013) 
 
（３）口頭発表論文 
1. 梶川浩太郎 チュートリアル講演「金属ナノ構造体の特異な光学応答とフォトニクスへの応用」第３回メタマ

テリアル講演会 東京大学 2013 年 2 月 21 日 
2.  藤村 隆史、張 茹芝、北本 仁孝、梶川 浩太郎、「離散双極子近似を用いた金属ナノ構造の光学応答の計算」

第１０回プラズモニクスシンポジウム 神戸大学 2013 年 1 月 25-26 日 
3. 梶川浩太郎「角度分解表面増強ラマン散乱」分光学会高感度部会第５回シンポジウム 平成 25 年 3 月 8 日

東京都千代田区サピアタワー（招待講演） 
4. 梶川浩太郎「液晶のナノフォトニクス」液晶の科学と応用－ポラリティ・キラリティ・フォトニクス－ 東

京工業大学大岡山キャンパス平成 25 年 3 月 8 日 
5. 手嶋大樹、藤村隆史、梶川浩太郎「ＭＩＭ構造における２次の非線形光学効果」 
2013 年第 60 回春季応用物理学会（神奈川工科大学）、2013.3.27～30 28a-A-6. 
6.  長井悠佑、山口達矢、梶川浩太郎「表面増強ラマン分光を用いたナノ領域の蓮の葉効果の観測」2013 年第

60 回春季応用物理学会（神奈川工科大学）、2013.3.27～30 28a-A-7. 
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7. 長井悠佑、藤村隆史、梶川浩太郎「色素ドープ液晶材料のＷＧＭレーザー発振」2013 年第 60 回春季応用物

理学会（神奈川工科大学）、2013.3.27～30 30a-G-9. 
8. Yusuke Nagai, Ryushi Fujimura and Kotaro Kajikawa, "Laser Emission from Dye-Doped Nematic Liquid 
Crystal Emulsions", Seventh International Conference on Molecular Electronics and Bioelectronics, 
Fukuoka International Conference Center, March 17-19, 2013. C-O8 
9. Kotaro Kajikawa, "Nonlinear Optics in Metal-Insulator-Metal Structure", 3rd Korea-Japan 
Metamaterials Forum, Ewha Womens University, June 26-28, 2013.(招待講演) 
9. 藤村隆史、梶川浩太郎「離散双極子近似による堆積型セミシェル構造の光学応答の計算 」第７４回応用物理

学会秋期学術講演会（同志社大学）、2013.9.16〜20、17a-P12-4. 
10. 高瀬友樹、藤村隆史、梶川浩太郎「誘電体層に液晶を用いた MIM 構造の光学特性 
」第７４回応用物理学会秋期学術講演会（同志社大学）、2013.9.16〜20、17a-P12-15. 
11.Thanh Pham Tien、藤村隆史、梶川浩太郎「表面プ ラズ モン共鳴を利用した透過型の液晶光双安定素子 」
第７４回応用物理学会秋期学術講演会（同志社大学）、2013.9.16〜20、19a-C4-7. 
12. Kotaro Kajikawa, "Nonlinear Plasmonics in Metal Insulator Metal Structure,", JSAP-OSA Joint 
Symposia 2013, 16a-D5-1, Doshisha University, Kyoto, Sep. 16 (2013).(招待講演) 
13. Yusuke Nagai, Ryushi Fujimura and Kotaro Kajikawa, “Coherent Random Laser Fluid of Nematic 
Liquid Crystal Emulsions”, Optics of Liquid Crystals 2013, Sep. 29-October 4, 2013, Ala Moana Hotel, 
Honolulu, Hawai USA, O-25, OLC2013-139 (2013). 
14. Pham Tien Thanh, Ryushi Fujimura, Yoichi Takanishi and Kotaro Kajikawa, “Low-power all-optical 
bistable device of twisted-nematic liquid crystal based on surface plasmons in a metal-insulator-metal 
structure”, Optics of Liquid Crystals 2013, Sep. 29-October 4, 2013, Ala Moana Hotel, Honolulu, Hawai USA, 
P-II, OLC2013-144 (2013). 
15. 梶川浩太郎「表面プラズモンの基礎と工学デバイスへの応用」大阪工業大学戦略的基盤形成支援事業プロジ

ェクト第３回成果報告会（招待講演）2013.10.29 大阪工業大学 
16. 石田 忠, 望月 翔太, 小俣 透, 高山 俊男：マイクロ笛を用いた腹腔鏡下手術用 MEMS 力センサの開発，日

本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会，1A1-C04，2013 

17. 黒田 一樹, 高山 俊男, 小俣 透：真空硬化性を有する腹腔内膨脹型リトラクタ，日本機械学会ロボティク

ス・メカトロニクス講演会，1A2-B13，2013 

18. 石田 忠, 小俣 透：マイクロ流路を用いた液体の時系列データとしての格納，日本機械学会ロボティク

ス・メカトロニクス講演会，1A2- O01,2013 

19. 齋藤 由佳理, 高山 俊男, 小俣 透, 渋谷 均 三浦 雅彦 渡邊 裕：口腔がん小線源治療の被ばく低減ための

遠隔線源装填装置，日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会,2A2-L01，2013 

20. 久松 直登，高山 俊男，小俣 透：バックドライバビリティ切替可能なウォームギヤ，ロボティクス・メカ

トロニクス講演会 2013，日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会，2P1-D03，2013 

21. 高山俊男，牧野雄太，小俣透，杉本太郎：咽頭がん手術用機械式 3 自由度動作変換マニピュレータ，第 22

回日本コンピュータ外科学 会，13(VI)-26，2013 

22. 宮本寛之，高山俊男，小俣透，大泉弘幸：胸腔鏡下手術に用いる吸盤を有する変形式肺ポジショナの開発～

構造の簡素化と吸着力の向上～，第 22回日 本コンピュータ外科学会，13（X）-43，2013 

23. 宮本寛之，高山俊男，小俣透，大泉弘幸：胸腔鏡下手術に用いる吸引式肺ポジショナの柔軟シリコーンゴム

を用いた開発，平成 25 年春季フルードパワーシステム講演会講演論文集，pp. 4-7 (2013) 
24. Yoshitaka Kitamoto, "Magnetic Capsules with Porous Nanoshell for Magnetically-Guided Drug Delivery 
System," 3rd Annual Symposium of Drug Delivery Systems (SDDS2013), 6-2 (2013). Invited talk 
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25. Ruzhi Zhang, Yoshitaka Kitamoto, "Fabrication of Multifunctional Magnetic Gold Nanocapsules for 
Image-guided Therapy and Drug Delivery," International Conference on BioElectronics, BioSensors, 
BioMedical Devices, BioMEMS/NEMS and Applications 2013 (Bio4Apps 2013) O-1A-4 (2013). 
26. Yoshitaka Kitamoto, "Porous Magnetic Capsules for Magnetically-Guided Drug Delivery System," 
International Conference on BioElectronics, BioSensors, BioMedical Devices, BioMEMS/NEMS and 
Applications 2013 (Bio4Apps 2013) O-1B-5 (2013). 
27. Chiemi Oka, Yoshitaka Kitamoto, "Preparation of Magnetic and Biodegradable Beads for Drug Carrier," 
International Conference on BioElectronics, BioSensors, BioMedical Devices, BioMEMS/NEMS and 
Applications 2013 (Bio4Apps 2013) PE-5 (2013). 
 
平成 24年度 

（１）ジャーナル論文 
1. G. Ramakrishnan, N. Kumar, P. C. M. Planken, D. Tanaka and K. Kajikawa, “Surface Plasmon-enhanced 
terahertz emission from a hemicyanine self-assembled monolayer”, Opt. Exp. 20, 4, (2012) 4067(7pages).    
2. D. Tanaka, O. Kuraishi, K. Ozaki and K. Kajikawa, “Electrooptic Properties of Submonolayer 
Polydiacetylene Nanoparticle Film Probed by Surface Plasmon Resonance Spectroscopy”, Jpn. J. Appl. Phys., 
51, 032601(2012).    
3. Oki Kuraishi, Daisuke Tanaka, Masayuki Shimojo and Kotaro Kajikawa, "Optical and Electrical Kerr 
Effects in Polydiacetylene Nanoparticle Submonolayer Probed by Surface Plasmon Resonance Spectroscopy", 
J. Phys. D: Applied Physics, 40, 235105(2012). 
4. Amir Syahir, Kotaro Kajikawa, and Hisakazu Mihara, "Sensitive Detection of Small Molecule-Protein 
Interactions on a Metal-Insulator-Metal Label-Free Biosensing Platform", Chem. Asian J. 7, 1867-1874 
(2012). 
5. Yusuke Nagai, Tatsuya Yamaguchi and Kotaro Kajikawa, "Angular-Resolved Polarized Surface Enhanced 
Raman Spectroscopy", J. Phys. Chem. C, 116, 9716-9723 (2012). 
6. Kotaro Kajikawa, Yusuke Nagai, Yuichi Uchiho, Gopakumar Ramakrishnan, Nishant Kumar, Gopika K. P. 
Ramanandan, and Paul C. M. Planken, "Terahertz emission from surface-immobilized gold nanospheres", 
Opt. Lett. 37 (19) 4053-4055 (2012). 
7. Toshio Takayama, Takahiro Yamana and Toru Omata: Three-Fingered Eight-DOF Hand That Exerts 100 
N Grasping Force with Force-Magnification Drive, IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, Vol.17, No.2, 
April, 2012.  
8. 高山 俊男，荒川 貴文，小俣 透：干渉駆動を用いた変速駆動装置の開発，日本機械学会論文集（C 編），第

78 巻第 794 号，pp. 3541-3551，2012． 
9. 宇都有昭, 関晴之,村瀬亨,高岸成典,小杉幸夫: 携行型人肌検出装置の開発、電子情報通信学会論文誌 D, Vol. 
J95-D, No.5, pp.1312-1316 (2012) 
10.  Kuniaki Uto and Yukio Kosugi: Hyperspectral Manipulation for the Water Stress Evaluation of Plants, 
Contemporary Materials - Solid State Matter, Biomaterials, Nanomaterials, Water, III-1, pp.18-25 (2012) 
11. 小田川信哉，小杉幸夫，齋藤元也，宇都有昭，佐々木由佳，小田九二夫，加藤 雅胤：航空機ハイハースペ

クトルテータを用いた水稲の生育・収量・タンパク含有率の推定手法の開発，写真測量とリモートセンシング，

Vol.51, No.5, pp.270-284（2012） 
12. 関晴之，宇都有昭，小杉幸夫：LED 光源下での印刷画像の表色定量評価，画像学会誌，第 51 巻，6 号，

pp.1312-1316（2012） 
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13. Electromagnetic interference shielding efficiency in the range 8.2-12.4GHz of polymer composites with 
dispersed carbon nanoparticles, A. V. Gubarevich, K. Komoriya, O. Odawara, Eurasian 
Chemico-Technological Journal, 14, 55 (2012) 
14. NiO-Al combustion synthesis as applied to joining Al2O3 ceramics, W.W. Wu, A.V. Gubarevich, H. Wada, 
O. Odawara, International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis, 21, 146 (2012) 
15. A Pneumatic Joint for Enhancement of Spacesuit Flexibility, K. Ikema, A. Gubarevich, O. Odawara, 
Journal of Aerospace Engineering, 10.1061/(ASCE)AS.1943-5525.0000267 (2012) 
16. Afterglow Properties of Silica-Capped Sr2MgSi2O7: Eu,Dy Nanoparticles Prepared by Laser Ablation in 
Ethanol, M. Ishizaki, T. Fuchigami, T. Katagiri, T. Sasagawa, Y. Kitamoto, O. Odawara, H. Wada, CheM, 
2012, 47 (2012) 
17. Preparation of Y2O3 : Er, Yb Nanoparticles by Laser Ablation in Liquid、Takashi Nunokawa, Yuji 
Onodera, Masahiko Hara, Yoshitaka Kitamoto, Osamu Odawara, Hiroyuki Wada, Applied Surface Science, 
261, 118 (2012) 
18. Preparation of SiO2-capped Sr2MgSi2O7: Eu,Dy Nanoparticles with Laser Ablation in Liquid、Mika 
Ishizaki, Takao Katagiri, Takao Sasagawa, Yoshitaka Kitamoto, Osamu Odawara, Hiroyuki Wada, Journal 
of Nanotechnology, 2012, 435205 (2012) 
19. Optical Properties of Afterglow Nanoparticles Sr2MgSi2O7: Eu2+, Dy3+ Capped with Polyethylene 
Glycol, Fumitaka Yoshimura, Mika Ishizaki, Fumihiro Wakai, Masahiko Hara, Osamu Odawara, and 
Hiroyuki Wada, Advances in Optical Technologies, 2012, 814745 (2012) 
 
（２）査読付き国際会議論文 
1. Maroay Phlernjai, Toshio Takayama, Toru Omata,"Development of Cable-Driven Force Magnification 
Mechanism", Proc. of The 2nd IFToMM ASIAN Conference on Mechanism and Machine Science, Tokyo, 
Japan, November 7 -10, 2012, ID 70. 
2. Morphology of Si nanoparticles prepared by laser ablation in liquid、Hiroyuki Wada, Hiroki Kobayashi, 
Pattarin Chewchinda, Osamu Odawara, , 11th Asia Pacif. Conf. Plasma Sci. Technol. (2012) 
3. Influence of Laser Intensity on Optical Properties of Y2O3:Er,Yb Nanoparticles by Laser Ablation in 
Liquid、Y. Onodera, T. Nunokawa, O. Odawara and H. Wada、IUMRS International Conference on Electronic 
Materials (2012) 
4. Silicon Nanoparticles Prepared by Pulsed Laser Ablation in Liquid、P. Chewchinda, Y. Kitamoto, O. 
Odawara and H. Wada、IUMRS International Conference on Electronic Materials (2012) 
5. Effects of Energy Densities on Preparation of Y2O3: Er,Yb Nanoparticles by Laser Ablation in Liquid、
Takashi Nunokawa, Yuji Onodera, Masahiko Hara, Yoshitaka Kitamoto, Osamu Odawara and Hiroyuki 
Wada、5th International Conference on Science and Technology of Advanced Ceramics (2012) 
6. Optical Properties of Y2O3: Er,Yb Nanoparticle Prepared by Laser Ablation in Liquid、Y. Onodera, T. 
Nunokawa, K. Nakamura, Y. Kitamoto, O. Odawara and H. Wada、2nd Conference on Laser Ablation for 
Nanoparticles Generation in Liquids (2012) 
 
（３）口頭発表論文 
1. 田中大輔，梶川浩太郎 「表面プラズモン共鳴を利用した PDA ナノ粒子のポッケルス効果」、2012 年第 59
回春季応用物理学会（早稲田大学）、2012.3.15～18 16P-GP1-12（ポスター) 
2. 山口達矢，梶川浩太郎 「異なる局在プラズモン共鳴状態を持つ金ナノ粒子の 2 光子励起発光」、2012 年第
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59 回春季応用物理学会（早稲田大学）、2012.3.15～18 16P-GP1-16（ポスター） 
3. 梶川浩太郎 「表面プラズモンのライフ分野への応用」、研究会「グリーン＆ライフイノベーションに向けた

次世代ナノ材料・デバイス」（産業技術総合研究所臨海副都心センター・東京）、2012.1.16（招待講演） 
4. 田中大輔・梶川浩太郎 「PDA コア Au シェル構造のプラズモン共鳴特性（Plasmon resonance property of 
PDA core Au shell structure）」、第 9 回プラズモニクスシンポジウム（九州大学・福岡）、2012.1.23～24 （口

頭発表） 
5. 梶川浩太郎 「表面プラズモンのバイオセンシング分野への応用」、第 1 回電子光技術シンポジウム「電子光

技術が拓く未来の可能性」－安全・安心で接続的な社会の実現に向けてー（産業技術総合研究所臨海副都心セン

ター・東京）、2012.2.22 （招待講演） 
6. 梶川浩太郎「表面プラズモンのバイオ分野への応用」日本光学会・ナノオプティクス研究グループ研究討論会 
第 20 回記念シンポジウム 慶応大学日吉キャンパス 来往舎 2012 年 5 月 23 日（招待講演） 
7. 梶川浩太郎「角度分解偏光表面増強ラマン散乱」Ｍ＆ＢＥ研究会 2012 年 6 月 22 日三重大学 産業創成研

究拠点 セミナー室 （招待講演）. 
8. Thanh Pham Tien, Ryushi Fujimura and Kotaro Kajikawa, "Low-power all-optical bistable device of 
twisted-nematic liquid crystal based on surface plasmons in a metal-insulator-metal structure" PP-23 The 
1st Asian Conference on Liquid Crystals (ACLC2012) December 16(Sun)-18(Tue), 2012 at Fuji Calm, 
Fuji-Yoshida. 
9. Yusuke Nagai, Ryushi Fujimura and Kotaro Kajikawa, "Two Lasing Modes in Dye-Doped Nematic Liquid 
Crystals :Random and WhisperingGallery-Mode Lasers" OA-15 on 18th Dec.  PP-23 The 1st Asian 
Conference on Liquid Crystals (ACLC2012) December 16(Sun)-18(Tue), 2012 at Fuji Calm, Fuji-Yoshida. 
10. 高山俊男，小俣透，大泉弘幸，貞弘光章：オフポンプ冠動脈バイパス手術用組立式スタビライザー，第 21

回日本コンピュータ外科学 会，12(VI) -32，2012. 

11. 齋藤由佳理，高山俊男，小俣透，渋谷均，三浦雅彦，渡邊裕：口腔がん小線源治療の被爆低減のための遠隔

線源装填装置，第 21回日本コンピュータ外科学会，12(XI) -54，2012. 

12. 黒田 一樹, 高山 俊男，小俣 透：螺旋展開型カプセル内視鏡用ブレーキ, 日本機械学会ロボティクス・メ

カトロニクス講演会,2A1-R11,2012. 

13.斉藤 由佳理，荒川 貴文，高山 俊男，小俣 透，渋谷 均，三浦 雅彦，渡邊裕：口腔がんのための小線源治

療遠隔操作システムの開発，日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会，2P1-T02，2012. 

14. 高山 俊男，香川 裕介，小俣 透：音を用いた 3 軸力センサ搭載把持鉗子の機構設計，日本ロボット学会第

30回学術講演会，RSJ2012AC2L2-3，2012. 

15. 望月 翔太，小俣 透，高山 俊男，石田 忠：腹腔鏡下手術用鉗子のための音を用いた力センサの温度補償，

日本ロボット学会第 30回学術講演会，RSJ2012AC2L2-4，2012. 

16. Maroay PHLERNJAI, Toshio TAKAYAMA, Toru OMATA：Cable-Driven Force Magnification Mechanism 
with Back-drivability，日本ロボット学会第 30 回学術会，RSJ2012AC4B3-3，2012. 
17. 堀 智幸，高山 俊男，小俣 透：刺状突起による多重チューブ管内推進装置の性能向上，日本ロボット学会

第 30回学術講演会，RSJ2012AC4F2-6，2012 

18. 小俣 透：流体を用いた手術機器，F112004，日本機械学会 2012年度年次大会, 2012. 

19. 高山 俊男，小俣 透，小嶋 一幸， 大泉弘幸，”ロボット技術を医療器具に応用するための工夫”，第 25 会

日本内視鏡外科学会総会(討論会パネリスト)，WS10-6，横浜，Dec. 2012 

 

平成 23年度 

（１）ジャーナル論文 
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1. D. Tanaka, H. Karube, M. Shimojo and K. Kajikawa, “Micropatterning of polydiacetylene Nanoparticle 
Monolayer Based on Ultraviolet or Electron Beam Polymerization”, Appl. Phys. Exp., 4, 121604(2011) .    
2. D. Tanaka, T. Yamaguchi, G. Gupta, H. Okawa, K. Hashimoto and K. Kajikawa, “Second harmonic 
generation from hemicyanine self-assembled monolayer on near-hemispherical gold nanoparticles”, J. Phys. 
D: Appl. Phys., 44, 425301(2011) .  
3. K. Oishi and K. Kajikawa, “Plasmonic all-optical bistable device based on nematic liquid crystal”, Opt. 
Commun., 284, 3445-3448(2011).   
4. Y. Yamaguchi, H. Okawa, K. Hashimoto, M. Shimojo and K. Kajikawa, “Phase of the electronic field 
localized at surface-immobilized gold nanospheres determined by second-harmonic, interferometry”, Phys. 
Rev. B, 83, 085425(2011).   
5. Mikio Osaki, Toshio Takayama, Toru Omata, Toshiki Ohya, Kazuyuki Kojima, Kozo Takase and Naofumi 
Tanaka: Proposal of Single Trocar Assemblable Hand for Laparoscopic Surgery, Advanced Robotics, Vol.25, 
No.13-14, pp. 1713-1728, 2011. 
6. 宮本寛之，高山俊男，小俣透，小嶋一幸，高瀬浩造，田中直文：水圧駆動腹腔内組立式ハンドの開発（水圧駆

動の利点検証），日本フルードパワー学会論文集，42 巻 5 号，pp.101-107，2011. 
7. Hamed Akbari, Kuniaki Uto, Yukio Kosugi, Kazuyuki Kojima and Naofumi Tanaka : “Cancer Detection 
Using Hyperspectral Imaging”, Cancer Science, vol.102, no.4, pp.852-857 (2011) 
8. Noriaki Hashimoto, Yuri Murakami, Pinky A. Bautista, Masahiro Yamaguchi, Takashi Obi, Nagaaki 
Ohyama, Kuniaki Uto and Yukio Kosugi: “Multispectral image enhancement for effective visualization”, 
Optics Express, Vol.19, No.10, pp.9315-9329 (2011) 
9. 関晴之、宇都有昭、小杉幸夫：ハイパースペクトルセンサによるカラー印刷画像の分光スペクトルデータ取得

と評価、日本画像学会誌、191 号, Vol.50, No.3, pp.208-21（2011） 
10. 向山信治、宇都有昭、小杉幸夫、斎藤元也、小田九二夫:産業用無人ヘリコプター搭載型ハイパースペクトル

観測による稲葉の SPAD値推定技術に関する基礎的研究、写真測量とリモートセンシング, vol.50, no.2, pp.90-95 
(2011) 
11. 工藤千秋、本多満、稲垣卓司、北岡哲子、小杉幸夫：「うつ病から認知症へのスペクラム」―早期認知症にお

ける鑑別診断の重要性―、日本早期認知症学会論文誌、Vol.4, No.1, pp.17-22 (2011) 
12. 枝長孝幸、宇都有昭、小杉幸夫：LED 照明の逐次点灯を利用した赤外マルチバンド画像の取得手法に関する

研究、写真測量とリモートセンシング, Vol.50, No.6, pp.328-338（2011） 
13. 小田川信哉、加藤雅胤、州浜智幸、齋藤元也、小杉幸夫：波長較正による航空機ハイパースペクトラルイメ

ージャのアーティファクト低減、写真測量とリモートセンシング, Vol.50, No.6, pp.347-360（2011） 
14. Nanosized hexagonal Mn- and Ga-doped BaTiO3 with reduced structural phase transition temperature, 
H. Natsui, O. Odawara, J. Yu, S. Yoda, Applied Physics Letters, 98, 132909 (2011) 
15. Volume Combustion Synthesis of NiAl as Applied to Ceramics Joining, W.W. Wu, A.V. Gubarevich, H. 
Wada, O. Odawara, Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis, 20(2), 94 (2011) 
16. Optical Properties of ZnO Nanoparticles Capped with Polymers, S. Tachikawa, A. Noguchi, T. Tsuge , M. 
Hara , O. Odawara and H. Wada, Materials 2011, 4(6), 1132 (2011) 
17. Preparation of Long-Afterglow Colloidal Solution of Sr2MgSi2O7: Eu2+, Dy3+ by Laser Ablation in 
Liquid, F. Yoshimura, O. Odawara, H. Wada, Applied Surface Science, 257(6), 2170 (2011) 
18. Structures and optical properties of ZnO nanoparticles capped with polyethylene glycol, S. Tachikawa, A. 
Noguchi, M. Hara, O. Odawara, H. Wada, Journal of Ceramic Processing Research, 12, s215 (2011) 
19. Preparation and Optical Properties of Rare Earth Doped Y2O3 Nanoparticles Synthesized by Thermal 

 ― 102 ―  ― 103 ―



Decomposition with Oleic Acid, N. Takahashi, A. Gubarevich, J. Sakurai, S. Hata, T. Tsuge, Y. Kitamoto, Y. 
Yamazaki, O. Odawara and H. Wada, Advanced Materials Research, 332-334, 1974 (2011) 
20. Optical Properties of ZnO Nanoparticles Capped with Polymers, S. Tachikawa, A. Noguchi , T. Tsuge , M. 
Hara , O. Odawara, H. Wada, Materials, 4, 1132 (2011) 
 
（２）査読付き国際会議論文 

1. Mikio Osaki, Toru Omata, Toshio Takayama, and Hiroyuki, Ohizumi: Transformable Lung Positioner for 
Thoracoscopic Surgery, IEEE/SICE International Symposium on System Integration, Kyoto Japan, 
December 20-22, 2011, pp.138-143. 
2. Mikio Osaki, Toru Omata, Toshio Takayama, and Tadashi Sawanobori: Assemblable Hand for 
Laparoscopic Surgery with Ultrasound Probes, IEEE/SICE International Symposium on System Integration, 
Kyoto Japan, December 20-22, 2011, pp.156-161 
3. Preparation of Rare Earth Doped Y2O3 Nanoparticles Synthesized by Thermal Decomposition, N. 
Takahashi, A. Gubarevich, J. Sakurai, S. Hata, T. Tsuge, Y. Kitamoto, Y. Yamazaki, O. Odawara, and H. 
Wada, International Conference on Textile Engineering Materials (2011) 
4. Preparation of Y2O3: Er,Yb Colloidal Solution by Laser Ablation in Liquid, T. Nunokawa, Y. Onodera, K. 
Nakamura, O. Odawara, and H. Wada, 5th International Conference on Science and Technology of Advanced 
Ceramics (2011) 
5. Preparation of Sr2MgSi2O7 nanoparticles for bioimaging, F. Yoshimura, M. Ishizaki, O. Odawara, and H. 
Wada, International Conference on Biomaterials Science (2011) 
 
（３）口頭発表論文 
1. 長井悠佑，山口達矢，梶川浩太郎、「表面増強偏光ラマンスペクトルによる金ナノ粒子への自己組織化単分子

膜吸着構造の評価」第 72 回応用物理学会学術講演会（山形大学）30p-P13-7 8 月 30 日 
2. 梶川浩太郎 「表面プラズモンのバイオ分野への応用」、次世代ナノ技術に関する時限研究専門委員会 第 3
回研究会、材料デバイスサマーミーティング 2011（機械振興会館・東京）、2011.6.30（招待講演） 
3. Yuichi Uchiho, M. Shimojo and K. Kajikawa, " Optical Rectification and Electrooptic Effect of Plasmonic 
Metamolecule", SPP5 (The 5th International Conference on Surface Plasmon Photonics) Busan Korea, 15-20 
May 2011. 
4. Daisuke Tanaka and Kotaro Kajikawa, "Optical rectification in self-assembled monolayers probed at 
surface plasmon" PP5 (The 5th International Conference on Surface Plasmon Photonics) Busan Korea, 
15-20 May 2011. 
5. 荒川貴文，高山俊男，小俣透，渋谷均，三浦雅彦，渡邊裕：口腔がんのための小線源挿入遠隔装置の開発，第

20回日本コンピュータ外科学会，11(XVII) -82，2011 

6. 千葉剛樹 高山俊男 小俣透：バックドライブ可能な把持力増大機構の開発,第 29 回日本ロボット学会学術講

演会，RSJ2011AC1P1-1，2011 

7. 堀智幸，高山俊男，小俣 透：三つ編みチューブ管内推進装置，第 29 回日本ロボット学会学術講演会，

RSJ2011AC1P2-3，2011 

8. 香川裕介 小俣透 高山俊男：音を用いた腹腔鏡下手術用力センサの小型化と分解能向上，第 29回日本ロボッ

ト学会学術講演会，RSJ2011AC3C1-2，2011 

9. 高山 俊男，千葉 剛樹，小俣 透：高速駆動時にバックドライブ可能な大把持力ロボットハンド，日本機械学

会ロボティクス・メカトロニクス講演会，1A2-I02，2012 
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10. 堀 智幸，高山 俊男，小俣 透：管内螺旋捻転推進装置―空気圧駆動による高速化―, 日本機械学会ロボテ

ィクス・メカトロニクス講演会，2A2-M08，2011 

11. 大崎 幹生, 小俣 透, 高山 俊男, 澤登 正：腹腔内組立式ハンドのための超音波を用いた接触センシング，

日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会，2P2-H03，2011 

 
２．外部機関との連携  
  東京医科歯科大学との連携（ただし個人レベル） 
 
３．セミナー、シンポジウム開催 
  ・合同セミナー開催（ただし，内輪向け） 
      日時：平成 23 年 6 月 16 日  
      場所：本キャンパスすずかけホール 

  ・他の主催シンポジウムに協力 
     平成 24 年 11 月 17 日  
       医師工学連携研究センターシンポジウムのポスター発表に協力 
     平成 25 年 11 月 9 日  
       第 2 回次世代がん治療推進専門家養成シンポジウムのポスター発表に協力 
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⑥ 大気圧プラズマプロセシングコアユニット 

創造エネルギー専攻 准教授 沖野 晃俊 

機械物理工学専攻 教授 大竹尚登 

化学環境学専攻 準連携教授 渡辺 隆行 

創造エネルギー専攻 特任助教 宮原秀一 

 

 

 

    

 

 

著書 

1. 沖野晃俊（分担），日本分析化学会編，分析化学実技シリーズ ICP発光分析，共立出版 (2013). 

2. 沖野晃俊（分担），技術シーズを活用した研究開発テーマの発掘，技術情報協会 (2013). 

3. 沖野晃俊，宮原秀一（分担），超微量成分・微小試料分析，技術情報協会 (2013). 

4. 沖野晃俊 編著，大気圧プラズマ技術とプロセス応用，シーエムシー出版 (2011). 

5. 沖野晃俊，宮原秀一（分担），マイクロ・ナノプラズマ技術とその産業応用，シーエムシー出版 (2011). 

 

原著論文，解説 

1. Takahiro Iwai, Anastasia Albert, Kensuke Okumura, Hidekazu Miyahara, Akitoshi Okino and Carsten Engelhard, 

Fundamental properties of noble-gas atmospheric damage-free multi-gas plasma jet and its application to 

ambient desorption/ionization mass spectrometry, J. Anal. At. Spectrom. (2014).(in press) 

2. Hidekazu Miyahara, Takahiro Iwai, Yoichi Nagata, Yuchiro Takahashi, Osamu Fujita, Yukio Toyoura and 

Akitoshi Okino, Development and fundamental investigation of He plasma ionization detector (HPID) for 

gas chromatography using DC glow discharge, J. Anal. At. Spectrom. (2014).(in press) 

3. Takahiro Iwai, Yuichiro Takahashi Hidekazu Miyahara, and Akitoshi Okino, Development of atmospheric plasma 

soft ablation method (APSA) for elemental analysis of materials on the heat-sensitive substrate, Anal. 
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Sci., 29, 12 (2013).(in press) 

4. 宮原秀一，鏑木結貴，岩井貴弘，沖野晃俊，ドロプレット試料導入が自励式高周波電源により発生した ICP へ与

える影響の調査，分析化学 (2013).(in press) 

5. Yuki Kaburaki, Akito Nomura, Yukiko Ishihara, Takahiro Iwai, Hidekazu Miyahara, Akitoshi Okino, 

Development of an injection gas heating system for introduction large droplets, Anal. Sci., 29, 12 

(2013).(in press) 

6. 宮原秀一，鏑木結貴，岩井貴弘，沖野晃俊，ドロプレット試料導入法に適した自励式高周波電源による ICP の発

生と電源の発振周波数変動の調査，分析化学 (2013).(in press) 

7. Kaori Shigeta, Gunda Köllensperger, Evelyn Rampler, Heike Traub, Lothar Rottmann, Ulrich Panne, Akitoshi 

Okino and Norbert Jakubowski, Application of a micro droplet generator for an ICP-sector field mass 

spectrometer - Optimization and analytical characterization, J. Anal. At. Spectrom., 28, pp.646-656 

(2013). 

8. 宮原秀一, 柴田萌, 大下貴也, 高松利寛, 沖野晃俊, ダメージフリーマルチガスプラズマジェットによるポリイ

ミドフィルムの親水化処理, 化学工学論文集, 39, 4, pp.372-377 (2013). 

9. Kaori Shigeta, Gunda Köllensperger, Evelyn Rampler, Heike Traub, Lothar Rottmann, Ulrich Panne, Akitoshi 

Okino and Norbert Jakubowski, Sample introduction of single selenized yeast cells (Saccharomyces 

cerevisiae) by micro droplet generation into ICP-Sector Field Mass Spectrometer for label free detection 

of trace elements, J. Anal. At. Spectrom., 28, pp.637-645 (2013). 

10. 鏑木結貴, 沖野晃俊, ドロプレット試料導入法を用いた微少量試料の発光／質量分析, 分光研究, 62 (2013). 

11. Toshihiro Takamatsu, Hideyuki Hirai, Ryota Sasaki, Hidekazu Miyahara and Akitoshi Okino, Surface 

Hydrophilization of Polyimide Films using Atmospheric Damage-Free Multi-Gas Plasma Jet Source, IEEE Trans. 

on Plasma Sci., 41, 1, pp.119-125 (2013). 

12. 宮原秀一, 鏑木結貴, 岩井貴弘, 沖野晃俊, 亜酸化窒素ガス混合による空気誘導結合プラズマの分光学的特性の

変化, 分析化学, 61, pp.917-924 (2012). 

13. 沖野晃俊, 宮原秀一, 中島尚紀, 大気圧プラズマによる酸化銅の高速還元処理, Material Stage, 12, pp.57-60 

(2012). 

14. 沖野晃俊, 宮原秀一, プラズマの基礎と大気圧プラズマの新展開, 化学と教育, 60, pp.370-375 (2012). 

15. Ryoji Umehara, Hidekazu Miyahara, Akitoshi Okino, Makoto Harada and Tetsuo Okada, Wide-Bore Capillary 

Hydrodynamic Chromatography with ICP-MS Detection for Evaluation of Lanthanide Uptake by Molecular 

Aggregates, Analytical Sciences, 28, pp.359-365 (2012). 

16. 宮原秀一, 鏑木結貴, 沖野晃俊, 大気圧プラズマを用いた単一細胞分析, Optronics, オプトロニクス社, 366, 

pp.102-106 (2012). 

17. 沖野晃俊, 中島尚紀, 大気圧プラズマの最前線, Optronics, オプトロニクス社, 366, pp.78-82 (2012). 

18. Qiushi Zhu, Takahiro Muto, Junzaburo Yamada, Nozomu Kishi, Masato Watanabe, Akitoshi Okino, Kazuhiko 

Horioka and Eiki Hotta, Estimation of electron temperature and density of the decay plasma in a 

laser-assisted discharge plasma extreme ultraviolet source by using a modified Stark broadening method, 

J. Appl. Phys., American Institute of Physics, 110, pp.123302-8 (2011). 

19. 岩井貴弘, 鏑木結貴, 沖野晃俊, 大気圧非平衡プラズマを用いた新しい励起・イオン化法, ぶんせき, 2011, 11, 

pp.662-667 (2011). 

20. Q. Zhu, J. Yamada, N. Kishi, M. Watanabe, A. Okino, K. Horioka and E. Hotta, Investigation of the dynamics 

of the Z-pinch imploding plasma for a laser-assisted discharge-produced Sn plasma EUV source, J. Phys. 

D: Appl. Phys., Institute of Physics, Vol. 44, 145203, pp.1-11 (2011). 
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21. Toshiyuki Tamura, Yuki Kaburaki, Ryota Sasaki, Hidekazu Miyahara and Akitoshi Okino, Direct Decomposition 

of Anesthetic Gas Exhaust using Atmospheric Pressure Multi-Gas Inductively Coupled Plasma, IEEE Trans. 

on Plasma Science, 39, 8, pp.1684-1688 (2011). 

22. 永田洋一，宮原秀一，大場吾郎，磯辺高範，嶋田隆一，堀田栄喜，沖野晃俊，微量元素分析用高周波／パルス重

畳大気圧マイクロプラズマ源の評価，電気学会論文誌 A, 130, 7, pp.669-676 (2010). 

23. 後藤優，佐々木良太，宮原秀一，堀田栄喜，沖野晃俊，大気圧マルチガスプラズマ源を用いた手術用麻酔ガスの

直接分解処理，電気学会論文誌 A, 130, 3, pp.281-284 (2010). 

24. 沖野晃俊，佐々木良太，永田洋一，重田香織，岩井貴弘，宮原秀一，大気圧マルチガスプラズマ源の開発と産業

応用，プラズマ・核融合学会誌, 86, 1, pp.40-42 (2010). 

25. Qiushi Zhu, Junzaburo Yamada, Nozomu Kishi, Tomonao Hosokai, Masato Watanabe, Akitoshi Okino, Kazuhiko 

Horioka and Eiki Hotta, Structure and Expansion Characteristics of Laser Ablation Tin Plasma into a Vacuum, 

Jpn. J. Appl. Phys., 49, 56201 (2010). 

26. 重田香織，永田洋一，岩井貴弘，宮原秀一，沖野晃俊，大気圧プラズマを用いた微量元素分析技術，電気学会論

文誌 A, 130, 10, pp.955-962 (2010). 

27. 宮原秀一，重田香織，中島尚紀，永田洋一，沖野晃俊，ナノリットル試料分析のための試料導入法および励起・

イオン化源の開発，分析化学, 59, pp.363-378 (2010). 

 

受賞 

1. 石原由紀子 平成 25年度日本分光学会年次講演会若手ポスター賞 (2013). 

2. 岩井貴弘 Department of Energy Sciences Best Presentation Award (2013). 

3. 高松利寛 Department of Energy Sciences Presentation Award (2013). 

4. 野村亮仁他 Jounal of Analytical Atomic Spectrometry Poster Prize (2013). 

5. 奥村健祐他 プラズマ分光分析研究会会長特別賞 (2013). 

6. 石原由紀子他 プラズマ分光分析研究会会長特別賞 (2013). 

7. 高妻智一 平成 24年度創造エネルギー専攻優秀論文発表賞(2013). 

8. 野村亮仁 平成 24年度日本分光学会年次講演会若手ポスター賞 (2012). 

9. 鏑木結貴 2012 Department of Energy Sciences Best Presentation Award (2012). 

10. 野村亮仁 日本分析化学会第 61年会若手講演ポスター賞 (2012). 

11. 高松利寛他 Bioelectrics 2012 Best Poster Award (2012). 

12. 野村亮仁他 '12筑波セミナーイーブニングセミナーポスター賞（第二位）(2012). 

13. 高妻智一他 '12筑波セミナーイーブニングセミナーポスター賞（第三位）(2012). 

14. 柴田萌 平成 23年度創造エネルギー専攻優秀論文発表賞 (2012). 

15. 高妻智一 平成 23年度日本分光学会年次講演会若手ポスター賞 (2011). 

16. 大下貴也 PLASMA 2011 若手優秀発表賞 (2011). 

17. 鏑木結貴 日本分析化学会第 60年会若手講演賞(2011). 

18. 鏑木結貴 2011 FACSS Student Poster Award (2011). 

19. 柴田萌 2011 Department of Energy Sciences Presentaion Award (2011). 

20. 高妻智一 日本分析化学会第 60年会ポスター賞(2011). 

21. 岩井貴弘 CSI XXXVII Elsevier's Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy Poster Award (2011). 

22. 根岸祐多 ICAS 2011 JAAS Poster Presentation Award (2011). 

23. 田村利幸 電気学会基礎・材料・共通部門優秀論文発表賞 (2011). 

24. 岩井貴弘 優秀修士論文研究賞 (2011). 
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25. 岩井貴弘 European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry Poster Award (2011). 

26. 鏑木結貴 平成 22年度日本分光学会年次講演会若手ポスター賞 (2010). 

27. 重田香織 2010 Department of Energy Sciences Presentaion Award (2010). 

28. 田村利幸 2010 Department of Energy Sciences Presentaion Award (2010). 

29. 岩井貴弘 日本分析化学会第 59年会若手ポスター賞 (2010). 

30. 岩井貴弘他 '10筑波セミナーイーブニングセミナーポスター賞（第一位）(2010). 

31. 鏑木結貴他 '10筑波セミナーイーブニングセミナーポスター賞（第二位）(2010). 

32. 佐々木良太他 8th International Conference on Coatings on Glass and Plastics Poster Presentation Award 

(1st prize) (2010). 

 

主な招待講演 

1. 大気圧プラズマによる表面付着物の分析, 東北大学金属材料研究所ワークショップ (2013.12). 

2. 新しい大気圧プラズマ装置の開発と表面処理，医療，環境分野への応用, 応用物理学会関西支部表面・界面顕微

分析セミナー (2013.10). 

3. 低温プラズマを応用した機器開発, 医療イノベーション神戸連携システム (MIKCS) 第 7回例会 (2013.9). 

4. 大気圧プラズマの応用研究とプラズマベンチャーの起業, プラズマ核融合学会 第 52 回プラズマ若手夏の学校 

(2013.9). 

5. 新しい大気圧プラズマ装置の開発と環境・医療・材料応用, 新規事業研究会 第 249回月例研究会 (2013.4). 

6. 大気圧プラズマ装置の開発と環境・医療・表面処理応用,  表面技術協会めっき部会 3 月例会, pp.33-45 

(2013.3). 

7. 大気圧プラズマの医療関連応用 - 殺菌，創傷治療，表面改質，余剰ガス分解, 医療イノベーション神戸連携シ

ステム (MIKCS) 第 4回例会 (2013.3). 

8. 革新的大気圧プラズマ装置の開発と表面処理応用, 2013 燃料電池展 (FC EXPO) (2013.2). 

9. 手でさわれる大気圧・低温プラズマとその応用,  科学技術者フォーラム 第 128回セミナー (2013.2). 

10. 大気圧マイクロプラズマを用いたガスクロマトグラフ用高感度検出器の開発, 東北大学金属材料研究所ワークシ

ョップ, pp.43-46 (2012.12). 

11. さわれるプラズマの医療応用に向けて, 東工大ライフ・エンジニアリング機構 第 3回シンポジウム (2012.12). 

12. 医療応用に向けた温度制御大気圧プラズマの開発, 第 1回分光イノベーション研究会 (2012.11). 

13. さわれるプラズマが拓くプラズマ医療, 首都圏支部（第 1回）・関甲信支部（第 49回）医学検査学会, 公開特別

講演 (2012.11). 

14. 新しい大気圧プラズマ装置の開発と表面処理および医療分野への応用, 化学工学会第 44 回秋季大会, シンポジ

ウム「プラズマプロセッシングによる化学工学の新展開」 (2012.9). 

15. 温度制御された低温プラズマの医療分野への応用, 第 26 回 蔵前科学技術セミナー 優しく確かな医療 ～理工医

の連携による成果～ (2012.9). 

16. 人体に直接照射できるプラズマの開発と表面処理応用, 近畿情報システム産業協議会 (2012.8). 

17. 新しい大気圧プラズマ装置の開発と微量元素分析，環境浄化，表面処理への応用, 電気学会神奈川支所講演会 

(2012.7). 

18. 温度制御が可能な表面処理用の新しい大気圧プラズマ装置, FC Expo 2012 (2012.2). 

19. 新しい大気圧プラズマ装置の開発と環境・医療・材料分野への応用, あいち産業科学技術センター 大気圧プラ

ズマの産業利用に関する技術講演会 (2012.1). 

20. Surface treatment using atmospheric plasma and measurement by Raman-11, The latest applications by the 

Modern Laser Raman Microscopy (2011.12). 
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21. ドロプレットネブライザを用いた単一細胞・単一粒子分析, 東北大学金属材料研究所ワークショップ, pp.85-88 

(2011.12). 

22. 低侵襲医療を指向した温度制御プラズマの開発, 第 1回国際産学連携低侵襲医療学シンポジウム (2011.11). 

23. 大気圧プラズマの基礎と表面処理への応用, 第 12回真空シ ンポジウム「真空応用プロセスの高圧化を探る-流れ

の世界の物理と化学-」 (2011.9). 

24. Introduction to research in Okino Lab., Tokyo Tech., POSTECH Seminar (2011.8). 

25. Development of Single Shot ICP-MS for Single Cell Analysis, ICAS 2011 (2011.5). 

26. Application of Atmospheric Plasma Soft Ablation Method (APSA) to Atomic/Molecular Mass Spectrometry, ICAS 

2011 (2011.5). 

27. さわれるプラズマの拓く未来, 平成洪庵の会 (2011.3). 

28. 新しい大気圧プラズマ源の開発と産業応用, 千葉県複合材料技術研究会 (2011.3). 

29. 各種産業用大気圧ダメージフリーマルチガスプラズマ源, PV Expo (2011.3). 

30. Brand-new Sample Introduction Systems for Bio/Medical Applications, Pacifichem 2010, ID#408 (2010.12). 

31. 大気圧プラズマソフトアブレーション法を用いた表面付着物質の高感度分析，東北大学金属材料研究所ワークシ

ョップ，pp.37-41 (2010.12). 

32. 大気圧高温/低温プラズマの医療分野への応用，神戸大学大学院医学研究科生命医学イノベーション特別講演 

(2010.11). 

33. 単一細胞メタロミクス実現に向けた分析技術の開発，プラズマ分光分析研究会第 80 回講演会，pp.46-51 

(2010.10). 

 

国際特許 

1. プラズマ温度制御装置及びプラズマ温度制御方法 韓 10-2011-7006 

2. プラズマ温度制御装置及びプラズマ温度制御方法 米 13/061926 

3. プラズマ温度制御装置及びプラズマ温度制御方法 シンガポール 201101498-2 

4. プラズマ温度制御装置及びプラズマ温度制御方法 インド 1719/DELNP 

5. プラズマ温度制御装置及びプラズマ温度制御方法 マレーシア PI2011000 

 

国内特許 

1. 液体噴射装置 特許第 5272170号 

2. 液体導入プラズマ装置 特許第 4709998号 

3. プラズマ温度制御装置 特許第 4611409号 

4. 液体導入プラズマシステム 特許第 4560634号 

5. 殺菌液生成装置 特許出願 2013-238206 

6. ラジカル機能液およびその製造法並びにラジカル機能液の使用方法 特許出願 2013-235639 

7. 原子発光検出器用マイクロプラズマ装置 特許出願 2013-131589 

8. プラズマ照射装置およびプラズマ処理方法 特許出願 2013-103726 

9. 暗所視認性を改善するシステム 特許出願 2013-025174 

10. マルチガスプラズマジェット装置 特許出願 2012-97163 

11. マルチガスプラズマジェット装置 特許出願 2012-97163 

12. バイオフィルムの形成方法およびバイオフィルム定着材 特許出願 2012-40313 

13. 表面処理方法および表面処理装置 特許公開 2013-122876 

14. プラズマ処理方法およびプラズマ処理装置並びにプラズマ処理を施した長尺物 特許公開 2013-097904 
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15. 大気圧プラズマによる微生物の殺滅装置及び方法 特許公開 2013-094468 

16. プラズマ制御方法及びプラズマ制御装置 許公開 2013-089331 

17. プラズマ生成ガスおよびこれを用いて生成されたプラズマ 特許公開 2013-019791 

18. プラズマ生成用ガスおよびプラズマ生成法並びにこれにより生成された大気圧プラズマ 特許公開 2013-256501 

19. 高周波・高速パルス用絶縁機構および絶縁装置ならびに電流導入端子 特許公開 2012-252849 

20. 加工方法および加工装置 特許公開 2012-228728 

21. プラズマ処理方法およびプラズマ処理装置 特許公開 2012-212803 

22. 二酸化窒素製造方法および二酸化窒素製造装置 特許公開 2012-197205 

23. プラズマを用いた検出方法および検出装置 特許公開 2012-145360 

24. 被処理物の処理方法および処理装置 特許公開 2012-061434 

25. プラズマ処理方法およびプラズマ装置ならびにプラズマ処理された処理対象物 特許公開 2011-222404 

26. プラズマ装置 特許公開 2011－253754 

 

主な報道・記事等 

1. 東京工業大学 PROFILE「東工大発ベンチャー Close Up プラズマファクトリー株式会社」，2013年 7月 

2. 日本歯科新聞「大気圧温度制御プラズマによる口腔内細菌の殺菌」，2013年 6月 11日 

3. Kuramae Journal 1034「温度制御された低温プラズマの医療分野への応用」，2012年 12月 

4. 日経ビジネス「日本を救う次世代ベンチャー100 プラズマファクトリー株式会社」，2012年 10月 4日 

5. ガスレビュー No.753「東京工業大学，大気圧プラズマを滅菌や医療用に開発」, 2012年 10月 1日 

6. Fuji Sankei Business i「大気圧プラズマ装置 温度を精密に制御 医療利用に道」, 2012年 2月 22日 

7. Japanest NIPPON 「New Atmospheric-Pressure Plasma Sources and their Industrial Applications」, 2011

年 11月 10日 

8. 日刊工業新聞 「温度制御プラスマイナス１℃内 プラズマ装置 氷点下でも使える」, 2011年 11月 3日 

9. 日刊工業新聞一面 「東工大，大気圧下でプラズマ使い瞬時に錆を除去する手法開発」, 2011年 9月 29日 

10. 日刊工業新聞「THE研究室 沖野研究室」, 2011年 9月 13日 

11. Tokyo Institute of Technology Bulletin, No.19 「Innovators and Innovations  Plasma Pioneers - Tokyo Tech 

group launch venture company to commercialize multi-gas atmospheric plasma sources」, 2010年 11月 

12. アクティブ・サイエンス・レビュー「東工大，プラズマ使い高効率で麻酔ガスを無害化する装置を開発」, 2010

年 9月 25日 

13. 日刊工業新聞「麻酔ガス無害化 5倍に プラズマで直接分解 東工大 小型・低コスト装置」, 2010年 9月 22日 

14. 東工大ホームページ 最近の研究成果「麻酔ガスの高効率分解処理用装置を開発 大気圧プラズマで温暖化・オ

ゾン層破壊物質を無害化」, 2010年 9月 17日 

15. 日本分析化学会第 71回分析討論会 展望とトピックス誌「大気圧プラズマソフトアブレーション法の開発と質量

分析への応用」, 2010年 5月 12日 

 

研究室ブース展示 (最近 3年分) 

1. イノベーションジャパン 2013，東京ビッグサイト (2013.8) 

2. Japan Fishing Festival 2013，パシフィコ横浜 (2013.3) 

3. 国際燃料電池展 FC Expo，東京ビッグサイト (2013.3) 

4. フィッシングショーOSAKA 2013，インテックス OSAKA (2013.2) 

5. 医歯工学連携シンポジウム，如水会館 (2012.11) 

6. JASIS 2012，幕張メッセ (2012.9) 
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7. もうかりメッセ 2012，東京ビッグサイト (2012.6) 

8. MEDTEC Japan，東京ビッグサイト (2012.4) 

9. 国際燃料電池展 FC Expo，東京ビッグサイト (2012.2) 

10. nanotech2012，東京ビッグサイト (2012.2) 

11. テクニカルショウ横浜，パシフィコ横浜 (2012.2) 

12. イノベーションジャパン 2011，東京ビッグサイト (2011.9) 

13. 国際太陽電池展 PV Expo，東京ビッグサイト (2011.3) 

14. イノベーションジャパン 2010，東京ビッグサイト (2010.9) 

 

ベンチャー企業設立 

1. プラズマファクトリー株式会社 (2011). （東工大発ベンチャー第 61 号認定） 
競争的外部資金導入 

1. 科学研究費補助金 基盤研究(A) （代表） 
  平成 25 年 4 月～平成 29 年 3 月 
   「単一細胞内ゼプトグラム元素分析用プラズマ質量・発光分析システムの開発」 
2. ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金 （分担） 
  平成 25 年 9 月～平成 26 年 3 月  
   「釣糸のプラズマ処理技術の開発」 
3. 神戸挑戦企業等補助制度 医療・健康展福祉分野 （分担） 
  平成 25 年 8 月～平成 26 年 3 月  
   「低温プラズマによるシューズの簡易型除菌・乾燥装置の開発事業」 
4. 科学研究費補助金 基盤研究(B) （分担） 
  平成 24 年 4 月～平成 27 年 3 月  
   「液体電極プラズマの発生過渡現象の解明と有機・無機分析への応用」 
5. 科学研究費補助金 基盤研究(B) （分担） 
  平成 24 年 4 月～平成 27 年 3 月  
   「簡易ヘリカルコイルによるトカマクのプラズマ位置安定化の実証」 
6. 科学研究費補助金 基盤研究(A) （代表） 
  平成 20 年 4 月～平成 24 年 3 月 
   「微少量試料分析用超高出力パルスマイクロプラズマ分析装置の開発」 
7. JST 研究成果最適展開支援事業（A-Step）本格研究開発ステージ（起業挑戦）（代表） 
  平成 21 年 12 月～平成 23 年 11 月 
   「大気圧マルチガスダメージフリープラズマ実用化開発とビジネス化」 
8. NEDO 技術開発機構 平成 21 年度第 1 回産業技術研究助成 （代表） 
  平成 21 年 7 月～平成 23 年 6 月 
   「大気圧マルチガスプラズマ源を用いた地球温暖化ガス高効率分解処理装置の開発」 
 
外部機関との連携（民間企業を除く） 

1. 科学警察研究所 

2. UCLA生命分子・化学工学科 

3. 名古屋大学エコトピア科学研究所 

4. 横浜国立大学工学部 
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5. The George Washington University化学科 

6. 北陸先端科学技術大学院大学マテリアルサイエンス研究科 

7. Indiana University化学科 

8. 産業技術総合研究所計測標準研究部門 

9. 中央大学理工学部化学工学科 

10. BAM: Federal Institute for Materials Research and Testing, Berlin 

11. 東京薬科大学薬学部 

12. 東京電機大学化学科 

13. 神戸大学農学部 

14. 神戸大学医学部 

15. 昭和大学歯学部 

16. 岐阜大学高次救命治療センター 

17. 大阪大学工学部,  
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2013.9.27

Interdisciplinary Graduate School of Science and Engineering
Tokyo Institute of Technology

複合創造領域
IPER

Innovative Platform for Education and Research

9/27/2013
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2

S1, S2棟

大学院
G3, G4, G5, G2棟

研究所R1, R2, R3棟

合同棟J2, J3棟

大学院G1棟 合同棟J1棟

図書館分館

東京工業大学 すずかけ台キャンパス

各専攻の主な研究分野
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物質科学創造物理電子システム創造

環境理工学創造

物質電子化学
材料物理科学

物質材料系システム情報系

環境エネルギー系

人間環境システム
創造エネルギー
化学環境学

メカノマイクロ工学
知能システム科学
物理情報システム

大学院総合理工学研究科の構成

複合創造領域
教育研究コア
ユニット

博士複合創造
領域コース

目 的

１．博士複合創造領域コースを設置し、様々な分野の教
員による支援により、学生の多様な創造性を喚起し、
社会の要請する博士人材を輩出する。

２．卓越した研究活動を展開中の教員から構成される
教育研究コアユニットを設けてコースを支援し、
高度な教育を実現する。

大学院総合理工学研究科 複合創造領域
～革新的な教育研究活動のプラットフォーム～

IPER
Innovative Platform for Education and Research

平成22年（2010年）度～平成26年（2014年）度
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複合創造領域の体制

特任准教授
（外国人3名）

コースへ編入

医療エンジニアリング

エネルギーデバイス

合成生物学

教育研究コアユニット

都市・地震・防災

先端ナノエレクトロニクス研究

大気圧プラズマプトセッシング

複合創造領域コース
（３つのサブコース）
・重点プロジェクト
・ワイドキャリア
・融合デザイン

���������������
��教�

協力教員

�����������

運営・マネージメント委員会

IPER事務局

企画調整会議

博士課程

�����������

修士課程

社会人博士

総理工の教育に貢献する

教
育

博士課程
���

博士複合創造領域コース
・創造性に優れ社会の要請に応え得る人材育成をめざし、
多様な活躍の場を想定した新たな博士後期課程教育

・３つのサブコース 重点プロジェクトサブコース
ワイドキャリアサブコース
融合デザインサブコース

・特徴
－ 国際的な視野の拡大に向けたカリキュラムで、従来の
博士課程では得にくい幅広い実践的な知識が獲得可能

－ 外国人特任教員との日常的な交流を通して英語コミュ
ニケーション能力の向上を図ることが可能

－ コース所属学生に対し経済的支援を実施
－ コース修了要件を満たした時点で履修修了証を発行、
学位取得時に学位記とコース修了証を授与
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エネルギーデバイス
革新型次世代電池の開発

物質電子化学専攻・教授 菅野 了次
化学環境学専攻・教授 山口 猛央
他２名

都市地震防災
震災メガリスク軽減のための
先端的都市地震防災技術の開発

人間環境システム専攻・教授 翠川 三郎
環境理工学創造専攻・准教授 山中 浩明
他２名

先端ナノエレクトロニクス研究
ナノ電子デバイスの新しい展開

物理電子システム創造専攻・教授 岩井 洋
同 ・教授 筒井 一生
同 ・准教授 大見俊一郎

合成生物学
生体高分子の組合わせ設計

知能システム科学専攻・准教授 木賀 大介
同 ・教授 山村雅幸

教育研究コアグループ 教育研究コアユニット

医療エンジニアリング
豊かな生活のための医療・ヘルスケア

技術の開発

メカノマイクロ工学専攻・教授 小俣 透
物質科学創造専攻・教授 小田原 修
他２名

大気圧プラズマプロセッシング
次世代の大気圧プラズマプロセッシング

の開発

創造エネルギー専攻・准教授 沖野晃俊
機械物理工学専攻・教授 大竹尚登
他２名

複合創造領域
～ 分野を超えた教育研究活動のプラットフォームとして ～

平成25年度からの改革

外国人教員による授業の拡大

(1) 外国人教員による英語での魅力ある新科目を研究科で立ち上げ，IPER所属学生以外の，修士
課程，博士課程学生が履修可能とし，研究科のグローバルな人材の育成に貢献する。

(例）Scientific Communication, Critical Thinking, Global Trends in Science &  
Technology など

(2) IPER所属の博士学生のみが履修可能であった授業科目を，修士学生も履修可能とし，博士課
程進学につなげる。

発表報告会の開催

(3) IPER所属学生がインターンシップなどで得た成果などの発表会を頻繁に行い，IPER所属学生
全員が揃う機会を多く作る。

運営の改善

(4) IPER教員は全員が運営・マネージメント委員会に参加する。

(5) ホームページを改訂する。
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エネルギーデバイス
革新型次世代電池の開発

物質電子化学専攻・教授 菅野 了次
化学環境学専攻・教授 山口 猛央
他２名

都市地震防災
震災メガリスク軽減のための
先端的都市地震防災技術の開発

人間環境システム専攻・教授 翠川 三郎
環境理工学創造専攻・教授 山中 浩明
他２名

先端ナノエレクトロニクス研究
ナノ電子デバイスの新しい展開

物理電子システム創造専攻・教授 岩井 洋
同 ・教授 筒井 一生
同 ・准教授 大見俊一郎

合成生物学
生体高分子の組合わせ設計

知能システム科学専攻・准教授 木賀 大介
同 ・教授 山村雅幸

教育研究コアグループ 教育研究コアユニット

医療エンジニアリング
豊かな生活のための医療・ヘルスケア

技術の開発

メカノマイクロ工学専攻・教授 小俣 透
物質科学創造専攻・教授 小田原 修
他２名

大気圧プラズマプロセッシング
次世代の大気圧プラズマプロセッシング

の開発

創造エネルギー専攻・准教授 沖野晃俊
機械物理工学専攻・教授 大竹尚登
他２名
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卓越した理工系教育研究拠点を目指す「複合創造領域」(IPER)

東京工業大学

•
•
•

•

•博士後期課程教育改革
•

•

•
•

博士後期課程
改革

•

•

•

•
•

•

•

•

【教育研究コアユニット】
・エネルギーデバイス
・都市・地震・防災
・先端ナノエレクトロニクス研究
・合成生物学
・医療エンジニアリング
・大気圧プラズマプロセッシング

【３コース】

平成22年（2010年）度～平成26年（2014年）度
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32名

名

28名

30名

19名

年度別編入者数（これまで 109名）

目的： ��的���的������の���������

������������の��者���

�������������

�����の��者の���

� �����の���の�������������

� �の�������������

� �������の���������ま�������

������

� �����������学生���

�������������

���

��： ����（����）�����（�）�����������

�������������（�）��������������（�）�

����������������

��：����（���） ����������（��）

��度での���

�������������（�）����（�）������������������

�������������

学生数の推移

22年

23年

24年

25年

15

20

8

6

10

春
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������������� ���の��

��生の��

�学�� 8名� �� 9名

������������������学����
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����������������������������
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����

������������������������の��������

���������の���������の������の�������

����

����学���の������学生�

������

�学���の��

��������� ������������� ��� �� ���

������������

学生数の推移

22年

23年

24年

25年

12

2
14

10

10

春

������������ ���の��

��生の��

�学�� 3名� �� 3名

��������������学����

��������������������

�����������
���������������の���

����の���

��の����������数�����������������

��������������������������������の

���

����

�������������������推������������の

�����������������の���������������

����

�学の���の�学����の������学生�

������

�学���の��
�����������1�� or  ���

�����������

学生数の推移

22年

23年

24年

25年

5

6

8
3

10

春

 ― 122 ―  ― 123 ―



2014/1/8

融合デザインサブコース 修�後の進�

��生の進�

�学�� 2名

�工�（PD）、海��学（PD）

サブコース共通必修科目

• 科学技術者の倫理
– Ethics for Scientists and Engineers
– 開講学期後学期、単位数 2 - 0 - 0、言語日本語

• 担当教員（２４年度後期）
– 山村雅幸教授（知能システム科学専攻）
– 岩本容岳特任教授（複合創造領域）
– 山下敬郎教授（物質電子化学専攻）
– 内海研一連携教授（材料物理科学専攻・富士通）
– 村山武彦教授（環境理工学創造専攻）
– 錦澤滋雄准教授（環境理工学創造専攻）
– 出口弘教授（知能システム科学専攻）
– 斎藤智也連携准教授（知能システム科学専攻・厚生労働省）

15

科学技術者の倫理

•目的
–科学技術者が持つべき倫理について学ぶ。まず，さまざまな領域で培わ
れてきた倫理上の諸概念について，環境政策と住民参加，生命倫理と
遺伝子組換え安全基準の歴史的経緯等の具体例を通して概説する。つ
づいて、新規複合領域を考える際の倫理のあり方について話題を持ち
寄り，調査と討論を重ねることで理解を深める。

•成り立ち
–総理工「複合創造領域」の３つのサブコース「重点プロジェクト」「ワイド
キャリア」「融合デザイン」のすべての必修科目です。

•スタイル
–前半はさまざまな分野における倫理的課題を講義する。後半は受講者
を異なる専門分野のメンバーからなるグループに分け、それぞれが新規
学術領域を立ち上げるとした場合に、どのような倫理上の問題点があり、
解決が図られるべきか、調査して発表し討論する。

16

科学技術者の倫理

•グループ発表
–１グループ３名。研究分野（専攻・系）が異なること。
–課題を問いの形にまとめ、賛成・反対の両方の立場から立論する。

•グループ発表例（２４年度）
–インターネット上の詐欺対策研究のために罠を仕掛けてもよいか？
–新しい査読システムによって論文捏造を防げるか？
–原子力を国内エネルギーとして今後も使用していくか？
–戦後ハンセン氏病患者の強制隔離を維持したのは妥当だったか？
–日本で化粧品開発等を目的とした動物実験は規制すべきか？
–Ｄｅｓｉｇｎ Ｂａｂｙを行ってもよいものか？
–オーダーメイド医療は成立するか？
–脳死と臓器移植の行方
–人体冷凍保存を積極的に進めるべきか？
–ヒトＥＳ細胞研究を推進すべきか？

17
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IPER DOCTORAL PROGRAM

Technical Writing & Technical Discussion

Dan Ricinschi Daniel Berrar Hazel Gonzales

ダン リチンスキ ダニエル ベラール ヘイゼルゴンザレス

（特任准教授)

Technical Writing & Technical Discussion
• Global Reach courses compulsory for  �イ�キ�リ� �����ザイン, 

recommended for ��������

• Instructors are scientists (not language teachers); we try to assign 
each student to the instructor with the most similar background.

• The overall goal is to improve the students’ written and oral 
communication skills in English for science and technology.

• Three important objectives:
(1) How to write and publish a scientific paper
(2) How to give a presentation and handle the Q&A session
(3) In the spirit of IPER, we expose students to research areas 
different from their own, using English

• Courses are designed as practical “how-to”, “do & don’t” activities, 
with frequent teacher-student and student-student interactions.

Contents

Writing (examples):
• How to write a paper

Speaking (examples):
• How to give a presentation

Speaking (examples):
• How to handle the Q&A

Writing (examples):
• How to respond to 

referees’ reports

Individual support
• Proofreading

Writing (examples):
• How to write a 

professional email

Speaking (examples):
• How to introduce yourself / 

speak in public

Course structure

Technical Writing

Technical Writing 1 Technical Writing 2

First semester
15 classes

Second semester
15 classes

Technical Discussion

Technical Discussion 1

First semester
15 classes

Technical Discussion 2

Second semester
15 classes

学生授業評価

How do you evaluate the course Technical Writing ? 

���ース����評価��0～10��������������
�������������10���������

学生授業評価

How do you evaluate the course Technical Writing ? 

���ース����評価��0～10��������������
�������������10���������

What do you like best ? 

I like best the individual 
comments on my own writing.
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学生授業評価

How do you evaluate the course Technical Discussion ? 

���������評価��0～10��������������
�������������10���������

学生授業評価

I feel more confident now giving a talk in English.以前に⽐べて⼈前で英
語でプレゼンテーションをすることに⾃信がついた、抵抗がなくなった

1: I completely disagree
����������

2: I disagree
��������

3: I do not know
�������

4: I agree
������

5: I completely agree
��������

New courses for graduate students

• Global trends in science and technology

• Critical thinking

• Scientific communication 
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2014/1/8

1

IPER参加による科学英語上達

知能システム科学専攻 山村研究室

関根亮二

重点プロジェクトコース

1130927 IPER活動成果発表会

IPER has two kinds of Science English classes

1. Technical writing class taught us rules to write 
science English
– the use of relative pronoun and participial construction

– organization of a manuscript (IMRAD)

2. Technical discussion class gave us training to 
explain my research to researchers in other field
– there are various field of students in the class  

2130927 IPER活動成果発表会

1. I successfully finished my first English manuscript

3130927 IPER活動成果発表会

Thank Dr. Berrar for helping me to prepare the cover letter.  

2. I  won an excellent poster award (5/95 attendee) 
in Chem-bioinformatics conference

4130927 IPER活動成果発表会

Conclusion
IPER improved my science English

Thank you very much for listening
5130927 IPER活動成果発表会
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ブルガリア・ドイツで学ぶ35日間

Department of Computational Intelligence 
and System Science

 Takamura Lab D1 Masanori Hayashi

Motivation

Natural
Language
Processing

LinguisticsCognitive
Science

Study about cognitive science

@Summer school
Basic topic

@Conference
State-of-the-art

Useful for my research!:)

Summer School@Sofia

5

My Research Field

Major : Natural language Processing
Interest : Human cognition

Natural
Language
Processing

LinguisticsCognitive
Science

Here!!

Plan

Summer School
@Sofia,7/5 - 7/28

Conference
@Berlin ,7/ 31- 8/5

4

Conference@Berlin

6
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I studied about ..... 

• Human memory
• Analogy
• Spiking Neuron (Neural Network)
• Spatial Perception
• Language & Emotion
• Brain Mechanism of Emotion
• Culture and thought

7

Summary

• Useful lecture for my research
• Everything is interesting!

• “A picture is worth a thousand words.”

8

Thank you for your attention!
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Hailin Wang, D1
Yamaguchi·Tamaki Lab. 
2nd year in IPER program

Tokyo Institute of Technology
27th , September, 2013

Report on Electrochemical 
Summer School at 
University of Southampton

MY MOTIVATION

Motivated by seniors` reports

 Tend to experience western culture

 Research field: catalyst design for fuel cell

Chemical energy
Electrochemical methods

Electricity

ABOUT SUMMER SCHOOL

 School of Chemistry, University of 
Southampton

 June 23rd-28th , 2013

 Since 1969

 Participants: 40 ( UK, Norway, Sweden, 
Netherland, Finland, Belgium, Ireland, 
Denmark, Germany, India, Venezuela, 
Japan)

 Contents: lecture, experimental training, 
guide tour

LECTURES

 Understand each type of fundamental step
– factors influencing rate
– equations describing rate

 Understand interaction of individual steps
– electron transfer
– mass transport

Grasp fundamental ideas 
about electrode reactions 
and evaluation methods

 Rotating disc electrode

 Factors determining experimental 
response

 AC impedance of electrochemical 
materials

Cyclic voltammetry

 Rotating ring disc electrode

EXPERIMENTAL TRAINING

 Southampton city
– Old town
– Important port (the Mayflower, Titanic)

 Salisbury
– Stonehenge
– Salisbury cathedral

 London
– Thames river (London eye, Big Ben, Tower Bridge)
– Buckingham Palace
– British museum 
– Westminster Cathedral
– St Paul’s Cathedral

GUIDE TOUR
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MY FEELING

 Deeper understanding of theory

 Multi-cultural communication

 Level up English skills

 Be more independent

 Food…

MESSAGE FOR YOU

 Find your motivation

 Get permission from IPER office

 Make a neat plan
– Registration
– Reserve accommodation and 

air ticket (special preparation for long journey 
– Visa application(if necessary)

 Enjoy your amazing adventure!!

Do not forget your report!! 

Acknowledgements:
Financial supports from IPER program
Great lectures from professors
Priceless help from all the staff

Thank you!
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2014/1/8

1

Denmark Technology University 
Summer School

Chao ZHI
Meｃhano‐Micro Department

Tokyo Institute of Technology

Introduction
Micro mechanical systems design and manufacturing 
PhD Summer School
17th June– 28th June, 2013

DTU (Denmark)

Tokyo Institute of Technology

17 hours
Dubai

DTU
Technical University of Denmark, founded in 1829, by 
H.C. Ørsted – the father of electromagnetism. One of the 
foremost technical universities in Europe.

Members

19 student    12 from DTU     7 from other universities

3 Chinese
4 Indian
4 Italian
2 Germany
1 Singaporean
5 Danish

Living

Youth hotel

National dear park
Bicycle, Hotel to school, 20min, 6km

Study
Morning: classes

Product design; Micro-ejection moulding; Micro-EDM; 

Study
Morning: classes

Additive manufacturing (3D printing); Electroplating; 
Electroless plating; Metrology; Moulding simulation
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2014/1/8

2

Study
Afternoon: project

Design, manufacturing and test of a micro fluidic 
dispenser for application as a cartridge in 3D 
photopolymer printer

Study

Group presentation

Project groups: 

1. Design
2. Tooling (mould fabrication)
3. Polymer (ejection moulding)
4. Actuation        5. Joining       6. Metrology

Study
Dispenser: Peristaltic configuration, actuated by motor
Micro ejection moulding

Mould
Micro dispenser

Relationship with my research

Micro dispenser and micro pump are both important 
component in microfluidics systems. Similar in design, 
fabrication and application. 

Impression and summary

Knowledge, vision, experience

Cooperation, communication and discussion 
Supervisor and student 
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CIMST Summer School, Zurich 

- Practical sessions: Tour of  FIRST facility (science city, ETH), fMRI and DTI, Array 
Imaging(University Hospital Zurich), SPECT/CT Imaging (PSI) 
- Practical day: Non-Invasive High Resolution Near-Infrared  

Imaging for tumor detection (University Hospital Zurich) 
- Industrial day: SCANCO Medical; Philips Medical System; 
Carl Zeiss 
discussion round - how to start up a start-up 

CIMST Summer School, Zurich 

- Practical sessions: Tour of  FIRST facility (science city, ETH), fMRI and DTI, Array 
Imaging(University Hospital Zurich), SPECT/CT Imaging (PSI) 
- Practical day: Non-Invasive High Resolution Near-Infrared  

Imaging for tumor detection (University Hospital Zurich) 
- Industrial day: SCANCO Medical; Philips Medical System; 
Carl Zeiss 
discussion round - how to start up a start-up 

CIMST Summer School, Zurich 

- Why this summer school: 
ü  Medical image reconstruction for a new geometry 
ü  ETH  
ü  Diversity of  the content: academy and industry 

- Zurich center for Imaging Science and Technology (CIMST)  
for researchers of  greater Zurich Area in academy and industry 

- Recent advances and current challenges in biological and medical imaging. 
- Sections of  the school: specialized lectures (life/physical), poster presentation, 
practical sessions, practical day and industrial day. 
- Lectures for physicist: microscopy and nanoscopy, 
imaging methodology(MRI, SPECT, PET, CT and multi- 

modality), image processing, modeling and simulation  
- Poster presentation: research communication 

CIMST Summer School, Zurich 

- Why this summer school: 
ü  Medical image reconstruction for a new geometry 
ü  ETH  
ü  Diversity of  the content: academy and industry 

- Zurich center for Imaging Science and Technology (CIMST)  
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- Recent advances and current challenges in biological and medical imaging. 
- Sections of  the school: specialized lectures (life/physical), poster presentation, 
practical sessions, practical day and industrial day. 
- Lectures for physicist: microscopy and nanoscopy, 
imaging methodology(MRI, SPECT, PET, CT and multi- 

modality), image processing, modeling and simulation  
- Poster presentation: research communication 

CIMST Summer School, Zurich 

- Why this summer school: 
ü  Medical image reconstruction for a new geometry 
ü  ETH  
ü  Diversity of  the content: academy and industry 

- Zurich center for Imaging Science and Technology (CIMST)  
for researchers of  greater Zurich Area in academy and industry 

- Recent advances and current challenges in biological and medical imaging. 
- Sections of  the school: specialized lectures (life/physical), poster presentation, 
practical sessions, practical day and industrial day. 
- Lectures for physicist: microscopy and nanoscopy, 
imaging methodology(MRI, SPECT, PET, CT and multi- 

modality), image processing, modeling and simulation  
- Poster presentation: research communication 

Report on  
The 7th CIMST 
Interdisciplinary Summer 
School on Biomedical 
Imaging 
 

YIN Yannan

Imaging Science and Engineering Laboratory 
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Thank You for Your Attention!! 

What I Have Learned 

p Communicate with peers of  the same research area 

p  Inspiration: new research trend in multi-modality; more accurate phase contrast 
CT; more in-depth knowledge about other imaging methods 

p Knowledge about the medical imaging industry; things about start up a 
business 

p Attitude: passion, elegant and love life! 
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p  Inspiration: new research trend in multi-modality; more accurate phase contrast 
CT; more in-depth knowledge about other imaging methods 
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business 

p Attitude: passion, elegant and love life! 

CIMST Summer School, Zurich 

- Practical sessions: Tour of  FIRST facility (science city, ETH), fMRI and DTI, Array 
Imaging(University Hospital Zurich), SPECT/CT Imaging (PSI) 
- Practical day: Non-Invasive High Resolution Near-Infrared  

Imaging for tumor detection (University Hospital Zurich) 
- Industrial day: SCANCO Medical; Philips Medical System; 
Carl Zeiss 
discussion round - how to start up a start-up 

2014/1/8

1

中国東北部研修出張で得た
知見についての考察

東京工業大学 総合理工学研究科 化学環境学専攻

山口・田巻研 小川敬也

東京工業大学 総合理工学研究科 材料物理科学専攻

熊井研究室 中村亮司

Trip of the northeastern region in china

Dalian
- Xinyuandongli
-Dalian University of Technology
Shenyang
-China Yuanda
Changchun
-Jilin University
-China FAW Group Corporation

Date: 11-18th March, 2012

Member
岩本容岳先生，熊井真次先生，
原田陽平先生，馮科研，
山口歩，小川敬也，中村亮司

Northeastern region in china

Dalian

Shenyang

Changchun
Route
Dalian→Shenyang→Changchun

Purpose of trip of the northeastern region in china

Xinyuandongli
・ Exhibition and discussion

Dalian University of Technology
・ Communication with the students 

China Yuanda
・ Exhibition and discussion

(Jilin university)
・ Communication with the students 

(China FAW Group Corporation)
・Tour of exhibition 

Xinyuandongli(新源動力)

Company profile
・ R&D of fuel cell for

Automobile, Bus, Bike
・ Established in 2001
・ Governmental enterprise.

Xinyuandongli(新源動力）
Progress of R&D about fuel cell in China and Japan

Fuel cell is
China: Electricity generator only for automobiles
Japan: Commercialized as household use

・Fuel cell for automobiles must be able to do  sudden 
starting and stopping.
→Polymer Electrolyte Fuel Cell（PEFC） seems to be 
research trends in China.

・Fuel cell for household use is required to generate 
electricity successively.
・ Solid Oxide Fuel Cell (SOFC） is suitable because of low 
price, which stems from small number of its parts and no 
use of noble metals.
→Solid Oxide Fuel Cell (SOFC） is research trend in Japan.

The difference derived from a nationality.
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2014/1/8

2

Yuanda China(遠大中国)

Company profile
・ Manufacturing external wall system and 
structure.
Ex.) Mode Gakuen Cocoon Tower in Shinjuku
・ Established in 1993
・ Ranks the top in the production and sales 
volume for successive 12 years in Chinese 
curtain wall industry

Yuanda China(遠大中国)

・Terms of the job in the factory of 
Yuanda China is favorable.
- Overcoming ”Cheap and Nasty”

・The operation in the factory was 
automated by updated machine.
- Cost saving and high quality

・ Order-made production 
Ex.) Bird's Nest used in Beijing Olympic

・Overseas presence：
Order entry of  large architecture from 
Japan and Germany.

Tour of laboratory in Dalian University of Technology

Research content
-Power generation amount and the 
efficiency of the solar battery
-Materials of panel in the solar battery

���������� �� ��������� ������� ��� 
E����������     ����.��� ��

Contents
-the laboratory in Japan
-the margin between the Chinese 
culture and the Japanese culture

Impression
-The association between the universities is 
strong.
-They all have a strong motivation of 
bringing the knowledge from overseas to 
develop their own country.

The roof of the building in the university 

Communication with the students 

Summary

・The high research level of university and company in China.

・Advantage of governmental enterprise

・The consciousness of college student in China for  overseas 
education

In addition, visiting with members engaging in other research 
areas was also good experience because we could discuss 
about one thing from various viewpoints.
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Department of energy sciences 
Okino Lab.

12D31014 Takaya Oshita

Report on international conference 
and lecture on plasma medicine in Edinburgh, UK

Venue

ICOPS2012

Edinburgh，UK
Edinburgh International Conference Centre

Famous conference on plasma science 
hosted by IEEE

Fusion， Discharge ，Space・astral body，
Environmental application，Industrial application，
Medical application，etc...

I made a present in poster session on plasma medicine

Atmospheric plasma

～2005

Recently atmospheric plasma is under under active investigation.

Rate of presentation on atmospheric plasma in ICOPS

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Traverse City, MI, USA
Albuquerque, NM, USA
Karlsruhe, Germany
San Diego, CA, USA
Norfolk, VA, USA
Chicago, IL, USA
Edinburgh, UK

< 1%
1.0%
3.3%
6.0%
13.1%
25.0%
26.1%
26.4%

ICOPS2012
39th IEEE International Conference on Plasma Science

Minicourse
Plasma Medicine and Plasma Healthcare

Plasma

High chemical reactivity

Fourth state of substance

Luminous High temperature

Reactive species such as radical are produced.

Light with characteristic wavelength 
inherent in gas species is emitted. 

High temperature over 10,000℃ 
is easily realized.

semiconductor processing, air cleaning, 
deodorizing 

PDP，Laser，elemental analysis，
UV sterilization

treatment of waste, nuclear fusion

High chemical reactivity
Reactive species such as radical are produced.
semiconductor processing, air cleaning, c
ddeeooddoorriizziinnggggg 

LLumiinous
LLLight with characteristic wavelength 
iinherent in gas species is emitted. 

PDP，Laser，elemental analysis，
UUVV sstteerriilliizzaattiioonn

HHiighh temperature
High temperature over 10,000℃ 
is easily realized.

treatment of waste, nuclear fusion

Merit of atmospheric plasma

Low pressure

Container is needed.

Atmospheric pressure

Container is not needed.

Merit of atmospheric plasma

No vacuum chamber 
No differential  pumping 

High density plasma generation

Applicable for various material 

Cheap
Continuous processing 

High speed treatment 

Living body, Large-sized target
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Demonstration of hydrofilization

Medical field

Dental field

Application of atmospheric cold plasma 
                                for medical and dental field

Tooth breaching

PlasmaaControl

Preventive dental care

Wound healing

Blood coagulation

Apoptosis of cancer cell

Sterilization

Cell growth

Touchable plasma

Atmospheric cold plasma 

High chemical reactivity

No vacuum

No electric shock

Low gas temperature
(Room temp. - 100℃)

Medical and dental field

Applicable for various material
Heat sensitive material, living body, etc...

Untouchable plasma

Rate of presentation on medical application 
in ICOPS

All presentation in ICOPS2012 819

Presentation 
on atmospheric plasma 216（26%）

Presentation
 on medical application 83（10%）

It has attracted much attention.

1

The report of visiting Berlin’s research institute 
and international conference in America

Department of Energy Science, Okino Lab. 
Yuki Kaburaki

Sep. 27, 2013 2

Visiting of BAM

Visiting place：BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung)
(English) ：Federal Institute for Materials Research and Testing

@Berlin, Germany

Visiting duration：Aug. 23 ~ Sep. 30, 2011

3

BAM (Federal Institute for Materials Research and Testing)

Standard substance

4

Single cell analysis

iPS cell Cancer cell Bio cell 

☆ For figuring out generating mechanism of cancer and Alzheimer disease

5

Droplet Direct Injection Nebulizer (D-DIN)
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7

D-DIN ICP-SFMS

+
Inductively Coupled Plasma

- Sector Field Mass Spectrometry

www.thermoscientific.jp

Droplet Direct Injection Nebulizer

8

30 μm 50 μm 70 μmDiameter

Volume 14 pL 66 pL 180 pL

Limit of Detection
10.1 fg 5.6 fg 131.9 fgLOD

Compared LOD with droplet volume

9

International Conference

International conference：Federation of Analytical Chemistry 
and Spectroscopy Societies（FACSS Meeting）

Place：Reno, Nevada, USA

Session：Oct. 2 ~ Oct. 7, 2011

10

Learning of visiting this traning

� Rational and efficient research
� Importance of discussion
� Awareness as a researcher

� Exchanging with foreign 
researchers＆

11

Thank you for your attention !

 ― 142 ―  ― 143 ―



7

D-DIN ICP-SFMS

+
Inductively Coupled Plasma

- Sector Field Mass Spectrometry

www.thermoscientific.jp

Droplet Direct Injection Nebulizer

8

30 μm 50 μm 70 μmDiameter

Volume 14 pL 66 pL 180 pL

Limit of Detection
10.1 fg 5.6 fg 131.9 fgLOD

Compared LOD with droplet volume

9

International Conference

International conference：Federation of Analytical Chemistry 
and Spectroscopy Societies（FACSS Meeting）

Place：Reno, Nevada, USA

Session：Oct. 2 ~ Oct. 7, 2011

10

Learning of visiting this traning

� Rational and efficient research
� Importance of discussion
� Awareness as a researcher

� Exchanging with foreign 
researchers＆

11

Thank you for your attention !

Working report in Drexel, America 

Department of Energy Sciences

Toshihiro TakamatsuD2

Plasma has high energy and reactivity

→　Surface treatment
→　Gas decomposition
→　Element analysis

etc...

Solid Liquid Gas Plasma

Energy

What is plasma?

PLASMA  MEDICINE

Drexel University, USAOsaka University, Japan

No vacuum, High density,
Low temperature, Nontoxic

Atmospheric 
Non-thermal Plasma =

What is plasma?

ice water vapor ionized gas

Solid Liquid Gas Plasma

Energy

Plasma generation method

Cell growth

Plasmaa Control

Wound healing

Apoptosis of cancer cells

PlasmaControl

Plant growth

Tooth bleaching 

Blood coagulation

Sterilization

PLASMA  
MEDICINE
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International Conference on Plasma Medicine

Max-Planck Institute, 
Germany

Loughborough University, UK

Drexel University, 
USAPOSTEC, 

Korea

Old Dominion University, 
USA

INP Greifswald, Germany

University of Bari, Italy

University of Orleans, 
France

Advanced research groups

O*, O, OH, O2-, HO2, CO3-, CO2-, etc

ROS (reactive oxygen species)

1O2, O3, H2O2, HOCl, ROOH, ONOO-, 
O2NOO-, ONOOH, HOOCO2-, etc

Radicals:

Non-radicals:

RNS (reactive nitrogen species)

N*, N, NO, NO2, NO3, etcRadicals:

HNO2, NO+, NO2+, NO- , N2O4, N2O3, 
ONOO-, O2NOO-, ONOOH, ROONO, 

RO2ONO, NO2Cl, etc

Non-radicals:

A list of important RONS in biomedicine
(RONS = Reactive Oxygen and Nitrogen Species)

Prof. Fridman, Drexel Univ.

Bacteria, cells, blood, etc...

Plasma
IonsElectric Fields ElectronsPhotons

HeatingUV Radicals
(ROS, RNS)

Microwave Plasma

Drexel University, USA
Max-Planck Institute & 

Hospital Munich Schwabing, Germany

Air plasma Argon plasma
DBD plasma

Plasma source for medical application
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Multi-gas plasma jet

AC HV

Gas flow

Flow rate : 1 L/min

Power : 30 - 40 W

Voltage : 9 kV
 

 
 

It can generate stable plasma with various gases 
and their mixture gases.

Frequency : 16 kHz

Sterilization effect by various gas plasmas

Colony count

Incubate for 18 hours

Plasma

Plasma source

E. coli in 200μl PBS (pH=7.5)5)
Agar medium
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Air plasma sterilized effectively

Sterilization effect by various gas plasmas

Sterilization effect and reactive species 
producing by various plasma are investigated

In this work
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Sterilization effect by various gas plasmas

O・＋N2 → NO・＋N・
N・＋O2 → NO・＋O・
4NO・＋O2＋2H2O → 4H+＋4NO2-

RNS production

2NO2＋H2O → 2H+＋NO2-＋NO3-

NO radical

O2
Ar

N2

CO2

air

Nitrate 

O2ArN2 CO2

air

Nitrite 

O2ArN2 CO2

air

Reactive Nitrogen Species(RNS) producing
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OH radical effect for sterilization

ROS were important factors for sterilization.

Reactive species and pH are important factor
for plasma sterilization.

Plasma irradiation time: 60 s
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Sterilization effect difference by pH value

Acknowledgment
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Drexel Plasma Medicine Group

Plasma Concept Tokyo
Okino lab.
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pH change of distilled water by various plasma

Air plasma decrease pH

I'm working on a paper!
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1) imec at a glance  

2) Study in IMEC
 Materials Physics and Technology for Nanoelectronics
Advanced Nano-Electronic Components
 Optical Properties of Solids 

3) Internship project in IMEC：
Modeling and characterization of 

Border traps in III-V based MOS devices

4) Impressions of this experience 

Outline

2

3

IMEC: Interuniversity Micro-Electronics Centre 

world-leading R&D lab for nano-electronics  
headqaurtered in Leuven, Belgium  

found  in 1984 based on the EAST lab of K.U.Leuven

collaborates with 600 companies and 175 univ. worldwide   

Technology partners include Intel, Samsung, Panasonic, Sony, 
Toshiba, STMicroelectronics….   4

Campus of IMEC 

Total 8000 m2 clean room   
300 mm pilot line for “More Moore” research  
200 mm pilot line for “More than Moore” research  

About wafer size 

1990:
200 mm 

2001:
300 mm 

~2017:
450 mm 

Increasing wafer size 
increases productivity 
and efficiency, but it 
requires lots of research 
effort   

5

Campus of IMEC 

450mm pilot line:
can be expected 

from 2015

The first 450mm pilot line in Europe can be expected in Imec
from 2015, aiming to provide solution of 300-to-450 mm 
transition to industry.      

1) imec at a glance  

2) Study in IMEC
 Materials Physics and Technology for Nanoelectronics
Advanced Nano-Electronic Components
 Optical Properties of Solids 

3) Internship project in IMEC：
Modeling and characterization of 

Border traps in III-V based MOS devices
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Prof. Marc Heyns
& guest lecturers 

Scaling Trend of CMOS technology 

Theory of solid-state physics  

hybridization of atom orbits, band-structure, optical properties, 
Conductivity of Solids,  Polarization in dielectrics ….    

Nano-electronics for CMOS scaling   
CMOS process flow, high-k/metal gate,  Cu&low-k for interconnection,  Silicide,  
Strained Si,  III-V based channel, epitaxy technology …

Other nano-electronics devices    
Organic electronics and opto-electronics,  fibers, magnetic devices, Heterojuctions
and LEDs, carbon based electronics,…

1. Materials Physics and Technology for Nano-electronics 

Based on lasted research results of IMEC

Name Credits Grade

Materials Physics and Technology for Nano-electronics 6 17/20

Examination: Oral test + Presentation (Topic: Organic Thin Film Transistors)

2. Advanced Nano-electronics Components  

Prof. Marc Van Rossum
& guest lecturers 

CMOS scaling laws and scaling limits  ~ Prof. Yuan Taur

Basic quantum structures in nano-devices  

Quantum Wells/Wires/Dots   

Electronic transport in nano-devices    

Transport in 2-D electron gas, 1-D ballistic transportation, 
tunneling and resonant tunneling …

HEMT, Nanowire FETs, single electrons transistors,  
Tunneling FET, Esaki-diode …

8

Name Credits Grade

Advanced Nano-electronic Components 3 13/20

Examination: Oral test

Studies in K.U.Leuven – Lessons 3: 

Dr. Van Dorpe Pol
& guest lecturers 

Optical properties of dielectric and metal   

Optical properties of semiconductors 

Lorentz and Drude model…   

Plasmon Waveguides, Fluorescence, Raman scattering, non-linear optics     

Inter-band transition…   

General Introduction:  wave propagation in media    

Maxwell’s equations…. 

9

3. Optical Properties of Solids   

Name Credits Grade

Optical Properties of Solids 3 10/20

Examination: Paper test 

1) imec at a glance  
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 Materials Physics and Technology for Nanoelectronics
Advanced Nano-Electronic Components
 Optical Properties of Solids 

3) Internship project in IMEC：
Modeling and characterization of 

Border traps in III-V based MOS devices

4) Impressions of this experience 

Outline

10

11

Background – MOSFET with high mobility channel

P.D. Ye, IEEE spectr. pp.43-47 (September 2008)

InGaAs is intensively studied to realize high mobility n-MOSFET

border trap

Interface traps

electrons 

Negative effects caused by border traps:
1. Remote column scattering
2. Noise
3. Threshold voltage instability

Large electrically active border traps in high-/InGaAs

Fast evaluation of the border traps concentration is important
12

Topic - profile the border traps distribution

In the C-V measurement of InGaAs MOS capacitor, border traps
exert influence on the accumulation capacitance

The probing depth depends on both of the frequency of the AC
signal (f) and the measurement temperature (T)

300K 

77K 

2014/1/8

3

13

Result - new method for profile border trap distribution

By carrying out C-V measurement and proposing model,
a new methodology to determinate the border traps distribution
is successfully developed

Model proposal

Under test sample

Results:

Cox
Cbt(f,T)

Cs

C-V measurement

equivalent circuit for 
accumulation capacitance High concentration of border 

traps (1019~1020 cm-3) may 
exist in the oxide 
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Advanced Nano-Electronic Components
 Optical Properties of Solids 
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Modeling and characterization of 

Border traps in III-V based MOS devices

4) Impressions of this experience 

Outline

14

Impressions – invaluable experience  

15

About IMEC
1. It contributes to a 

strong connection 
between academic 
and industry fields 

2. Many seminars there 
significantly broaden 
my vision 

About the study program

1. It provides good chances for me to 
improve my language skill.

2. It helps me to re-examine my way of 
studying Think more critically and 
ask more questions 

About the internship project

1. It provides good chance too learn new technology, new knowledge 
on both of experiment and theory 

2. It is a good chance to communicate with people having different 
opinions, which help me a lot to improve my works. 

3. This experience also deepens my interest and helps me to 
become more self-motivated   

16

Thank you very much !  

 ― 148 ―  ― 149 ―



2014/1/8

2

Prof. Marc Heyns
& guest lecturers 

Scaling Trend of CMOS technology 

Theory of solid-state physics  

hybridization of atom orbits, band-structure, optical properties, 
Conductivity of Solids,  Polarization in dielectrics ….    

Nano-electronics for CMOS scaling   
CMOS process flow, high-k/metal gate,  Cu&low-k for interconnection,  Silicide,  
Strained Si,  III-V based channel, epitaxy technology …

Other nano-electronics devices    
Organic electronics and opto-electronics,  fibers, magnetic devices, Heterojuctions
and LEDs, carbon based electronics,…

1. Materials Physics and Technology for Nano-electronics 

Based on lasted research results of IMEC

Name Credits Grade

Materials Physics and Technology for Nano-electronics 6 17/20

Examination: Oral test + Presentation (Topic: Organic Thin Film Transistors)

2. Advanced Nano-electronics Components  

Prof. Marc Van Rossum
& guest lecturers 

CMOS scaling laws and scaling limits  ~ Prof. Yuan Taur

Basic quantum structures in nano-devices  

Quantum Wells/Wires/Dots   

Electronic transport in nano-devices    

Transport in 2-D electron gas, 1-D ballistic transportation, 
tunneling and resonant tunneling …

HEMT, Nanowire FETs, single electrons transistors,  
Tunneling FET, Esaki-diode …

8

Name Credits Grade

Advanced Nano-electronic Components 3 13/20

Examination: Oral test

Studies in K.U.Leuven – Lessons 3: 

Dr. Van Dorpe Pol
& guest lecturers 

Optical properties of dielectric and metal   

Optical properties of semiconductors 

Lorentz and Drude model…   

Plasmon Waveguides, Fluorescence, Raman scattering, non-linear optics     

Inter-band transition…   

General Introduction:  wave propagation in media    

Maxwell’s equations…. 

9

3. Optical Properties of Solids   

Name Credits Grade

Optical Properties of Solids 3 10/20

Examination: Paper test 

1) imec at a glance  

2) Study in IMEC
 Materials Physics and Technology for Nanoelectronics
Advanced Nano-Electronic Components
 Optical Properties of Solids 

3) Internship project in IMEC：
Modeling and characterization of 

Border traps in III-V based MOS devices

4) Impressions of this experience 

Outline

10

11

Background – MOSFET with high mobility channel

P.D. Ye, IEEE spectr. pp.43-47 (September 2008)

InGaAs is intensively studied to realize high mobility n-MOSFET

border trap

Interface traps

electrons 

Negative effects caused by border traps:
1. Remote column scattering
2. Noise
3. Threshold voltage instability

Large electrically active border traps in high-/InGaAs

Fast evaluation of the border traps concentration is important
12

Topic - profile the border traps distribution

In the C-V measurement of InGaAs MOS capacitor, border traps
exert influence on the accumulation capacitance

The probing depth depends on both of the frequency of the AC
signal (f) and the measurement temperature (T)

300K 

77K 

2014/1/8

3

13

Result - new method for profile border trap distribution

By carrying out C-V measurement and proposing model,
a new methodology to determinate the border traps distribution
is successfully developed

Model proposal

Under test sample

Results:

Cox
Cbt(f,T)

Cs

C-V measurement

equivalent circuit for 
accumulation capacitance High concentration of border 

traps (1019~1020 cm-3) may 
exist in the oxide 

M

O

S

1) imec at a glance  

2) Study in IMEC
 Materials Physics and Technology for Nanoelectronics
Advanced Nano-Electronic Components
 Optical Properties of Solids 

3) Internship project in IMEC：
Modeling and characterization of 

Border traps in III-V based MOS devices

4) Impressions of this experience 

Outline

14

Impressions – invaluable experience  

15

About IMEC
1. It contributes to a 

strong connection 
between academic 
and industry fields 

2. Many seminars there 
significantly broaden 
my vision 

About the study program

1. It provides good chances for me to 
improve my language skill.

2. It helps me to re-examine my way of 
studying Think more critically and 
ask more questions 

About the internship project

1. It provides good chance too learn new technology, new knowledge 
on both of experiment and theory 

2. It is a good chance to communicate with people having different 
opinions, which help me a lot to improve my works. 

3. This experience also deepens my interest and helps me to 
become more self-motivated   

16

Thank you very much !  

 ― 148 ―  ― 149 ―






